


SALES REPRESENTATIVES 
RESEAU COMMERCIAL 

DEVICES QUALIFIED BY CCT 
0/SPOS/T/FS HOMOLOGUES CCT 

NUMERICAL ALPHABETICAL INDEX 
INDEX NUMERIQUE ALPHABET/QUE 

SYMBOLS 
SYMBOLES 
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Notre reseau de distribution 

Region parisienne 
a Sescosem 
Service Commercial 
101, Bd Murat- Paris 16e 
Tel: 525- 75- 75 Telex : 28 060 

a Orega - Cifte 
50, rue J.P. Tim baud- 92 Courbevoie 
Tel : 333 · 37- 50 Telex : 25 731 

c Les Composants Electroniques 
160, route de Ia Reine- 92 Boulogne 
Tel :604- 10 · 20 Telex : 27 191 

c Codirel 
105, rue Sadi·Carnot- 93 Bagnolet 
Tel : 287 - 49- 99 

Distributeurs regionaux 

Nord 
c Side 
Zone industrielle de Seclin 
71, rue Pierre Le Grand- 59 · Lille 
Tel : (20) 53 . 11 - 75 

Ouest 
a Electrotechnique de Normandie 
8, rue de Ia Croix d'Yonville- 76 Rauen 
Tel : (35) 70- 05- 75 Telex : 78 065 

a Bell ion 
47, rue Frederic Chopin- 44 Coueron 
Tel : (40) 72 -60- 79 Telex : 70 274 

a Bellion et Cie 
40, Quai de !'Ouest - 29 N Brest 
Tel: (98) 80-38-00 Telex :74 513 

Est 
a Selfco 
31, rue du fossil des treize- 67 Strasbourg 
Tel : (88) 32- 59 - 33 

a Cepma (Total Tehivision) 
11, rue du Polygene - 25 Besan9on 
Tel : (81) 83 - 66 - 79 • 83 - 66 - 70 

Centre 
a Centre Electronique Diffusion 
Rue Bernard Brunhes - 63 Clermont Ferrand 
Tel : (73) 92- 14- 77 Telex :39 926 

a S.E.D.R.E 
8, Place Preher - 42 St Etienne 
Tel : (77) 33- 12- 34 Telex: 33 666 F 

Rhone-Aipes 
a Radialex 
74, rue de Vendome- 69 Lyon 6e 
Tel : (78) 24- 51 - 78. 24- 12-35 Telex :30 238 

a Radialex 
3, rue Moyrand- 38 Grenoble 
Tel : (76) 87 - 35 - 97 

Cote d'Azur 
a Dimel 
lmmeuble Marino, Av. Claude Farrere- 83 Toulon 
Tel: (94) 41-49-63 

Provence 
c Cabus et Raulot 
49, rue de Village- 13 Marseille 6e 
Tel : (91) 47- 58- 10 Telex :43 387 

Midi-Pyrenees 
a Sodimep 
8, rue Jean Suau- 31 Toulouse 
Tel :(61)22-40-12- 22-41-88 

Sud-Ouest 
a Sadige 
11, Avenue du Corps Franc Pommies- 64 Pau 
Tel : (59) 27 - 87- 95 
a Sodico 
82, Cours Gambetta- 33 Langen 
Tel : 180 et 436 Telex: 56 613 

Sud-Est 
a Sescosem 
Service Commercial 
38- Saint-Egreve 
Tel : (76) 96-48 · 48 Telex : 25 731 F 

Sud 
a Sescosem 
Service Commercial 
13 - Aix en Provence 
Tel: (91) 27-61 · 16 Telex: 41 665 



SESCOSEM Halbleiter GmbH Co. KG 

D-8000 Munchen 25, Fallstrasse 42, 

Telephon : (0811) 73.10.42- Telex: 522 916 

Halbleiter 

~' THOMSON-CSF 





Semiconductors 

Societe Europeenne de Semiconducteurs et de Microelectronique 

Export Division 
101, Boulevard Murat- Paris 16e 
Telephone : 525.75.75- Telex : 28.060 

~~ TI-IOMSON-CSF 





DEVICES QUALIFIED BY CCT 
AND DEVICES UNDER CCQ 

DISPOSITIFS HOMOLOGUES CCT 
ET DISPOSITIFS SOUMIS AU CONTROL£ CENTRALISE DE QUA LITE 

TRANSISTORS 
TRANSISTORS 

2N 525 

2N 526 
2N 527 

"2N706A 
"'2N708 

"2N 9T4 
"2N 9T8 

2N 1305 
2N 1307 

2N T309 

2N T565 

2N 1566 

2N T6T3 

2N 1618 

SIGNAL AND SWITCHING DIODES 
DIODES DE SIGNAL ET DE COMMUTATION 

"Fs T9 
"FS36 

"TN 9T4 
"TN 9T4A 
"TN914B 
"1N 9T6 

VOLTAGE REGULATOR DIODES 
DIODES DE REGULATION DE TENSION 

BZX 46 C5 V1 to BZX 46 C24 
~ 

RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT 

IN 645 

TN 647 

TN 649 

DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS 
MICRO STRUCTURES LOGIOUES 

MLB 040Q (SF .C 400 PM) 

MLB 04TO (SF.C 410 PM) 

MLB 0420 (SF .C 420 PM) 

MLB 0430 (SF.C 430 PM) 

MLB 0440 (SF.C 440 PM) 

MLB 0451 (SF.C 451 PM) 

MLB 0454 (SF.C 454 PM) 

MLB 0472 (SF.C 472 PM) 

"Devices under CCQ 
Dispositifs soumis au ContrO/e Centralist: de Ouaftt6 

2N T7TT 

2N T724 
2N T724A 

2N T893 
2N 2T92 

2N 2T92 A 
2N 2T93 

2N 2193 A 
'2N2218 

''2N 22T8 A 

'2N 22T9 
~2N 2219 A 

"2N 2221 

"2N 2221 A 

"1N 916A 
"1N 916 B 

"TN 4T48 
"TN 4T49 

1N 4150 

"2N 2222 

"2N 2222 A 
"2N 2368 

"2N 2369 
"2N 2904 
"2N 2904 A 

"2N 2905 

"2N 2905 A 

"2N 2906 

"2N 2906 A 
"2N 2907 

"2N 2907 A 

2N 3055 S 

2N 3137 

"1N 4T5T 
"TN 4M6 
"TN 4447 
"TN 4448 

1N 4449 
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1N3497 107 1N4150 80 1N4730A 98 
1N3498 107 1N4151 79 1N4731A 98 
1N3499 107 1N4152 79 1N4732A 98 
1N3500 107 1N4153 79 1N4733A 98 
1N3595 82 1N4154 79 1N4734A 98 

1N3600 80 1N4244 81 1N4735A 98 
1N3604 79 1N4371A 90 1N4736A 98 
1N3605 79 1N4372A 90 1N4737A 98 
1N3606 79 1N4383" 115 1N4738A 98 
1N3821A" 103 1N4384 115 1N4739A 98 

1N3822A 103 1N4385 115 1N4740A 98 
1N3823A 103 1N4446 79 1N4741A 98 
1N3824A 103 1N4447 79 1N4742A 98 
1N3825A 103 1N4448 79 1N4743A 98 
1N3826A 103 1N4449 79 1N4744A 98 

1N3827A 103 1N4454 79 1N4745A 98 
1N3828A 103 1N4565.A 108 1N4746A 98 
1N3879 118 1N4566.A 108 1N4747A 98 
1N3880 118 1N4567,A 108 1N4748A 98 
1N3881 118 1N4568,A 108 1N4749A 98 

1N3882 118 1N4569,A 108 1N4750A 98 
1N3883 118 1N4570.A 108 1N4751A 99 
1N3889 119 1N4571.A 108 1N4752A 99 
1N3890 119 1N4572,A 108 1N4753A 99 
1N3891 119 1N4573.A 108 1N4754A 99 

1N3892 119 1N4574,A 108 1N4755A 99 
1N3893 119 1N4575,A 109 1N4775.A 111 
1N3899 119 1N4576,A 109 1N4776.A 111 
1N3900 119 1N4577,A 109 1N4777,A 111 
1N3901 119 1N4578.A 109 1N4778,A 111 

1N3902 119 1N4579,A 109 1N4779,A 111 
1N3903 119 1N4580.A 109 1N4780,A 111 
1N3909 119 1N4581,A 109 1N4781.A 111 
1N3910 119 1N4582,A 109 1N4782,A 111 
1N3911 119 1N4583,A 109 1N4783.A 111 

1N3912 119 1N4584.A 109 1N4784.A 111 
1N3913 119 1N4585 115 1RM40 120 
1N4009 79 1N4586 115 1RM80 120 
1N4148 78 1N4728A 98 1RM150 120 
1N4149 79 1N4729A 98 1RM250 120 
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2N396 63 2N918 62 2N1773A 123 --2N396A 63 2N929 60 2N1774 123 
2N397 63 2N930 60 2N1774A 123 
2N404 63 2N997 66 2N1775 124 
2N525 63 2N998 66 2N1775A 124 

2N526 63 2N999 66 2N1776 124 
2N527 63 2N1131 58 2N1776A 124 
2N681 125 2N1132 58 2N1777 124 
2N682 125 2N1208 72 2N1777A 124 
2N683 125 2N1209 72 2N1778 124 

2N684 125 2N1304 64 2N1842 124 
2N685 125 2N1305 63 2N1843 124 
2N686 125 2N1306 64 2N1844 124 
2N687 125 2N1307 63 2N1845 124 
2N688 125 2N1308 64 2N1846 124 

2N689 125 2N1309 63 2N1847 124 
2N690 125 2N1420 55 2N1848 124 
2N691 125 2N1565 56 2N1849 124 
2N692 125 2N1566 56 2N1850 124 
2N696 55 2N1566A 56 2N1889 55 

2N697 55 2N1595 122 2N1B90 55 
2N698 55 2N1596 122 2N1B93 55 
2N699 55 2N1597 122 2N1924 63 
2N706 61 2N159B 122 2N1925 63 
2N706A 61 2N1599 122 2N1926 63 

2N708 61 2N1613 55 2N1936 73 
2N735 ,56 2N1616 72 2N1937 73 
2N735A 56 2N1617 72 2N1990 56 
2N736 56 2N1618 72 2N1990R 56 
2N736B 56 2N1711 55 2N2060 66 

2N743 61 2N1724 72 2N2060A 66 
2N744 61 2N1724A 72 2N2192 55 
2N753 61 2N1725 72 2N2192A 55 
2N877 121 2N1770 123 2N2193 55 
2N878 121 2N1770A 123 2N2193A 55 

2N879 121 2N1771 123 2N2194 55 
2NBBO 121 2N1771A 123 2N2194A 55 
2N881 121 2N1772 123 2N2195 55 
2N914 61 2N1772A 123 2N2195A 55 
2N917 62 2N1773 123 2N2196 69 
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25J2C 78 44R2 115 65Z6 105 
25Z6AF 101-183 46R2 115 65Z6A 105 
25Z6F 101-183 46R2S 117 66R2 115 
26J2 78 48R2 115 66R2S 117 
26J2C 78 48R2S 117 66Z6 105 

26P1 83 50R2S 117 66Z6A 105 
26R2 116 51Z6 104 67Z6 105 
26R2S 117 51Z6A 104 67Z6A 105 
26Z6AF 101-183 52Z6 104 68R2 115 
26Z6F 101-183 52Z6A 104 68R2S 117 

27J2 78 53Z6 104 68Z6 105 
27Z6AF 101-183 53Z6A 104 68Z6A 105 
27Z6F 101-183 54Z6 104 70R2S 117 
28J2 78 54Z6A 104 71T2 69 
28J2C 78 55Z6 104 71Z6,A 106 

28R2 116 55Z6A 104 72R2S 117 
28R2S 117 56Z6 104 72T2 69 
28Z6AF 101-183 56Z6A 104 72Z6,A 106 
28Z6F 101-183 57Z6 104 73T2 69 
30F2 136 57Z6A 104 73Z6,A 106 

30R2 116 58Z6 104 74T2 69 
30R2S 117 58Z6A 104 74Z6.A 106 
31F2 136 59Z6 104 75Z6,A 106 
32F2 136 59Z6A 104 76Z6,A 106 
32R2 116 60T4 121 77Z6.A 106 

33F2 136 60Z6 104 78Z6,A 106 
34F2 136 60Z6A 104 79Z6.A 106 
34P4 79 61T4 121 80Z6,A 106 
34R2 116 61Z6 104 81Z6,A 106 
35F2 136 61Z6A 104 82Z6.A 106 

35P4 79 62R2 115 83Z6,A 106 
36P4 79 62T4 121 84Z6.A 106 
36R2 116 62Z6 104 85P1 85 
36R2S 117 62Z6A 104 85Z6,A 106 
37DP4 79 63Z6 104 86Z6,A 106 

37P4 80 63Z6A 105 87Z6.A 106 
38R2 116 64R2 115 88Z6.A 106 
38R2S 117 64T4 121 100T2 71 
40R2S 117 64Z6 105 104T2 71 
42R2 115 64Z6A 105 108T2 72 
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109T2 72 AC180Kl 163 8AX16 81 
111T2 61 AC181 163 8AX17 81 
111T2/18 61 AC181K 163 8AY17 77 
116Z6AF 101-183 AC181KL 163 8AY18 77 
116Z6F 101-183 AC182 163 8AY19 77 

118Z6AF 101-183 AC184 163 BAY20 77 
118ZI)F 101-183 AC185 163 8AY42 80 
120Z6AF 101-183 ASY81 63 8AY71 79 
120Z6F 101-183 8A1028E 173 8AY74 80 
122Z6AF 101-183 8A102JA 173 8AY80 81 

122Z6F 101-183 8A136A 173 88100 173 
124Z6AF 101-183 BA138BE 173 B81008E 173 
124Z6F 101-183 8A138RO 173 88100RO 173 
166J2 117 8A138VE 173 88100VE 173 
168J2 117 8A148 170 881038E 173 

180T2 71 8A152A 173 88103VE 173 
181T2 71 BA152PR 173 BB104BE 173 
182T2 71 BA182 173 BB104VE 173 
183T2 71 8A199-250 118-170 BB105A 173 
184T2 71 8A199-350 118-170 881058 173 

185T2 71 8A199-450 118-170 88105G 173 
212R2S 117 8A199-550 118-170 8C107 164 
312R2S 117 8A224-150 81-170 8C108 164 
A502GE 87 8A224-220 81-170 8C109 164 
A503GE 87 8A224-300 81-170 8C177 165 

A504GE 87 BA243 173 BC178 165 
AA113 84 8AV19 81-170 BC179 165 
AA114 169 8AV20 81-170 8C204 165 
AA117 83 8AV21 81-170 8C205 165 
AA118 83 8AV54-30 80-170 8C206 165 

AA119 84-169 8AV54-70 80-170 8C207 164 

AA130 169 8AV54-100 80-170 8C208 164 
AA135 85 BAW21A 82 BC209 164 

AA143S 169 BAW218 82 BC211 164 

AAY48 86 BAW32A 78 BC211A 164 

AAY49 86 8AW328 78 8C236 164 

AAZ15 85 8AW32C 78 8C237 164 

AAZ18 86 8AW320 78 8C238 164 

AC180 163 BAW32E 78 BC239 164 

O.C180K 163 BAX12 82 BC307 165 
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ESM22-500N 128 PBC107 60 SF.C401LE 146 
ESM22-600 128 PBC10B 60 SF.C401LEM 146 
ESM22-600N 128 PBC109 60 SF.C401 LP 146 
ESM23-100 128 PBC182 60 SF.C401LPM 146 
ESM23-100N 128 PBC183 60 SF.C401P 139 

ESM23-250 128 PBC184 60 SF.C401PM 139 
ESM23-250N 128 PHG1 135 SF.C402E 139 
ESM23-400 128 PHG2 135 SF.C402EM 139 
ESM23-400N 128 S02series 131 6F.C402ET 139 
ESM23-500 128 SIOsenes 131 SF.C402EV 139 

ESM23-500N 128 S20series 131 SF.C402P 139 
ESM23-600 128 SAJ180 149·184 SF.C402PM 139 
ESM23-600N 128 SF.A302 87 SF.C403E 139 
ESM25 68 SF.A303 87 SF.C403EM 139 
ESM44 171 SF.C400E 139 SF.C403ET 139 

ESM45 171 SF.C400EM 139 SF.C403EV 139 
ESM46R 170 SF.C400ET 139 SF.C403LE 147 
ESM47R 170 SF.C400EV 139 SF.C403LEM 147 
ESM51 136 SF.C400HE 145 SF.C403LP 147 
ESM52 136 SF.C400HEM 145 SF.C403LPM 147 

ESM53 136 SF.C400HP 145 SF.C404E 139 
ESM71 136 SF.C400HPM 145 SF.C404EM 139 
ESM72 136 SF.C400LE 146 SF.C404ET 139 
ESM73 136 SF.C400LEM 146 SF.C404EV 139 
ESM81 135 SF.C400LP 146 SF.C404HE 145 

ESM100 115 SF.C400LPM 146 SF.C404HEM 145 
ESM 1 09s•ries 113 SF.C400P 139 SF.C404HP 145 
ESM 11 Oseries 113 SF.C400PM 139 SF.C404HPM 145 
ESM 111 sedes 113 SF.C401BE 139 SF.C404LE 147 
ESM112series 113 SF.C401BEM 139 SF.C404LEM 147 

FS19 85 SF.C4018ET 139 SF.C404LP 147 
FS36 83 SF.C401BEV 139 SF.C404LPM 147 
MTC301 151 SF.C401E 139 SF.C404P 139 
MTC303 151 SF.C401EM 139 SF.C404PM 139 
MTC501 151 SF.C401ET 139 SF.C405E 139 

MTC511 151 SF.C401EV 139 SF.C405EM 139 
MTSC301 151 SF.C401HE 145 SF.C405ET 139 
MTSC303 -151 SF.C401HEM 145 SF.C405EV 139 
MTSP02 151 SF.C401HP 145 SF.C405P 139 
MTSP111 151 SF.C401HPM 145 SF.C405PM 139 
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SF.C406E 139 SF.C411HP 145 SF.C422HP 145 
SF.C406EM 139 SF.C411HPM 145 SF.C422HPM 145 ~ 
SF.C406ET 139 SF.C413E 140 SF.C426E 140 
SF.C406EV 139 SF.C413EM 140 SF.C426EM 140 
SF.C406P 139 SF.C413ET 140 SF.C426ET 140 

SF.C406PM 139 SF.C413EV 140 SF.C426EV 140 
SF.C40?E 139 SF.C413P 140 SF.C430E 140 
SF.C407EM 139 SF.C413PM 140 SF.C430EM 140 
SF.C407ET 139 SF.C416E 140 SF.C430ET 140 
SF.C407EV 139 SF.C416EM 140 SF.C430EV 140 

SF.C407P 139 SF.C416ET 140 SF.C430HE 145 
SF.C407PM 139 SF.C416EV 140 SF.C430HEM 145 
SF.C408E 139 SF.C416P 140 SF.C430HP 145 
SF.C408EM 139 SF.416PM 140 SF.C430HPM 145 
SF.C408ET 139 SF.C417E 140 SF.C430LE 147 

SF.C408EV 139 SF.C417EM 140 SF.C430LEM 147 
SF.C408P 139 SF.C417ET 140 SF.C430LP 147 
SF.C408PM 139 SF.C417EV 140 SF.C430LPM 147 
SF.C409E 139 SF.C417P 140 SF.C430P 140 
SF.C409EM 139 SF.C417PM 140 SF.C430PM 140 

SF.C409ET 139 SF.C420E 140 SF.C437E 140 
SF.C409EV 139 SF.C420EM 140 SF.C437EM 140 
SF.C409P 139 SF.C420ET 140 SF.C437ET 140 
SFC 409PM 139 SF.C420EV 140 SF.C437EV 140 
SF.C410E 140 SF.C420HE 145 SF.C438E 140 

SF.C410EM 140 SF.C420HEM 145 SF.C438EM 140 
SF.C410ET 140 SF.C420HP 145 SF.C348ET 140 
SF.C410EV 140 SF.C420HPM 145 SF.C438EV 140 
SF.C410HE 145 SF.C420LE 147 SF.C440E 140 
SF.C410HEM 145 SF.C420LEM 147 SF.C440EM 140 

SF.C410HP 145 SF.C420LP 147 SF.C440ET 140 
SF.C410HPM 145 SF.C420LPM 147 SF.C440EV 140 
SF.C410LE 147 SF.C420P 140 SF.C440HE 145 
SF.C410LEM 147 SF.C420PM 140 SF.C440HEM 145 
SF.C410LP 147 SF.C421HE 145 SF.C440HP 145 

SF.C410LPM 147 SF.C421HEM 145 SF.C440HPM 145 

SF.C410P • 140 SF.C421HP 145 SF.C440P 140 

SF.C410PM 140 SF.C421HPM 145 SF.C440PM 140 
SF.C411HE 145 SF.C422HE 145 SF.C4418E 140 
SF.C411HEM 145 SF.C422HEM 145 SF.C442E 140 
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SF.C2376DC 158 SF.C2761DC 157 SF.C4152PM 142 
SF.C2524EC 159 SF.C2761DT 157 SF.C4153E 142 
SF.C2524KM 159 SF.C2761M 157 SF.C4153EM 142 
SF.C2525EC 159 SF.C2761T 156 SF.C4153ET 142 
SF.C2525KM 159 SF.C2861C 157 SF.C4153EV 142 

SF.C2709A 155 SF.C2861DC 157 SF.C4154E 142 
SF.C2709AE 156 SF.C2861DT 157 SF.C4154EM 142 
SF.C2709AP 156 SF.C2861M 157 SF.C4154ET 142 
SF.C2709C 155 SF.C2861PM 157 SF.C4154EV 142 
SF.C2709EC 156 SF.C2861T 157 SF.C4155E 142 

SF.C2709EM 156 SF.C4107E 142 SF.C4155EM 142 
SF.C2709ET 156 SF.C4107EM 142 SF.C4155ET 142 
SF.C2709M 155 SF.C4107ET 142 SF.C4155EV 142 
SF.C2709PC 156 SF.C4107EV 142 SF.C4156E 142 
SF.C2709PM 156 SF.C4121 E 142 SF.C4156EM 142 

SF.C2709PT 156 SF.C4121EM 142 SF.C4156ET 142 
SF.C2709T 155 SF.C4121ET 142 SF.C4156EV 142 
SF.C2710C 159 SF.C4121EV 142 SF.C4164E 143 
SF.C2710EC 159 SF.C4121P 142 SF.C4165E 143 
SF.C2710EM 159 SF.C4121PM 142 SF.C4166E 143 

SF.C2710M 159 SF.C4122E 142 SF.C4166EM 143 
SF.C2711C 159 SF.C4122EM 142 SF.C4180E 143 
SF.C2711EC 159 SF.C4122ET 142 SF.C4180EM 143 
SF.C2711EM 159 SF.C4122EV 142 SF.C4180ET 143 
SF.C2711M 159 SF.C4122P 142 SF.C4180EV 143 

SF.C2723C 158 SF.C4122PM 142 SF.C4180P 143 
SF.C2723EC 158 SF.C4123E 142 SF.C4180PM 143 
SF.C2723EM 158 SF.C4123EM 142 SF.C4181E 143 
SF.C2723M 158 SF.C4132E 142 SF.C4181EM 143 
SF.C2741C 156 SF.C4132EM 142 SF.C4181ET 143 

SF.C2741DC 156 SF.C4141E 142 SF.C4181EV 143 
SF.C2741EC 156 SF.C4150E 142 SF.C4182E 143 
SF.C2741EM 156 SF.C4150EM 142 SF.C4182EM 143 
SF.C2741M 156 SF.C4150ET 142 SF.C4182ET 143 
SF.C2741PC 156 SF.C4150EV 142 SF.C4182EV 143 

SF.C2741PM 156 SF.C4151E 142 SF.C4184E 143 
SF.C2748C 156 SF.C4151EM 142 SF.C4184EM 143 
SF.C2748DC 156 SF.C4151ET 142 SF.C4185AE 143 
SF.C2748M 156 SF.C4151EV 142 SF.C4185AEM 143 
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~ 
F.C4192EM 143 SF.C71188K 144 SF.F153KM 149 

SF.C4192ET 143 SF.C80101K 144 SF.F154 149 
SF.C4192EV 143 SF .C801 01 KM 144 SF.F154M 149 
SF.C4193E 143 SF.D37A 85 SF.F155 149 
SF.C4193EM 143 SF.D43 80 SF.F155M 149 

SF.C4193ET 143 SF.D46 81 SF.F156E 149·184 
SF.C4193EV 143 SF.D49 81 SF.F156EM 149 
SF.C4198E 143 SF.D83 79 SF.F156K 149 
SF.C4198EM 143 SF.D86 81 SF.F156KM 149 
SF.C4198ET 143 SF.D89 81 SF.F157E 149·184 

SF.C4198EV 143 SF.D95 81 SF.F157EM 149 
SF.C4199E 143 SF.D104 84-169 SF.F157K 149 
SF.C4199EM 143 SF.D105 83 SF.F157K~ 149 
SF.C4199ET 143 SF.D106 84-169 SF.F160E '49 
SF.C4199EV 143 SF.D107 84-169 SF.F160K ,49 

SF.C5107AE 143 SF.D108 83-169 SF.F5002E 149·184 
SF.C5107AEM 143 SF.D108A 85 SF.F5003 149 
SF.C5108AE 143 SF.D118A 86 SF.F5003E 149·184 
SF.C5108AEM 143 SF.D121 85 SF.F5100E 149 
SF.C5109E 143 SF.D122 85 SF.F5100K 149 

SF.C5109EM 143 SF.D1298 86 SF.F5110K 149 
SF.C5110E 143 SF.D143 80 SF.F5110P 149 
SF.C5110EM 143 SF.D145 80 SF.F32100 150 
SF.C5325E 143 SF.D180 77 SF.F32100M 150 
SF.C5325EM 143 SF.D181 77 SF.F40032K 150 

SF.C5450AE 144 SF.D183 79 SF.F40032KM 150 

SF.C5451AD 144 SF.D185 80 SF.F42064 150 

SF.C5452D 144 SF.F104 65 SF.F42064A 150 

SF.C5453D 144 SF.F122 65 SF .F42064AV 150 
SF.C5454D 144 SF.F150 65-149 SF.F42064V 150 

SF.C8214E 144 SF.F150M 149 SF.F70560KM 150 

SF.C8800 144 SF.F151 65·149 SF .F70560KT 150 

SF.C8800M 144 SF.F151M 149 SF.F70610KM 150 

SF.C9318E 144 SF.F153AE 149·184 SF.F70610KT 150 

SF.C9601E 144 SF.F153AEM 149 SF.F70611KM 150 

SF.C9601EM 144 SF.F153AK 149 SF .F70611 KT 150 

SF.C70301K 144 SF.F153AKM 149 SF .F70660KM 150 

SF .C70301 KM 144 SF.F153E 149-184 SF.F70660KT 150 

SF.C70488E 144 SF.F153EM 149 SF .F70700KM 150 

SF .C70488EM 144 SF.F153K 149 SF .F70700KT 150 
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Frequency 

Cut-off frequency 

b = common base 
e = common emitter 

Max1mum frequency of oscillation 

Transition frequency 

Conductance 

Power gain 
P for large signals 

p for small signals 

Short-circuit input impedance 
b = common base 
e = common emitter 

Open-circuit reverse voltage transfer ratio 

b = common base 
e = common emitter 

Short-circuit forward current transfer ratio 
b = common base 
e = common emitter 

Static value of the forward current transfer 
ratio (common emitter} 

Open-circuit output admittance 
b = common base 
e = common emitter 

Current 

Base (D.C) current 

Base current during saturation 

Base current dunng desaturatmn 

*v ..... =g ..... + jb ..•.. 
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g* 

Frequence 

Fn!quence de coupure 

b = en base commune 
e = en emetteur commun 

Frequence maxi male d'osci/lation 

Frtiquence de transition 

Conductance 

Gain en puissance 
P pour grands signaux 

p pour petits signaux 

lmptidance d'entrtle, sortie en court-circuit 

b = en base commune 
e = en t!metteur commun 

Rapport de transfert inverse de Ia tension, entree 

en circuit ouvert 
b = en base commune 
e = en emetteur commun 

Rapport de transfert direct du courant, sortie en 
court-circuit 
b = en base commune 
e = en t!metteur commun 

Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant (en emetteur commun) 

Admittance de sortie, entree en circuit ouvert 
b = en base commune 

e = en emetteur commun 

Courant 

Courant (continu) de base 

Courant de base en saturation 

Courant de base en desaturation 



Base-emitter cut-off current with VsE = X 

(reverse biased) and VeE specified 

(Continuous) breakover current 

Collector (D.C) current 

Average collector current 

Collector-base cut-off current with IE = 0 
and Vcs specified 

Collector-emitter cut-off current with IB = 0 
and VeE specified 

Collector- emitter cut-off current with RsE::::: R 

and V CE specified 

Collector-emitter cut-off current with v8 E =0 

and V CE specified 

Collector-emitter cut-off current with VsE = y 

(d~rect bias) and VeE specified 

Collector-emitter cut-off current with VsE = x 

(reverse biased) and VeE specified 

Peak collector current 

Drain (D.C) current (of a field effect transistor) 

Off-state current (of a thyristor or a triac) 

Drain current for VGS =0 and v05 specified 

(of a FET) 

Drain cut-off current, with blocking V GS and 

V DS specified (of a FETI 

Emitter (D.C) current 

Emitter-base cut-off current with lc =0 and 

V EB specified 

1c(AV) 

1cso 

1cEO 

1cES 

1cEY 

IcE X 

loss 

losx 

Courant restduel base-€metteur avec VeE = X 

(b!ocage} V CE specifies 

Courant (continu) de retournement 

Courant (continu) de collecteur 

Courant col/ecteur moyen 

Courant residue! collecteur-base avec IE = 0 

et v cs specifie 

Courant residue/ co/lecteur-emetteur avec I B = 0 

et V CE specifie 

Courant residue! collecteur-tJmetteuravec RaE= R 

et V CE specifies 

Courant residue/ col/ecteur-emetteuravec VB£= 0 

et V CE specifuJ 

Courant rtisiduelcollecteur-emetteuravec VeE= y 

(polarisation directe} et VeE specifies 

Courant residue/ collecteuNJmetteur avec VeE= x 
(blocage) et VeE speciftes 

Courant de crete de collecteur 

Courant (continu} de drain (d'un transistor il effet 

de champ 

Courant a /'tJtat b/oque (d'un thyristor ou d'un 
triac} 

Courant de drain pour V GS = 0 et V DS 
specifie (d'un FET} 

Courant r6sidue/ de drain avec V GS de blocage 

et V DS specifies (d'un FET) 

Courant(continu) d'£Jmetteur 

Courant residue/ emetteur-base avec I c =0 et 

v EB specifie 
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Peak emitter current 

Forward (continuous) current (of a diode) 

Mean forward current (of a diode) 

Forward gate (contmuous) current (of a thyristor 

or a triac) 

Peak forward gate current (of a thyristor or a 

triac) 

Peak forward current (of a diode) 

Repetitive peak forward current (of a rectifier 

diode) 

Surge non repetitive forward current (of a diode) 

Gate (continuous) current (of a thyristor or a 

triac) 

Gate (D.C) current (of a f1eld effect transistor) 

Gate non-trigger (continuous) current (of a 

thyristor) 

Gate current with IS = 0 and V G 0 specified 

(of a FET) 

Gate non trigger (continuous) current (of a triac) 

according to the quadrant 

Gate current with 10 =Oand VGS specified (of 
a FET) 

Total gate leakage current (of a FETI with 

v05 =0 and V GS specified 

Gate trigger (continuous) current (of a thyristor) 
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1GD(1) 
1GD(2) 
1GD(3) 
1GD(4) 

Courant crete d'emetteur 

Courant direct (continu}(d'une d1ode) 

Courant direct moyen (d'une diode) 

Courant direct (continu) de giichette (d'un 
thyristor ou d'un triac) 

Courant direct de pointe de giichette (d'un 
thyristor ou d'un triac) 

Courant direct de crete (d'une diode) 

Courant direct de pointe repetitif (d'une diode de 
redressement) 

Courant direct de pointe de surcharge 
(d'une diode) 

Courant (continu) de gachette (d'un thyristor 

au d'un triac) 

Courant (continu) de grille (d'un transistor 

a effet de champ au d'un FET) 

Courant (continu) de giichette de non·amorqage 
(d'un thyristor) 

Courant de grille avec Is =0 et V GO specifie 
(d'un FET) 

Courant de g§chette de non amorqage (d'un triac) 
suivant le quadrant 

Courant de grille avec I 0 =0 et V GS specifie (d'un 
FET) 

Courant de fuite total de grille (d'un FET) avec 

V OS =0 et V GS specifie 

Courant (continu) de giichette d'amorqage (d'un 
thyristor) 



Gate trigger {continuous) current (of a triac) 

accordrng to the quadrant 

(Continuous) holdrng current (of a thyristor or 

a triac) 

P!wtocurrent (of a photosensitive device) 

(Continuous) latching current (of a thyristor) 

(Contmuous) latching current {of a triac) accor

dtng to the quadrant 

Mean forward current (of a d1ode) 

Overload forward current (of a rectifier diode) 

Overload on-state current (of a thynstor or a 
triac) 

(Continuous) reverse current (of a dtode or a 
thymtor) 

Mean reverse current (of a diode) 

Reverse gate {contmuous) current {of a thyristor 

or a triac) 

Peak reverse current (of a diode or a thynstor) 

Reverse recovery current {of a dtode) 

Source (D.C) current (of a FET) 

{Continuous) on-state current (of a thyristor or 

a trtac) 

1GT(1) 
1GT(2) 
IGT(3) 
1GT(4) 

1L(1) 
1L(2) 
1L(3) 
1L(4) 

1R(AV) 

Is 

Courant (continu) de g§chette d'amorr;age (d~un 

triac) suivant !e quadrant 

Courant (continu) hypostatique (d'un thyristor au 

d'un tnac) 

Photocourant (d'un dispositif photosensible) 

Courant (continu) d'accrochage (d~un thyristor) 

Courant (continu) d'accrochage (d~un triac) suivant 
!e quadrant 

Courant direct maven (d'une diode) 

Courant direct de surcharge pnivisib/e (d'une diode 
de redressement) 

Courant de surcharge previsible 8 /'etat passant 
(d'un thyristor ou d~un triac) 

Courant inverse (continu) (d'une diode au d'un 
thyristor) 

Courant inverse moyen (d'une diode) 

Courant inverse (continu) de g§chette (d~un thyris
tor au d'un triac) 

Courant inverse de crete (d'une diode au d'un thy

ristor) 

Courant inverse de recouvrement (d~une diode) 

Courant (continu) de source (d'un FET) 

Courant (continu) a l'fitatpassant (d~un thyristor 
ou d~un triac) 
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Mean on-state current (of a thyristor or a tnac} 

Peak on-state current {of a thyristor or a triac} 

Repetitive peak on-state current (of a thyristor 

or a triac) 

RMS on-state current (of a thyristor or a triac) 

Surge non repetitive on-state current (of a 

thyristor or a triac) 

Regulation current (of a voltage regulator diode) 

Regulation current in the breakdown knee region 

(of a voltage regulator diode) 

Surge (non repetitive) regulation current (of a 

voltage regulator diode) 

Regulation voltage test current (of a voltage 

regulator diode) 

Collector power dissipation with tamb or tease 
specified 

Mean gate power dissipation (of a thyristor or a 
triac) 

Peak gate power diSsipation (of a thyristor or a 
tnac) 

Surge (non repetitive) reverse power dissipation 

(of a controlled avalanche rectifier diode) 

Total power dissipation 

Total input power (D.C or average) to all electro

des, with tamb or tease specified 
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1T(AV) 

'™ 

1T{rms) 

'z 

'zK 

1zsM 

1zT 

Courant moyen a /'f!tat passant (d'un thyristor ou 

d'un triac) 

Courant de crete a /'t1tat passant (d~un thyristor au 

d'un triac) 

Courant direct de pointe n!petitif a /'&tat passant 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Courant efficace a l'titat passant (d'un thyristor 
ou d'un triac) 

Courant de surcharge (de pointe) accidentelle a 
/'etat passant (d'un thyristor ou d'un triac) 

Courant de regulation (d'une diode regu/atrice de 
tension) 

Courant de nfgulation dans Ia r&gion du coude de 
c/aquage (d'une diode regula trice de tension) 

Courant de pointe de surcharge accidentel/e 
(non repetitif) de regulation (d'une diode 
n!gulatrice de tension) 

Courant de controle de Ia tension de regulation 
(d'une diode regulatrice de tension) 

Puissance dissipee au col/ecteur avec tamb ou 

tease spf!cifie 

Dissipation de puissance moyenne de giichette 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Dissipation de puissance de pointe de g§chette 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Dissipation de puissance inverse de pointe de sur
charge accidentel/e (non repetitive) (d'une diode 
de redressement 8 avalanche contr6Jee} 

Dissipation to tale de puissance 

Puissance to tale d'entree (continue au moyenne) 

de toutes /es £1/ectrodes, avec tamb au tease specifie 



Power dissipation (in the breakdown region) (of 
a voltage regulator d1ode) 

Non repetitive peak power dissipation (in the 

breakdown region) (of a voltage regulator diode) 

Recovered charge (of a diode) 

Stored charge 

Depletion layer charge 
c =of collector 
e =of emitter 

External resistance 

Differential resistance 

External base resistance 

Base intrmsic resistance 

External resistance connecting base to emitter 

External collector resistance 

Damping resistance 

On-state drain source resistance {of a FET) 
R =(D.C) 

r =(A.C) 

External emitter resistance 

Generator resistance 

External gate resistance (of a thyristor or a triac) 

External resistance connecting gate to cathode 
(of a thyristor or a triac) 

Load resistance 

Pz 

PzsM--. 

as 

as 

aTe 
aTe 

R 

Rs 

rbb" 

RBE 

Rc 

rd 

roson 
rdson 

RE 

RG 

RG 

RGc 

RL 

Disslpation de puissance (dans Ia region dec/aqua-

ge) (d'une diode regulatrice de tension) 

Dissipation de puissance de pointe accidentel/e 
(non repetitive) (dans Ia region de claquage) 

(d"une diode regulatrice de tension) 

Charge recouvree (d'une diode) 

Charge stockee ~i~ 
;f, 

Charge (de Ia zone) de transition 

c =du collecteur 

e =de l"emetteur 

Resistance externe 

Resistance differentielle 

Resistance externe en sdrie avec Ia base 

Resistance intrinseque de base 

Resistance externe reliant Ia base et J'emetteur 

Resistance externe en serie avec collecteur 

Resistance d'amortissement 

Resistance drain source a l"etat passant (d'un FET) 

R =(en continu) 

r =(en alternatif) 

Resistance externe en stirie avec t!metteur 

Resistance de generateur 

Resistance externe en serie avec Ia gachette 

(d"un thyristor ou d"un triac) 

Resistance externe reliant Ia gachette et Ia cathode 

(d"un thyristor ou d"un triac) 

Resistance de charge 
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Series resistance 

Thermal resistance between two specified points 

Junction-ambient thermal resistance 

Junction-case thermal resistance 

Small signal resistance (in the breakdown 

knee region) (of a voltage regulator diode) 

Small signal resistance (for the test reverse current 

in the breakdown region) (of a voltage regulator 
diode) 
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Ambient temperature 

Case temperature 

Gate controlled delay time (of a thyristor or 

a triac) 

Retard ~ Ia croissance 

Turn-off delay time (field-effect transistor) 

Turn-on delay time (field-effect transistor) 

Turn-on time 

Fall time 

Forward recovery time (of the voltage) 
(of a diode) 

Gate controlled turn-on time (of a thyristor or 
a triac 

Junction-temperature 

Operating temperature (at zero dissipation) 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

rzK 

rzT 

Resistance sfirie 

Resistance thermique entre deux points specifies 

Resistance thermique (jonction-ambiante) 

Resistance thermique (jonction-boitier) 

Resistance differentiel/e (dans Ia region du coude 

de claquage) (d'une diode regulatrice de tension) 

Resistance difftirentielle (pour /e courant inverse 
de mesure dans Ia region de claquage) (d'une diode 

regulatrice de tension) 

Temperature ambiante 

Temperature de boitier 

Retard a Ia croissance commandee par Ia gachette 

(d'un thyristor ou d'un triac) 

Delay time 

Retard a Ia decroissance (d'un transistor a effet de 

champ 

Retard a Ia croissance (d'un transistor a effet de 

champ) 

Temps total d't!tab/issement 

Temps de decroissance 

Temps de recouvrement direct (de Ia tension) 

(d'une diode) 

Temps d'amorqage par Ia giichette (d'un thyristor 

ou d'un triac) 

Temperature de jonction 

Temperature de fonctionnement (8 dissipation 
nul/e) 



Pulse time 

Circuit com mutated recovery time (of a 

thyristor or a triac) 

Rise time 

Gate controlled rise time (of a thyristor or 

a triac) 

Reverse recovery time (of a diode) 

Carrier storage time 

Turn-off time 

Storage temperature 

V1rtual junction temperature 

Voltage 

Anode cathode (test) voltage (of a thyristor) 

Base (D.C) voltage supply 

Base-emitter (D.CI voltage 

Base-emitter saturation voltage, w1th 18 and lc 

specified 

(Continuous) breakover voltage (of a thyristor 

or a tnac) 

~' V or U 
Vou U 

Breakdown voltage (of a diode) 

Breakdown voltage (open circuit) 

v'' 

V(BR) .. O 

Duree d'une impulsion 

Temps de desamorqage par commutation du 
circuit (d'un thyristor au d'un triac) 

Temps de croissance 

Temps de croissance commandee par Ia g§chette 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Temps de recouvrement inverse (d'une diad~) 

Retard a Ia decroissance 

Temps total de coupure 

Temperature de stockage 

Temperature virtuefle de jonction 

Tension 

Tension (de mesure) anode cathode (d'un 
thyristor) 

Tension (continue) d'alimentation de Ia base 

Tension (continue) base-emetteur 

Tension de saturation base-fimetteur, avec I 8 et I C 

specifies 

Tension (continue) de retournement (d'un 

thyristor ou d'un triac) 

Tension de claquage (d'une diode} 

Tension de claquage (circuit ouvert) 
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Collector-base breakdown voltage, with IE =0 V{BR)CBO 
and I C specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with V (BR)CEO 
I 8 = 0 and lc specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with V (BR)CER 
RsE =Rand lc specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with V (BR)CES 
V8 E =0 and lc specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with V (BR)CEX 
v8E =X (reverse biased) and lc specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with V (BR)CEY 
V BE = Y (direct bias) and lc specified 

Drain-source breakdown voltage, with VGs =0 V{BR)DSS 
and 10 specified (of a FET) 

Drain-source breakdown voltage, with blocking V {BR)DSX 
VGS and 10 specified (of a FET) 

Emitter-base breakdown voltage, with lc =0 VIBR)EBO 
and IE specified 

Gate-source breakdown voltage, with V05 =0 V{BR)GSS 
and IG specified (of a FET) 

Collector-base (D.C) voltage Vcs 

Collector-base (D.C) voltage, with IE =0 VCBO 
and lc specified · 

Collector (D.C) voltage supply Vee 

Collector-emitter (D.C) voltage VeE 

* V or U 
Vou U 
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Tension de c/aquage col/ecteur-basel avec IE =0 

et I C specifie 

Tension de claquage col/ecteur-timetteur, avec 

I 8 =0 et I c specifie 

Tension de claquage col/ecteur-emetteur, avec 

RaE =Ret lcspecifies 

Tension de c/aquage col/ecteur4metteur, avec 

v8 E =Oet lcspecifie 

Tension de c/aquage collecteur-emetteur, avec 

V BE =X (blocage) et I c specifies 

Tension de claquage col/ecteur-fimetteur, avec 

V BE = Y (polarisation directe) et I c specifies 

Tension de c/aquage drain-source, avec V GS =0 

et I 0 specifie (d'un FET) 

Tension de claquage drain-source~ avec V GS de 

blocage et I 0 specififi (d'un FET) 

Tension de claquage emetteur-base, avec lc =0 

et IE specifie 

Tension de claquage grille-source, avec V OS =0 
et I G specifie (d'un FET) 

Tension (continue) collecteur-base 

Tension (continue) col/ecteur-base, avec IE =0 

et I c specifie 

Tension (continue) d'alimentation du col/ecteur 

Tension (continue) co/lecteur-fimetteur 



Collector-emitter knee voltage 

Collector-emitter (D.C) voltage, with 18 =0 
and lc specified 

Collector-emitter (D.C) voltage, with RBE = R 
and I c specified 

Collector-emitter (D.C) voltage, with VBE =0 
and lc specified 

Collector-emitter saturation voltage, with I 8 
and lc specified 

Collector-emitter (D.C) voltage, with VBE =X 
(reverse biased) and 'c specified 

Collector-emitter (D.C) voltage, with v8E =Y 
V CE = Y (direct bias) and lc specified 

Continuous off-state voltage (of a thyristor or 
a triac) 

Peak off-state voltage (of a thyristor or a triac) 

Repetitive peak off-state voltage (of a thyristor 

or a triac) 

Drain-source (D.C)voltage (of a FET) 

Non repetitive peak off-state voltage (of a 
thyristor or a triac) 

Drain-soutce saturation voltage(of a FET) 

Crest (peak) working off-state voltage (of a 

thyristor or a triac) 

* VorU 
VouU 

VcEsat 

Vossat 

Tension col/ecteur..emetteur de coude 

Tension (continue) col/ecteur-llmetteur, avec 

18 =0 etl c specifie 

Tension (continue) collecteur-imetteur, avec 

R BE = R et I c specifies 

Tension (continue} collecteur-imetteur, avec 

v8 E =Oetlcspecifie 

Tension de saturation collecteur-llmetteur, avec 
18 et I c specifies 

Tension (continue) col/ecteur-llmetteur avec 
v8 E =X (blocage) et lcspecifies 

Tension (continue} col/ecteur-imetteur avec 
V BE = Y (polarisation directe) et I c specifies 

Tension (continue) a /'etat b/oque(d'uo thyristor 
ou d'un triac) 

Tension de pointe a l'etat b/oque (d'un thyristor 
ou d'un triac) 

Tension de pointe repetitive a /'etat bloque 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Tension (continue) drain-source (d'un FET) 

Tension de pointe non repetitive a /'etat bloque 
(d'un thyristor ou d'un triac) 

Tension de saturation drain-source (d'un FET) 

Tension de crete a /'etat bloque (d'un thyristor 
au d'un triac} 
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Emitter-base (D.C) voltage 

Emitter-base (D.C) voltage, with lc =0 and 

IE· specified 

Emitter (D.C) voltage supply 

(Continuous) forward voltage (of 
a diode) 

Mean forward voltage (of a diode) 

Gate (continuous) forward voltage (of a 
thyristor or a triac) 

Peak forward gate voltage (of a thyristor 
or a triac) 

Forward transient voltage (of a diode) 

Gate-drain (D.C)voltage (of a FET) 

Gate non-trigger (continuous) voltage 

(of a thyristor) 

Gate non trigger (continuous) voltage 

(of a triac) according to the quadrant 

Gate-source (D.C)voltage (of a FET) 

* VorU 
VouU 
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Tension (continue) emetteur-base 

Tension (continue)emetteur-base,avec lc =0 

et IE specifir! 

Tension (continue) de /'alimentation de l'tJmetteur 

Tension directe (continue) (d'une diode) 

Tension directe moyenne (d'une diode) 

Tension directe (continue) de gfichette (d'un 
thyristor ou d'un triac) 

Tension directe de pointe de gfichette (d'un 
thyristor ou d'un triac) 

Tension directe transitoire (d'une diode) 

Tension (continue) grille-drain (d'un FET) 

Tension (continue) de nan amor(iage par Ia 
giichette (d'un thyristor) 

Tension (continue) de non amoryage par Ia 

gfichette (d'un triac) suivant /e quadrant 

Tension·(continue) grille-source (d'un FET) 



Gate-source cut-off voltage (of a FET) 

Gate-source threshold voltage (of a FET) 

Gate trigger (contmuous) voltage (of a 
thynstor) 

Gate trigger (continuous} voltage {of a triac) 

accord mg to the quadrant 

Equ 1valent reverse voltage 

Punch-through voltage 

Continuous reverse voltage (of a d1ode) 

Gate (continuous) reverse voltage (of a 
thyristor or a triac) 

Peak reverse gate voltage (of a thyristor 
or a triac) 

Peak reverse voltage (of a diode or a 

thyriStor) 

Repetitive peak reverse voltage (or a 
rectrfier diode or a thyristor) 

Non repetitive peak reverse voltage 

(of a rectifier diode or a thynstor) 

Crest working reverse voltage (of a rectifier 

d1ode or a thyristor) 

*VorU 
VouU 

V GSoff Tension grille-source de blocage (d'un FET) 

V GS (TO) Tension grille-source de seuil (d'un FET) 

V GT Tension (continue} d'amorr;age par Ia ga
chette (d'un thyristor} 

VGT (1) 

VGT(2) 

VGT(3) 

VGT(4) 

Tension (continue) d'amorr;age par Ia g5· 

chette (d'un triac} suivant /e quadrant 

Tens1on ffquiva/ente de bruit 

Tension de ptintitration (au tension de pen;age) 

Tension inverse continue (d'une diode} 

Tension inverse (continue} de gachette (d'un 
thyristor ou d'un triac} 

Tension inverse de pointe de g§chette (d'un 
thyristor ou d'un triac} 

Tension inverse de crete (d'une d1ode au d'un 
thyristor} 

Tension inverse de pointe repetitive (d'une 
diode de redressement ou d'un thyristor} 

Tension inverse de pointe non rtiptititive 
(d'une d1ode de redressement ou d'un thyristor) 

Tension inverse de crete (d'une diode de redres

sement ou d'un thyristor) 
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(Continuous) on·state voltage(of a thyristor 
or a triac) 

Peak on·state voltage (of a thyristor or a triac) 

(Continuous) reverse voltage (in the break· 
down region) (of a voltage regulator diode) 

(Continuous) reverse voltage (in the break· 
down knee region) (of a voltage regulator diode) 

Test !continuous) reverse voltage (in the break· 
down region) (of a voltage regulator diode) 

Transient reverse energy (of a diode) 

Short·circuit input admittance 
b =common base 

e =common emitter 

Short-circuit input admittance common_ 
source (field-effect transistor) 

Short·circuit reverse trpnsfer admittance 
b =common base 

e =common emitter 

Short-circuit input admittance common 
source (field·effect transistor) 

Short-circuit forward transfer admittance 
b =common base 
e =common emitter 

Short·circuit forward transfer admittance 
common source (field-effect transistor) 

*y ..... =g ..... + jb ..... 
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Vz 

VzK 

Vzr 

Tension (continue) a l't!tat passant (d'un thyristor 
au d'un triac 

Tension de crete a l't!tat passant (d'un thyristor 
ou d'un triac) 

Tension inverse (continue)(dans Ia region de 
claquage) (d'une diode regula trice de tension) 

Tension inverse (continue) (dans Ia region du 
coude de claquage) (d'une diode rt!gulatrice de 
tension) 

Tension inverse (continue) de mesure (dans Ia 
region de c/aquage) (d'une diode nJgulatrice de 
tension) 

Energie transitoire inverse (dans une diode) 

Admittance d'entrt!e, sortie en court-circuit 
b =en base commune 
e =en t!metteur commun 

Admittance d'entrtJe, sortie en court-circuit en 
source commune (d'un transistor a effet de champ) 

Admittance de transfert inverse, entree en court

circuit 

b =en base commune 

e =en emetteur commun 

Admittance de transfert inverse, entree en 
court-circuit, en source commune (d'un 
transistor a effet de champ) 

Admittance de transfert direct, sortie en court
circuit 
b =en base commune 
e =en emetteur commun 

Admittance de transfert direct, sortie en court· 
circuit, en source commune (d'un transistor a 
effet de champ) 



Short-circuit output admittance 

b =common base 

e =common emitter 

Short-circuit output transfer admittance, 

common source (field -effect transistor) 

Thermal impedance 

Transient thermal impedance 

Temperature coefficient of working voltage 

(of a voltage regulator diode) 

Duty cycle (of a pulse) 

Detector (voltage) efficiency (of a diode) 

Collector efficiency 

Wave length (of a light beam) 

Phase angle of input admittance with 

output short-circuit 

b =common base 

e =common emitter 

Phase angle of reverse transfer admittance 
with input short-circuit 

b =common base 

e =common emitter 

Phase angle of forward transfer admittance 

with output short-circuit 

b ; common base 

e =common emitter 

Phase angle of output admittance with 

input short-circuit 

b =common base 

e =common emitter 

Angular frequency 

*y ..... ;g ..... + jb ••... 

Admittance de sortie, entree en court-circuit 
b =en base commune 

e =en emetteur commun 

Admittance de sortie, entree en court-circuit en 

source commune (d'un transistor a effet de champ) 

Impedance thermique 

Impedance thermique transitoire 

Coefficient de temperature de Ia tension de fonc

tionnement (d'une diode regu/atrice de tension) 

Facteur d'utilisation (d'une impulsion) 

Rendement de detection (en tension) (d'une diode) 

Efficacite du collecteur 

Longueur d'onde (d'un rayonnement lumineux) 

Angle de phase de /'admittance d'entree, sortie 
en court-circuit 
b =en base commune 
e =en emetteur commun 

Angle de phase de /'admittance de transfert inverse 
entree en court-circuit 
b =en base commune 
e =en emetteur commun 

Angle de phase de /'admittance de transfert direct, 
entree en court-circuit 

b =en base commune 
e =en emetteur commun 

Angle de phase de /'admit"'tance de sortie; entree 

en court-circuit 

b =en base commune 
e =en tfmetteur commun 

Pulsation 
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Symbols Symbo/es 

Digital integrated circuits Circuits intfignJs /ogiques 

Input capac1tance Ci Capacite d'entn§e 

Output capacitance co Capacite de sortie 

Frequency or maximum clock frequency Frequence ou frequence maxima/e d'hor/oge 

Supply current per package Icc Courant d'alimentation par boitier 

Supply current, high level output per package lccH Courant d'alimentation par boitier, sortie a !'&tat haut 

Supply current, low level output per package Courant d'alimentation par boitier, sortie a l'fitat bas 

Maximum input current 

Maximum input current at VoHmin 

Maximum input current at VoHmax 

Maximum input current at VOLmax 

IIH 

IIHmin 
It (Hmin) 

Courant maximal d'entn§e 

Courant maximal d'entree a VoHmin 

IIHmax Courant maximal d'entree a VoHmax 

It (Hmax) 

IlL max Courant maximal d'entnie a VOLmax 

If (Lmax) 

Maximum output current IQ Courant maximal en sortie 

Off+-state maximum output current I off Courant maximal en sortie a /'etat b/oque 

Minimum output current at VOHmin IQHmin Courant minimal de sortie a VOHmin 

to (Hmin) 

Maximum output disable current IQHz Courant de sortie maximal a retat haute impedance 

Minimum output current IQL Courant minimal de sortie 

Minimum output current at VoLmax IOLmax Courant minimal de sortie a VoLmax 

IQ (Lmax) 

On-state maximum output current I on Courant maximal de sortie a /'t!tat conducteur 

Short-circuit output current 1os Courant de sortie en court-circuit 

Maximum expander current Courant d'expansion maximal 
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Input hold time thold Temps de maintien 

Input set-up time tset-up Temps de prt:Jetablissement 

Propagation delay time high to low level output tpH L Temps de propagation a Ia dtJcroissance du signal de sortie 

Propagation delay time low to high level output tPLH Temps de propagation a Ia croissance du signal de sortie 

Transition time high to low level tTHL Temps de transition a Ia dtJcroissance 

Transition time low to high level tTLH Temps de transition a Ia croissance 

Pulse width tw Largeur d'impulswn 

Write pulse width tvvP Duree de l'impulswn d~ecnture 

Write recovery time twR Temps de recuperation apres ecriture 

Base-emitter voltage VBE Tension maximale base-emetteur 

Maximum input clamp voltage Vi Tension maximale d'entr!Je d'ecretage 

Minimum high level input voltage VIHmin Tension minimale permise a retat haut 

Maximum reverse input voltage V 1 L Tension maximale d'entree en inverse 

Maximum low level input voltage VJ Lmax Tension maximale d'entree permise a /'etat bas 

Maximum low level voltage VLmax Tension maximale garantie a l'fitat bas 

Ouptut voltage VQ Tension de sortie 

Mmimum high level output voltage VQHmin Tension minimale garantie en sortie a /'etat haut 

Maximum low level output voltage VQ Lmax Tension maximale garantie en sortie a /'tJtat b'as 

On-state maximum output voltage Von Tension maximale en sortie a l'fitat conducteur 

Negative-going threshold voltage VT- Tension de seuil sur le front mJgatif 

Positive-going threshold voltage VT+ Tension de seuil sur le front positif 

50 



Symbols Symbo/es 

Linear integrated circuits Circuits integres lint!aires 

Large signal voltage gain Ay Amplification en tension 

Load capacitance CL Capacite de charge 

Common mode rejection ratio CMR Taux de rejection en mode commun 

Temperature coefficient of input offset current Dlol 
· Coefficient de temperature du courant de decalage 
a /'entree 

Temperature coefficient of output voltage °Kvo Coefficient de temperature de regulation --· .• 
Temperature coefficient of input offset voltage ov01 

Coefficient de temperature .de Ia tension de 

decalage a /'entree 

Input bias current Is Courant de polarisation 

Supply currents 1cc1 Courants fournis par les alimentations 
1cc2 

Input offset current IDI Courant de decalage a /'entree 

Full load current 1FL Courant maximum debite dans Ia charge 

Standby current drain liB Courant a vide 

Null load current 1NL Courant en /'absence de charge 

Output current Ia Courant de sortie 

Short·circuit current limit 1sc Courant de court-circuit 

Strobe current 1st Courant d'echantillonnage 

Long term stability KvH Stabilite dans le temps 

Line regulation Kv1 
Coefficient de regulation en fonction de Ia 

tension d'entree 

Load regulation Kvo Coefficient de regulation en fonction de Ia charge 

Internal power dissipation p Puissance dissipee 

Load resistance RL Resistance de charge 

51 



Source resistance Rs Resistance de source 

Sense current resistance Rsc Resistance de limitation de courant 

Ripple rejection Rvf Taux de filtrage 

Slew rate s Pente du signal de sortie 

Supply voltage rejection rat1o 5VR Taux de rejection dO aux alimentations 

Strobe release time tost Temps de rfiponse entree fichantillonnage 

Response time tr Temps de rfiponse 

Rise time tTLH Temps de transition 

Input offset voltage VDI Tension de deca/age a !'entree 

Positive output level VH Niveau de sortie positif 

Input voltage v, Tension d'entree 

DiffeiPntial input voltage VID Tension differentiel/e d'entree 

Input voltage range v,M Tension d'entnie limite 

Negative output level VL Niveau de sortie migatif 

Output noise voltage VNO Tension de bruit en sortie 

Output voltage Vo Tension de sortie 

Output voltage swing Vpp Dynamique de sortie 

Reference voltage vref. Tension de nHfirence 

Supply voltage Vs Tension d'alimentation 

Input impedance z, Impedance d'entree 

Output impedance Zo Impedance de sortie 
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Professional transistors 
Transistors professionnels 

Silicon NPN and PNP transistors general purpose .........•.........•.... 55 
Transistors silicium NPN et PNP, usage gemlral 

Silicon NPN and PNP transistors · amplification and switching ..•........... 61 
Transistors siticium NPN et PNP- amplificatiOn et commutation 

Germanium NPN and PNP transistors ................................. 63 
Transistors germanlum NPN et PNP 
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Transistors FET et M.O.S 

Dual transistors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Transistors doubles 

Analogic gates FET .............................................. 68 
Partes analogiques a transistors FET 
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Transistors de puissance 
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Cases :Outline drawings are shown at the end of the book, in order of CB 
numbers. These CB numbers are written under the silhouettes in the head 
of tables. 

Boltiers: Les dessins cotes des bo1tiers sont reunis a Ia fin du manuel, classes dans l'or
dre des numeros CB. Ces numeros CB sont inscrits en tete de chaque tableau au-dessous 

des silhouettes correspondantes. 



l!! lil!! ~~~ f~JJJ~ B ,-~?/ t>l /,1 

1/l ~~ / .' ~~ 
! ' i 

T0-18 T0-39 T0-98" R0-110" X-28" X-103" X-55 a" 
(CB-6) (CB-7) (CB-74) (CB-50) (CB-75) (CB-111) (CB-761 

TABLE 1- Silicon NPN transistors, general purpose tamb ~ 25o C 
TABLEAU 1- Transistors NPN silicium, usage general 

VcEO 
Type Case Ptot I IV) h21 E 1 lc I VcEsat 1 ICIIB fT Is See data sheet 
Type Boitier (mW) VeER* h21e* (rnA) (V) (mAl (MHz) Ins) Voir notice ,~ 

I off* ); '¥ 

VCEX" : t\, 
•' 

2N 696 T0-39 600 40' 20-60 150 1,5 150/15 40 2N 696 

2N 698 T0-39 800 60 20-60 150 5 150/15 40 2N 698 

2N 2194 T0-39 800 40 20-60 150 0,35 150/15 50 150 2N 2194 

2N 2194A T0-39 800 40 20-60 150 0,25 150/15 50 150 2N 2194 

*2N 2195 T0-39 800 25 20 min 150 0,35 150/15 50 2N 2194 

*2N 2195 A T0-39 800 25 20 mm 150 0,25 150/15 50 2N 2194 

2N 697 T0-39 600 40' 40-120 150 1,5 150/15 50 2N 696 

2N 699 T0-39 600 so• 40-120 150 150/15 50 2N 699 

*2N 1613 T0-39 800 50* 40-120 150 1,5 150/15 60 2N 1613 

2N 1889 T0-39 800 60 40-120 150 5 150/15 50 2N 1889 

*2N 1893 T0-39 800 80 40-120 150 5 150/15 50 2N 1893 

*2N 2193 T0-39 800 50 40-120 150 0,35 150/15 50 150 2N 2192 

*2N 2193 A T0-39 800 50 40-120 150 0,25 150/15 50 150 2N 2192 

*2N 2218 T0-39 BOO 30 40·120 150 1,6 500/50 250 140 4 § 2N 2218 

*2N 2218 A T0-39 800 40 40-120 150 500/50 250 225 2N 2218 

*2N 2221 T0-18 500 30 40-120 150 1,6 500/50 250 140' § 2N 2221 

*2N 2221 A T0-18 500 40 40-120 150 1 500/50 250 225 2N 2221 

2N 1420 T0-39 600 30* 100-300 150 1,5 150/15 50 2N 1420 

*2N 1711 T0-39 800 50* 100-300 150 1,5 150/15 70 2N 1613 

2N 1890 T0-39 800 60 100-300 150 5 150/15 60 2N 1889 

*2N 2192 T0-39 800 40 100-300 150 0,35 150/15 50 150 2N 2192 

*2N 2192 A T0-39 800 40 100-300 150 0,25 150/15 50 150 2N 2192 

*2N 2219 T0-39 800 30 100-300 150 1,6 500/50 250 180'§ 2N 2218 

*2N 2219 A T0-39 800 40 100-300 150 500/50 300 225 2N 2218 

*Preferred device §Typical value .t::. Plastic case 
Dispositd recommande Valeur typ1que Boitier pfastique 
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TABLE 1- (continued) 
TABLEAU 1- (suite) 

Type I 
Type 

Case 
Boitier 

VcEO 

Plol I (V) 
(mW) VeER* 

VcEX" 

h21E j lc I VcEsalj lc/18 
h21e* (rnA) (V) (rnA) fT I (MHz) 

min-max 

*2N 2222 T0-18 500 30 100-300 150 1,6 500/50 250 

*2N 2222 A T0-18 500 40 100-300 150 500/50 300 

*2N 1565 T0-39 600 60 40*-100* 5 10/2 60 

* 2N 1566 T0-39 600 60 80* min 5 10/2 60 

2N 1566 A T0-39 600 60 80*-200* 5 0,6 10/2 100 

2N 1990 T0-39 600 75° 20 min 30 0,5 2/0,2 

2N 2890 T0-39 800 80 30-90 1000 0,75 2000/200 30 

2N 2891 T0-39 800 80 50-150 1000 0,75 2000/200 30 

*2N 3053 T0-39 1000 40 50-250 150 1,4 150/15 100 

BSX 45 T0-39 5000(1) 40 40-250 100 1000/100 50 

BSX 46 T0-39 5000(2) 60 40-250 100 1000/100 50 

*2N 735 T0-18 500 60 40*-100* 5 10/2 60 

2N 735 A T0-18 500 60 40*-100* 5 0,5 10/2 60 

2N 736 T0-18 500 60 80*-2oo· 5 10/2 100 

2N 736 8 T0-18 500 60 80*-200* 5 0,5 10/2 100 

2N 1990 R T0-18 250 75" 20 min 30 0,5 2/0,2 

BCY 58 T0-18 300 32 120-630 2 0,7 100/2,5 125 

BCY 59 T0-18 300 45 120-630 2 0,7 100/2,5 125 

*ssx 51 T0-18 300 25 75-225 2 0,3 50/3 150 

* BSX 51 A T0-18 300 50 75-225 2 0,3 50/3 150 

*ssx 51 s T0-18 300 60 75-225 2 0,3 50/3 150 

*BSX 52 T0-18 300 25 180-540 2 0,3 50/3 150 

*ssx 52 A T0-18 300 50 180-540 2 0,3 50/3 150 

*BSX 52 8 T0-18 300 60 180-540 2 0,3 50/3 150 

*ssw 42 R0-110 300 25 75-225 2 0,3 50/3 150 

*ssw 42 A R0-110 300 50 75-225 2 0,3 50/3 150 

*BSW 42 B R0-110 300 60 75-225 2 0,3 50/3 150 

*BSW 43 R0-110 300 25 180-540 2 0,3 50/3 150 

* BSW 43 A R0-110 300 50 180-540 2 0,3 50/3 150 

ts 
(ns) 

loft* 

180* §, 

225 

1500* 

1500* 

850* 

850* 

800* 

sao• 
130 

130 

130 

130 

130 

130 

20C§ 

200§ 

200§ 

200§ 

200§ 

See data sheet 
Voir notice 

2N 2221 

2N 2221 

2N 1565 

2N 1565 

2N 1565 

2N 1990 

2N 2890 

2N 2890 

2N 3053 

BSX 45 

BSX 45 

2N 735 

2N 735 

2N 735 

2N 735 

2N 1990 R 

BCY 58 

8CY 59 

8SX 51 

BSX 51 

BSX 51 

BSX 51 

8SX 51 

BSX 51 

BSW42 

BSW42 

BSW42 

BSW42 

BSW42 

2N 2713 T0-98 200 18 30-90 2 0,3 50/3 200§ 85§ 2N 2713 

2N 2714 T0-98 200 18 75-225 2 0,3 50/3 200§ 85§ 2N 2713 

2N 2921 T0-98 200 25 35*-70* 2 200 § 2N 2921 

~~2N~2~92~2~~T~0~-9~8~-2~0~0~~2=5--~5~5_*-~1~10~*--~2~----------------~2~0~0~§ ________ ~2N2921 
*Preferred device STypical value Ill lease =:i5°C VeE,;;; 6 V 

Dispositifrecommande Valeurtypique (2) tease =25oc VcEt:;7 V 
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TABLE 1- (continued) tamb = 25o C 
TABLEAU 1- (suite) 

I 
VCEO 

Type Case Ptot I IV) h21E 1 Jc I VcEsat 1 Jells 
IT I t, See data sheet Ins) Type Boitier lmW) VeER* h21e• (mAl lVI (rnA) (MHz) 

loft" 
Vo1r notice 

VCEX" 

2N 2923 T0-98 200 25 90'-180* 2 200'l 2N 2921 

2N 2924 T0-98 200 25 150.-300* 2 200§ 2N 2921 

2N 2925 T0-98 200 25 235*-470* 2 200§ 2N 2921 

2N 2926 T0-98 200 25 35*-470* 2 200§ 2N 2926 

2N 3390 T0-98 200 25 400-800 2N 3390 

2N 3391 T0-98 200 25 250-500 160§ 2N 3390 

2N 3392 T0-98 200 25 150-300 2 140§ 2N 3390 

2N 3393 T0-98 200 25 90-180 2 140e 2N 3390 

2N 3394 T0-98 200 25 55-110 2 140§ 2N 3390 

2N 3395 T0-98 200 25 150-500 2N 3395 

2N 3396 T0-98 200 25 90-500 2N 3395 

2N 3397 T0-98 200 25 55-500 2N 3395 

2N 3398 T0-98 200 25 55-800 2 2N 3395 

2N 3414 T0-98 200 25 75-225 2 0,3 50/3 160§ 2N 3414 

2N 3415 T0-98 200 25 180-540 0,3 50/3 160 § 2N 3414 

2N 3416 T0-98 200 50 75- 225 2 0,3 50/3 160§ 2N 3414 

2N 3417 T0-98 200 50 180-540 2 0,3 50/3 160§ 2N 3414 

2N 4424 T0-98 200 40 180-540 2 0,3 50/3 160§ 2N 4424 

2N 4951 T0-98 200 30 60-200 2 0,3 150/15 250 350* 2N 4951 

2N 4952 T0-98 200 30 100-300 0,3 150/15 250 350* 2N 4951 

2N 4953 T0-98 200 30 200-600 0,3 150/15 250 400* 2N 4951 

2N 4954 T0-98 200 30 60-600 2 0,3 150/15 250 400* 2N 4951 

*2N 3402 X-28 560 25 75-225 2 0,3 50/3 160§ 2N 3402 

*2N 3403 X-28 560 25 180-540 2 0,3 50/3 160§ 2N 3402 

*2N 3404 X-28 560 50 75-225 2 0,3 50/3 160§ 2N 3402 

*2N 3405 X-28 560 50 180-540 2 0,3 50/3 160§ 2N 3402 

2N 4425 X-28 560 40 180-540 2 0,3 50/3 160§ 2N 4424 

*SCW90A X-55 a 610 40 100-200 150 0,25 150/15 100§ BeW90 

*sew 90s X-55 a 610 40 150-300 150 0,25 150/15 120§ BCW90 

*sew 90 e X-55 a 610 40 200-400 150 0,25 150/15 135§ SCW90 

*SCW91 A X-55 a 610 60 100-200 150 0,25 150/15 wos SeW90 

*sew 91 s X-55 a 610 60 150-300 150 0,25 150/15 120§ SCW90 

*sew 94 A X-55 a 540 40 100-200 50 0,25 50/5 70§ seW94 

*sew 94 s X-55 a 540 40 150-300 50 0,25 50/5 80§ BCW94 

*sew 94 e X-55 a 540 40 200-400 50 0,25 50/5 90§ seW94 

*Preferred device §Typical value 
D1spositif recommande Valeur typique 
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1//l!J !l!l I p if[;P Jt~~ j! i Au /I/ 1!-~ / .. /' l f/ ;/: 
l t/ f /i/ l;t !'/' 

~~ (.' ,. l ~~/ [t 

T0-39 T0-18 T0-98"' X-55 a"' R0-110 6 X-103 6 

(eB-7) (eB-6) (eB-74) (eB-76) (eB-50) leB-111) 

TABLE 1 -(continued) tamb ~ 25o C 
TABLEAU 7- (suite) 

VcEO 
Type 

I 
Case Ptot I (V) h21E 1 lc I VcEsat 1 I ells fT ts See data sheet (ns) 

Type Boitier (rnW) VeER* h21e* (rnA) (V) (rnA) (MHz) 
loff* 

Voir notice 

VcEX 0 
niln-max min 

*BCW95 A X-55 a 540 60 100-200 50 0,25 50/5 70§ ~{;WlJ4 

*BCW95B X-55 a 540 60 150-300 50 0,25 50/5 80§ BCW94 

*sew go KA X-103 800 40 100-200 150 0,25 150/15 100§ BeW90 

*sew 90 KB X-103 800 40 150-300 150 0,25 150/15 120§ BeW90 

*sew 90 Kc X-103 800 40 200-400 150 0,25 150/15 135 § BCW90 
*·aeW91 KA X-103 BOO 60 100·200 150 0,25 150/15 100 § BeW90 

*sew 91 KB X-103 800 60 150·300 150 0,25 150/15 120§ BCW90 

*sCW94 KA X-103 700 40 100-200 50 0,25 50/5 70 § seW94 

*sew 94 KB X-103 700 40 150-300 50 0,25 50/5 80§ BeW94 

*sew 94 Kc X-103 700 40 200-400 50 0,25 50/5 90§ BCW94 

*BCW95 KA X-103 700 60 100-200 50 0,25 50/5 70§ BeW94 

*,sew 95 KB X-103 700 60 150-300 50 0,25 50/5 80§ BeW94 

TABLE 2- Silicon PNP transistors, general purpose tamb ~ 25o C 
TABLEAU 2- Transistors PNP si/icium, usage general 

Type Case Ptot I VcEO h21E I lc IVCEsatj lelia fT I ls See data sheet (ns) 
Type Boitier (rnW) (V) (rnA) (V) (rnA) (MHz) loft* 

Voir notice 

min-max min 
2N 1131 T0-39 600 -35 20-45 -150 -1,5 150/15 50 2N 1131 

2N 1132 T0·39 600 -35 30·90 -150 -1,5 150/15 60 2N 1131 

*2N 2904 T0-39 600 -40 40·120 -150 -1,5 500/50 200 175* 2N 2904 

*2N 2904 A T0-39 600 -60 40·120 -150 -1,5 500/50 200 175* 2N 2904 

*2N 2905 T0-39 600 -40 100·300 -150 -1,5 500/50 200 200* 2N 2904 
*2N 2905 A T0-39 600 60 100-300 -150 -1,5 500/50 200 200* 2N 2904 

*2N 4890 T0·39 1000 -40 50·250 -150 -1,4 150/15 100 2N 4890 
BSV 15 T0-39 3200(1) 40 40-250 -100 -1 500/25 50 500 BSV 15 

BSV 16 T0-39 320012} -60 40-250 -100 -1 500/25 50 500 BSV 15 

*Preferred device §,Typ1cal value (1) tease ~6ooc VeE<;; 6 V 6 Piastic case 
Dispositif recommande Valeur typique 121 tease ~6ooc VeE <;;7 V Boitier p/astique 
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TABLE 2- (continued) 
TABLEAU 2- (suite) 

Type 
Type 

Case 
Boitier 

*2N 2906 A T0-1S 400 

*zN Z907 T0-1S 400 

*zN Z907 A T0-1S 400 

*ssw 21 T0-1S 300 

*ssw 21 A T0-18 300 

*ssw 22 T0-1S 300 

*ssw z2 A T0-1S 300 

seY 78 T0-1S 300 

SeY 79 T0-1S 300 

*SSW44 R0-110 300 

*SSW44A R0-110 300 

*SSW45 R0-110 300 

*ssw 45 A R0-110 300 

ZN 5354 T0-98 360 

2N 5365 T0-98 360 

ZN 5355 T0-9S 360 

2N 5366 T0-98 360 

ZN 5356 T0-98 360 

*SeW 9Z A X-55 a 610 

*sew 92 S X-55 a 610 

*sew 93 A X-55 a 610 

*sew 93 S X-55 a 610 

*sew 96 A X-55 a 540 

*sew 96 S X-55 a 540 

*sew 97 A X-55 a 540 

*sew 97 S X-55 a 540 

*sew 9Z KA X-103 

*seW92KS X-103 

*sew 93 KA X-103 

*sew 93 Ks X-103 

*sew 96 KA X-103 

*sew 96 KS X-103 

*seW97 KA X-103 

*sew 97 Ks X-103 

*Preferred device 
Dispositif recommande 

sao 

SOD 

sao 

sao 

700 

700 

700 

700 

hz1 E j le I VeEsatj I ells 
(mA) (V) lmA) 

-1Z 40-150 
-40 40-1ZO 

-60 40-120 

-40 100-300 

-60 100-300 

-25 75-225 

-50 75-ZZ5 

-25 1S0-540 

-50 1S0-540 

-32 1ZG-460 

-45 1Z0-310 

-25 75-2Z5 

-50 75-225 

-25 180-540 

-50 180-540 

-25 40-1ZO 

-40 40-120 

-Z5 100-300 

-40 100-300 

-Z5 Z50-500 

-40 100-ZOO 

-40 150-300 

-60 100-200 

-60 150-300 

-40 100-200 

-40 150-300 

-60 100-200 

-60 150-300 

-40 100-ZOO 

-40 150-300 

-60 100-ZOO 

-60 150-300 

-40 100-200 

-40 150-300 

-60 100-200 

-60 150-300 

§Typical value 
Valeur typique 

-30 -0,15 10/1 
150 1,6 500/50 

-150 -1,6 500/50 

-150 -1,6 500/50 

-150 -1,6 500/50 

-2 -0,5 50/3 

-2 -0,5 50/3 

-2 -0,5 50/3 

-Z -0,5 50/3 

-Z -O.S 100/Z.5 

-Z -O,S 100/Z,5 

-Z -0,5 50/3 

-Z -0,5 50/3 

-2 -0,5 50/3 

-Z -0,5 50/3 

-50 -1 300/30 

-50 -1 300/30 

-50 -1 300/30 
-50 -1 300/30 

-50 -1 300/30 

-150 -O,Z5 150/15 

-150 -0,25 150/15 

-150 -0,25 150/15 

-150 -0,25 150/15 

-50 -0,25 50/5 

-50 -O,Z5 50/5 

-50 -0,25 50/5 

-50 -0,25 50/5 

-150 -O,Z5 150/15 

-150 -0,25 150/15 

-150 -O,Z5 150/15 

-150 -0,25 150/15 

-50 -0,25 50/5 

-50 -O,Z5 50/5 

-50 -0,25 50/5 

-50 -O,Z5 50/5 

ts 
fT (ns) 

(MHz) !off• 

400 
zoo 

200 

200 

zoo 

150 

150 

150 

150 

100 

100 

150 

150 

150 

150 

250§' 

250§ 

250 § 

250 § 

Z50§ 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

135 

go• 

175" 

175. 

zoo• 

zoo· 

200 § 

zoo§ 

200§ 

zoo§ 

sao· 

sao· 

200 § 

ZOO§ 

200§ 

ZOO§ 

See data sheet 
Voir notice 

2N ZS94 
ZN Z906 

ZN 2906 

ZN Z906 

ZN Z906 

ssw 21 

SSW Z1 

ssw 21 

SSW Z1 
sey 7S. 

SeY 79 

ssw 44 

SSW 44 

ssw 44 

SSW 44 

ZN 5354 

2N 5365 

ZN 5354 

2N 5365 

ZN 5354 

sewgz 

SeW92 

seW92 

sewgz 

SeW96 

SeW96 

SeW96 

SeW96 

seW9Z 

SeW92 

seW92 

seW92 

seW96 

seW96 

seW96 

SeW96 
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T0-18 T0-39 T0-98" 
(CB-6) (CB-7) (CB-74) 

TABLE 3- Silicon NPN transistors, low noise, low level amplification tamb = 25° C 
TABLEAU 3- Transistors NPN si/icium, amplification faib/e bruit, faib/e niveau 

Type Case Ptot I VcEO h21E 1 lc I VcEsatj lclls fT I F See data sheet 
Type Boitter (mW) (V) h21e* (rnA) (V) (rnA) (MHz) (dB) Voir notice 

min 

BCY 69 T0-18 300 20 600*-900* 2 0,25 10/0,5 150 5 BCY 69 

2N 929 T0-18 300 45 40 -120 0,01 1 10/0,5 30 4 2N 929 

2N 930 T0-18 300 45 100 -300 0,01 10/0,5 30 3 2N 929 

2N 2483 T0-18 360 60 40 -120 0,01 0,35 1/0,1 60 4 2N 2483 

2N 2484 T0-18 .360 60 100 -500 O.D1 0,35 1/0,1 60 3 2N 2483 

PBC 107 T0-98 200 45 125*-500* 0,01 0,35 1/0,1 60 10 PBC 107 

PBC 108 T0-98 200 20 125*-900* 0,01 0,35 1/0,1 60 10 PBC 107 

PBC 109 T0-98 200 20 240*-900* 0,01 0,35 1/0,1 60 4 PBC 107 

PBC 182 T0-98 300 50 125*-500* 2 0,25 10/0,5 60 10 PBC 182 

PBC 183 T0-98 300 30 125* -900* 2 0,25 10/0,5 60 10 PBC 182 

PBC 184 T0-98 300 30 240*-900* 2 0,25 10/0,5 60 4 PBC 182 
2N 3391 A T0-98 200 25 250 -500 2 60 5 2N 3390 

TABLE 4- Silicon NPN transistors, video high voltage tamb = 25• C 
TABLEAU 4- Transistors NPN si/icium, haute tension video 

Type I Case Ptot I VcEO 
h21 E 1 lc I VcEsat 1 lelia fT See data sheet (mW) (V) 

Type Boitier 
tease* VeER* 

(rnA) (V) (rnA) (MHz) Voir notice 

BF 179 C T0-39 600 250* 20 min 20 120§ BF 179 C 

* BF 257 T0-39 5000* 160 25 min 30 30/6 110§ BF 257 

* BF 258 T0-39 5000* 250 25 mm 30 30/6 110§ BF 257 

* BF 259 T0-39 5000* 300 25 min 30 30/6 110§ BF 257 

*Preferred device §Typical value "Plastic case 
D1spositif recommande Valeur typique Boitter pfastique 
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T0-18 T0-39 T0-98 6 

(CB-6) (CB-7) (CB-74) 

TABLE 5- Silicon NPN transistors, fast switching tamb = 25o C 
TABLEAU 5- Transistors NPN si!icium, commutation rapide 

Type 

I 
Case Ptot I VcEO 

h21E I (~CAll VcEsat 1 leila IT I t, 

Type Boitier (mW) (Vl (V) (mAl (MHz) (nsl 
VeER• loft• 

2N 706 T0-18 300 2o• 20 min 10 0,6 10/1 200 60 

*2N 706 A T0-18 300 15 20-60 10 0,6 10/1 200 75. 

2N 708 T0-18 360 15 30-120 10 0,4 10/1 300 25 

2N 743 T0-18 300 12 20-60 10 0,3§ 100/10 280 24. 

2N 744 T0-18 300 12 40-120 10 0,28 § 100/10 280 24. 

2N 753 T0-18 300 15 40-120 10 0,6 10/1 200 75. 

*2N 914 T0-18 360 15 30-120 10 0,7 200/20 300 40. 

*2N 2368 T0-18 360 15 20-60 10 0,25 10/1 400 15. 

*2N 2369 T0-18 360 15 40-120 10 0,25 10/1 500 18. 

2N 2369 A T0-18 :iao 15 40-120 10 0,5 100/10 500 18. 

2N 3R05 T0-98 200 14 30 min 10 0,25 10/1 300§ 20 

2N 3606 T0-98 200 14 30 min 10 0,25 10/1 300§ 35 

2N 3607 T0-98 200 14 30 min 10 0,25 10/1 300 j 45 

111 T2 T0-39 BOO 60 30-120 150 0,45 150/15 4 

111 T2/18 T0-18 500 60 30-120 150 0,45 150/15 4 

TABLE 6- Silicon PNP transistors, fast switching tamb = 25o C 
TABLEAU 6- Transistors PNP si/icium, commutation rapide 

Type 

I 
Case Ptot I VcEo h21E 1 lc I VcEsat 1 Jells IT I ts 

Type Boitier (mW) (V) (mAl (V) (mAl (MHzl (nsl. 
VeER• loft 

2N 2894 T0-18 

*Preferred device 
Dispositif recommande 

360 -12 40-150 

§Typical value 
Valeur typique 

-30 -0,2 

r:. Plastic case 
Boitier p/astique 

-30/-3 400 sa· 

See data sheet 
Voir notice 

2N 706 

2N 706 A 

2N 708 

2N 743 

2N 743 

2N 706 A 

2N 914 

2N 2368 

2N 2368 

2N 2369 A 

2N 3605 

2N 3605 

2N 3605 

111 T2 

111 T2 

See data sheet 
Voir notice 

2N 2894 
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T0-72 
(CB-4) 

T0-39 
(CB-7) 

I 
T0-98 6 

(CB-74) 

TABLE 7- Silicon NPN transistors, fast switching, high current 
TABLEAU 7- Transistors NPN silicium, commutation rapide, fort courant 

tamb = 25o C 

Type 
Type 

2N 3252 

2N 3253 

2N 3444 

* 2N 3724 

* 2N 3725 

Case 
Boitier 

T0-39 

T0-39 

T0-39 

T0-39 

T0-39 

I VCEO 
Ptot (V) 
(mW) 

VeER* 

1000 30 

1000 40 

1000 50 

800 30 

800 50 

min-max 

30-90 0,5A 0,5 

25-75 0,5A 0,6 

20-60 0,5A 0,6 

60-150 100 0,75 

60-150 100 0,75 

IT 
(MHz) 

min 

500/50 200 

500/50 175 

500/50 150 

1000/1 DO 300 

1000/100 300 

ts 
(ns) 
!off* 

40 

40 

40 

60* 

60* 

See data sheet 
Voir notice 

2N 3252 

2N 3252 

2N 3252 

2N 3724 

2N 3724 

TABLE 8- Silicon NPN transistors, VHF UHF amplification and oscillation tamb = 25o C 
TABLEAU 8- Transistors NPN si/icium, amplification et oscillation UHF et VHF 

Type Case Ptot I VcEO h21E / lc I Gp /(M~zl IT See data sheet 
Type Battier (mW) (V) (rnA) (dB) (MHz) Voir qptice 

min-max m1n 

*2N 3137 T0-39 600 20 20-120 50 6 250 500 2N 3137 

2N 3309 T0-39 1000 30 5-100 30 7 250 300 2N 3309 

2N 917 T0-72 200 15 20-200 3 9 200 500 2N 917 

*2N 918 T0-72 200 15 20 min 3 15 250 600 2N 917 

*2N 3570 T0-72 200 15 20-150 5 1500 2N 3570 

*2N 3571 T0-72 200 15 20-200 5 1200 2N 3570 

*2N 3572 T0-72 200 15 20-300 5 1000 2N 3570 

2N 3662 T0-98 200 12 20min 8 12 200 700 2N 3662 
2N 3663 T0-98 200 12 20 min 8 15 200 700 2N 3662 

*Preferred device §Typical value 1:::. Plastic case 
DisposHif recommande Valeur typique Battier plastique 
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T0-39 
(CB-7) 

TABLE 9- Germanium PNP transistors, low level LF amplification tamb = 25o C 
TABLEAU 9- Transistors PNP germanium, amplification BF faibleniveau 

I I Vceo 
IT 

Type Case Ptot (V) h21 E 1 lc I VcEsat 1 I ells I (MHz) See data sheet 
Type Bo1tier (mW) Vcso• h21 e• (mAl (V) (rnA) 

1h21b. 
Voir notice r 

min. 

SF.T 223 T0-39 225 3o· 60 ·160 100 4.§ SF.T 223 
·.~ 
""'" I *SF.T 243 T0-39 225 sa· 30-100 100 0,25 100/10 2. § SF.T 243 

*ASY 81 T0-39 225 60* 30-100 100 0,25 100/10 2"§ SF.T 243 

SF.T 253 T0-39 225 30* so·-160* 1 3. § SF.T 253 

*2N 525 T0-39 225 45* 34-65 20 0,13 20/1,33 1* 2N525 

*2N 526 T0-39 225 45. 53.90 20 0,13 20/1 1,3· 2N 525 

*2N 527 T0-39 225 45* 72 ·121 20 0,13 20/0,67 1,5* 2N 525 

2N 1924 T0·39 225 60* 34-65 20 0,11 20/1,33 1* 2N 1924 

2N 1925 T0-39 225 60* 53-90 20 0,11 20/1 1,3· 2N 1924 

2N 1926 T0-39 225 so• 72-121 20 0,11 20/0,67 1,5• 2N 1924 

TABLE 10- Germanium PNP transistors, medium speed switching 
tamb = 25o C 

TABLEAU 10- Transistors PNP germanium, commutation moyenne vitesse 

Type 
[ 

Case Ptot I VCEO 
h21E 1 lc I Vcesat 1 lelia I 1

T I ts See data sheet 
Type Boitier (mW) 

(V) (rnA) (V) (rnA) 
(MHz) (ns) 

Voir notice 
Vcso• 1h21b• !off· 

min. 

SF.T 227 T0-39 150 30 35-55 10 0,32 50/3,3 4,5 130 SF.T 227 

SF.T 228 T0-39 150 24 50- BO 10 0,3 50/3,3 5,5 110 SF.T 227 

SF.T 229 T0-39 150 18 75-120 10 0,2 50/1,6 10 70 SF.T 227 

SF.T 288 T0-39 150 24 40-100 400 0,3 400/20 7 60 SF.T 288 

2N 396 T0-39 150 30 30-150 10 0,2 50/3,3 5. 2N 396 

2N 396 A T0-39 150 30 30-150 10 0,2 50/3,3 5. 2N 396 

2N 397 T0-39 150 30 40-150 10 0,2 50/2,5 10. 2N 396 

2N 404 T0-39 150 25 30 min 12 0,2 24/1 4. 2N 404 

*2N 1305 T0·39 150 30 40-200 10 0,2 10/0,25 s· 2N 1305 

*2N 1307 T0-39 150 30 60-300 10 0,2 10/0,17 10. 2N 1305 

*2N 1309 T0-39 150 30 80 min 10 0,2 10/0,13 15. 2N 1305 

*Preferred device §Typical value 
Dispositif recommand~ Valeur typique 
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T0-18 T0-39 T0-72 
(CB-6) (CB-7) !CB-4) 

TABLE 11 -Germanium NPN transistors, medium speed switching 
TABLEAU 11- Transistors NPN germanium, commutation moyenne vitesse 

Type I Case Ptot I VcEO h21E 1 lc I VcEsat 1 lc/ls 
Type Boitier (mW) (V) (rnA) (V) (rnA) 

min-maY 

SF.T 298 T0-39 150 30 35 min 350 0,45 350/10 

*2N 1304 T0-39 150 25 40-200 10 0,2 10/0,25 

*2N 1306 T0-39 150 25 60-300 10 0,2 10/0,17 

*2N 1308 T0-39 150 25 80 min 10 0,2 10/0,13 

TABLE 12- N channel field effect transistors tamb = 25o C 
TABLEAU 12- Transistors FET canal N 

Type I Case Ptot rDGO loss VGSoff 'DSon I Y21s 
Type BaTtier (mW) Vs(3o• (rnA) (V) (!1) (mS) 

tease'* (V) 
min-max min-max 

2N 3823 T0-72 300 30 4-20 -8 3,5-6,5 

*2N 3966 T0-72 300 30 2 min -4-6 220 

2N 4220 T0-72 300 30 0,5-3 -4 1. 4 

2N 4220 A T0-72 300 30 0,5·3 -4 1-4 

2N 4221 T0-72 300 30 2-6 -6 2-5 

2N 4221 A T0-72 300 30 2-6 -6 2-5 

2N 4222 T0-72 300 30 5-15 -8 2,5-6 

2N 4222 A T0-72 :ioo 30 5-15 -8 2,5-6 

*~N 4416 T0-72 300 30 5-15 -8 4,5-7,5 

2N 3819 T0-92 200 25 2·20 -6 2-6,5 

*2N 4091 T0-18 1800* 40 30 min -5-10 30 

*2N 4092 T0-18 1800* 40 15 min -2-7 50 

*2N 4093 T0-18 1800* 40 8 min -1-5 80 

*Preferred device §Typical value .6. Plastic case 
Dispositif recammandB Valeur typique Boftier p/astique 
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j 
T0-926 

(CB-97) 

tamb = 25o C 

fT ts 
(MHz) I (ns) 
1h21b* ton* 

8 1400* 

5* 

10* 

15* 

ton I F /, f 
(ns) (dB) (MHz) 

max max (kHz*) 

2,5 100 

120 

0,1* 

5 0,1* 

5 0,1. 

2 100 

25 

35 

60 

See data sheet 
Voir notice 

SF.T 298 

2N 1304 

2N 1304 

2N 1304 

See data sheet 
Voir notice 

2N 3823 

2N 3966 

2N 4220 

2N 4220 

2N 4220 

2N 4220 

2N 4220 

2N 4220 

2N 4416 

2N 3819 

2N 4091 

2N 4091 

2N 4091 



T0-72 
(CB-4) 

TABLE 12- (continued) 
TABLEAU 12- (suite) 

Type 

I 
Case Ptot rDGO 

Type Bo7tier (rnW) VsGo* 
tease* (V) 

*2N 4391 T0-18 1800* 40 

*2N 4392 T0-18 1800* 40 

*2N 4393 T0-18 1800* 40 

loss 
(rnA) 

min-max 

50-150 

25-75 

5-30 

T0-100 
(CB-3) 

VGSoff 'DSon 
(V) (!1) 

min-max 

-4-10 30 

-2-5 60 

-0,5-3 100 

TABLE 13- P channel field effect M.O.S transistors 
TABLEAU 13- Transistors M.O.S canal P 

Type Boitier 
Type Case 

*SF.F 104 T0-72 

*SF.F 122 T0-72 

SF.F 150 T0-100 

*SF.F 151 T0-100 

*Preferred device 
Dispositif recommend& 

vos lo Ptot I 
(rnW) (V) (rnA) 

200 25 

200 25 

500 25 

500 25 

§Typical value 
Valeur typique 

50 

20 

20 

20 

VGS(TO)tGSI 
(V) (!1) 

5 10 9 

5 109 

5 1010 j 

5 1010 § 

T0-18 
(CB-6) 

Y21s ton I F It f 
(pS) (ns) (dB) (MHz) 

(kHz*) 
min-max 

15 

15 

15 

tamb = 25o C 

Y21s I 'DSonl CGD ton 
(rnS) (!1) (pF) (ns) 

300 3§ 20§ 

1500 0,5 

2§ 250 § 5 

2§ 250 § 

See data sheet 
Voir notice 

-, 

2N 4391 

2N 4391 

2N 4391 

See data sheet 
Voir notice 

SF.F 104 

SF.F 122 

SF.F 150 

SF.F 151 
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T0-18 T0-72 F 100 
(CB-6) (CB-4) (CB-49) 

TABLE 14- Silicon NPN dual transistors tamb = 25° C 
TABLEAU 14- Transistors doubles NPN au si/icium 

AIVBE1-VBE21 
Type Case Ptot I Vceo h21E I rc h21E1 I ( ,J,'ocl J IT 
Type Battier (mW) (V) (mAl h21E2 -5S:25.+25+125 IMHzl 

2N 997 T0-18 

2N 998 T0-72 

2N 999 T0-72 

*2N 2060 F 100 

2N 2060 A F 100 

*2N 2223 F 100 

2N 2223 A F 100 

2N 2480 F 100 

2N 2480 A F 100 

*2N 2639 F 100 

*2N 2640 F 100 

*2N 2641 F 100 

*2N 2642 F 100 

*2N 2643 F 100 

*2N 2644 F 100 

if-SF.T918 F 100 

i1-SF.T918 A F 100 

* SF.T 918 B F 100 

BFR 44 A F 100 

SF.T918A F 100 

BFR 44 8 F 100 

SF.T 918 B F 100 

BFR 44 C F 100 

SF.T 918 F 100 

*Preferred device 
Dispositif recommande 

66 

500 

500 

500 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 
600 

600 

min-max 

40 7000-70000 

60 1600-8000 

60 7000-70000 

60 30-90 

60 30-90 

60 25-150 

60 25-150 

40 20 min 

40 35 min 

45 50-300 

45 50-300 

45 50-300 

45 100-300 

45 100-300 

45 100-300 

15 50 min 

15 50 min 

15 50 min 

15 50 min 

15 50 min 

15 50 min 

15 50 mm 
15 50 min 

15 50 min 

§Typical value 
Valeur typique 

min-max max max min 

10 

10 

10 

0,1 0,9 - 1 10 60 

0,1 0,9 - 1 5 60 

0,1 0,8 - 1 25 50 

0,1 0,9 - 1 25 50 

0,1 0,8 - 1 15 50 

0,1 0,8 - 1 15 50 

0,01 0,9- 1 10- 10 60 

0,01 0,8 - 1 20- 20 60 

0,01 60 

0,01 0,9 - 1 10- 10 60 

0,01 0,8 - 1 20- 20 60 
0,01 60 

600 

0,9 - 1 10- 10 600 

0,8 - 1 20- 20 600 

1 0,9 - 1 10- 10 600 

1 0,9 - 1 10- 10 600 

1 0,8- 1 10- 10 600 

1 0,8 - 1 10 - 10 600 
1 600 

1 600 

See data sheet 
Voir notice 

2N 997 

2N 997 

2N 997 

2N 2060 

2N 2060 

2N 2060 

2N 2060 

2N 2480 

2N 2480 

2N 2639 

2N 2639 

2N 2639 

2N 2639 

2N 2639 

2N 2639 

SF.T 918 

SF.T 918 

SF.T 918 

BFR 44A 

BFR 44 A 

8FR 44A 

BFR 44A 
BFR 44 A 

BFR 44 A 
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F 100 
(CB-49) 

TABLE 15"- Silicon dual PNP transistors 
TABLEAU 15- Transistors doubles PNP au silicium 

Type 

I 
Case Ptot I VcEO h21E I lc 

Type BoTtler (mW) (V) (mAl 

mln-max 

*2N 3347 F 100 600 -45 40-300 -0,01 

*2N 3348 F 100 600 -45 40-300 -0,01 

*2N 3349 F 100 600 -45 40-300 -0,01 

*2N 3350 F 100 600 -45 100-300 -0,01 

*2N 3351 F 100 600 -45 100-300 -0,01 

*2N 3352 F 100 600 -45 100-300 -0,01 

TABLE 16- Dual PNP/NPN silicon transistors 
TABLEAU 16- Transistors doubles si/icium PNP/NPN au silicium 

Type Case 
Type BoTtler 

*2N 4854 F 100 

*2N 4855 F 100 

*Preferred device 
Dlspositif recommande 

Ptot I VcEO 
(mW) (V) 

600 

600 

40 

40 

§Typical value 
Valeur typique 

h21E I 
mln-max 

100-300 

40-120 

al VaE1-VBE21 

h21E1 1 mS,'oc I fT See data sheet 

h21 E 2 -55+25.+25+125 (MHz) Voir notice 

min -max max -max min 

0,9 - 1 0,8 - 1 60 2N 3347 

0,8 - 1 1,6 - 2 60 2N 3347 

0,6 - 1 3,2 - 4 60 2N 3347 

0,9 - 1 0,8 - 1 60 2N 3350 

0,8 - 1 1,6 - 2 60 2N 3350 

0,6 - 1 3,2 - 4 60 2N 3350 

tamb = 25o C 

lc fT See data sheet 
(mAl (MHz) Voir notice 

min 

150 200 2N 4854 

150 200 2N 4854 
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F 120 
(CB-124) 

TABLE 17- FET dual transistors, N channel 
TABLEAU 17- Transistors doubles FET, canal N 

Ptot I VDGO 1oss 1oss 1 Type Case 
Type Boitier lmW) IV! I rnA) 

1oss 2 

min-max min-max 

ESM 2511! F 120 400 30 0,5-10 0,8-1 

TABLE 18- Analogic gates field effect transistors 
TABLEAU 18- Partes analogiques a transistors FET 

IY21sl, 

IY21sl2 

min-max 

0,8-1 

F 100 
(CB-49) 

.J.IVGS1- VGS21 
.l.t 

I~VI°C) 

-55°C =:::;;;tamb~+125°C 

max. 

80 

tamb = 2So C 

Type Case Ptot I VGSS VCBO h21E j 1c rDSon 'an toff 
Type Boftier lmW) IV) IV) I mAl In! l~s) l~s) 

SF.T 7001 F 100 BOO 30 -40 

SF.T 7002 F 100 800 30 -40 

SF.T 7003 F 100 BOO 30 -40 

SF.T 7004 F 100 800 30 -40 

11 l Tentative data, developmental device 
CaracttJristiques proviso ires, dispositif en dCvefoppement 
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min-max max. max. max. 

40min -10 100 0,7 0,7 

40 min -10 100 0,7 0,7 

40 min -10 50 0,7 0,7 

40min -10 50 0,7 0,7 

See data sheet 
Voir notice 

ESM 25 

See data sheet 
Voir notice 

SF.T 7001 

SF.T 7001 

SF.T 7001 

SF.T 7001 
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T0-39 F 88 T0-66 
(CB-7) (CB-44) (CB-72) 

TABLE 19-5 W silicon power transistors tease= 25o C 
TABLEAU 19- Transistors de puissance 5 W au si/icium NPN 

's 
Type Case I Complement. ptot I VCEO h21E I 1c VCEsat I 1c 11 s fT 

(psi See data sheet 
Type Boit1er Complement. IW) lVI (A) lVI (AI (MHz) 1off* Voir notice 

m1n, 

2N 2890 T0-39 5 80 30- 90 0,75 2/0,2 30 1,5* 2N 2890 

2N 2891 T0-39 5 80 50-150 1 0,75 2/0,2 30 1,5* 2N 2890 

2N 3053 T0-39 5 40 50-250 0,15 1.4 0,15/0,015 100 2N 3053 

TABLE 20- 15 W to 60 W silicon power transistors NPN tease= 25o C 
TABLEAU 20- Transistors de puissance 15 W 8 60 Wau silicium 

[VCEO 
's 

Type cise I Complement. Ptot (V) h21E I 1c vCEsat I 1c 11 s fT I (ps) See data sheet 
Type Boitier Complement. 

(WI VCER• (A) lVI (AI (MHzl toft Vo1r nottce 

m1n·max max. m1n max. 

2N 2196 F 88 15 60* 30- 90 0,2 2 0,2/0,04 2N 2196 

2N 2197 F 88 15 60* 75-200 0,2 2 0,2/0,01 2N 2196 
71 T2 F 88 15 60 30- 90 1,5 2.'0,2 71 T2 

72 T2 F 88 15 60 75-200 1 1,5 2/0,2 71 T2 

73 T2 F 88 15 60" 30- 90 0,2 1 1/0,1 73 T2 

74 T2 F 88 15 60* 75-200 0,2 1/0,1 73 T2 

*2N 3738 T0-66 20 225 40-200 0,1 2,5 0,25/0,025 10 2N 3738 
*2N 3441 T0-66 25 140 20- 80 0,5 0,5/0,05 0,8 2N 3441 

*BOY 72 T0-66 25 120 60-180 0,5 0,5/0,05 0,8 2N 3441 

*soY 78 T0·66 25 55 25-100 0,5 0,5/0,05 8 BOY 78 

*BOY 79 T0-66 25 120 25-100 0,5 0,5/0,05 8 BOY 78 

*2N 3054 T0-66 BOX 14 29 55 25-100 0,5 0,5/0,05 0,8 2N 3054 

*soY 71 T0-66 29 55 80-200 0,5 0,5/0,05 0,8 2N 3054 
BU 103 A T0-66 30 120 50-200 0,1 100 BU 103 A 

*Preferred device §Typical value 
D1spositd recommande Valeur rypique 
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(CB-117) 

TABLE 20- (continued) tease= 25o C 
TABLEAU 20- (suite) 

I 
I VCEO 

h21E I 1c Type Case I Complement. ptot (V) 
Type Boit1er Complement. 

IWI VCER• IAI 

BDY 80 X-75 BDY 82 36 35 40-240 0,5 

BDY 81 X-75 BDY 83 36 50 40-240 0,5 

2N 5294 X-75 36 70 30-120 0,5 

2N 5296 X-75 36 40 30-120 

2N 5298 X-75 36 60 20- 80 1,5 

TABLE 21- 15 W to 60 W silicon power transistors PNP 
TABLEAU 21- Transistors de puissance 15 W a 60 Wau silicium 

I VCEO 
h21E I 1c I 

Type Case I Complement. Ptot lVI 
Type Boitler Complement. 

(W) VCER• IAI 

mrn-max 

*BDX14 T0-66 2N 3054 29 -55 25-100 -0,5 

2N 3740 T0-66 25 -60 30-100 -0,25 

2N 3741 T0-66 25 -80 30-100 -0,25 

BDY 82 X-75 BDY 80 36 -35 40-240 -0,5 

BDY 83 X-75 BDY 81 36 -50 40-240 -0,5 

T0-66 
(CB-72) 

VCEsat I 1c11 s 
lVI IAI 

max. 

1/0,05 

1/0,05 

1,1 0,5/0,05 

1,3 1/0,1 

1,5 1,5/0,15 

tease= 25o C 

vCEsat/ 1c11 B 
lVI IAI 

max. 

-1 -0,5/-0,05 

-0,6 -1/-0,125 

-0,6 -1/-0,125 

-1 -1/-0,05 

-1 -1/-0,05 

*Preferred device 
Disposttif recommande 

'Typical value 
Valeur typ1que 

!:::. Plastic case 
Boitier pfastique 

70 

t 
' 

f 1'"'1 See data sheet 
IM~zl 1olf• Votr not1ce 

m1n. max 

1 § BDY 80 

1§ BDY 80 

0,8 15' 2N 5294 

0,8 15' 2N 5294 

0,8 15' 2N 5294 

1':~1 fT See data sheet 
IMHz) 1off"" V01r not1ce 

max. 

0,8 BDX14 

4 2N 3740 

4 2N 3740 

1 § BDY 82 

1 § BDY 82 
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T0-3 
(CB-19) 

TABLE 22-60 W to 175 W silicon power transistors NPN tease= 25o C 
TABLEAU 22- Transistors de puissance 60 W a 175 Wau silicium NPN 

I VCEO 
's 

-~ 

Type Case Complement. plOt IV) h21E j 1c vCEsat I 1c 11 B 'r l'"'l See data sheet ~ 

Type Baitier Complement. 
IW) VCEXo lA) (V) (A) (MHz) 'off• Vo1r notice 

*BOY 53 T0-3 60 60 20- 60 2 1,1 4/0.4 20 BOY 53 

*soY 54 T0-3 60 120 20- 60 2 1,1 4/0,4 20 BOY 53 

*soY 23 T0-3 87,5 60 15-180 2 1 2/0,25 10 2* SOY23 

*soY 24 T0-3 87,5 90 15-180 2 0,6 2/0,25 10 2* BOY 23 

*BoY 25 T0-3 S7,5 140 15-180 2 0,6 2/0,25 10 2* SOY23 

*BOY 26 T0-3 87,5 180 15-180 2 0,6 2/0,25 10 2* BOY26 
*soY 27 T0-3 S7,5 200 15-180 2 0,6 2/0,25 10 2* BDY26 

*BDY 28 T0-3 S7,5 250 15-1SO 2 0,6 2/0,25 10 2* SDY26 

*1DOT2 T0-3 S5 80 30- so 2 1 2/0,25 100T2 
104 T2 T0-3 S5 50 20min 2 2 2/0,25 104 T2 

180T2 T0-3 87,5 60 15-180 2 2/0,25 10 BOY23 

181 T2 T0-3 87,5 90 15-180 2 0,6 2/0,25 10 BDY23 

182 T2 T0-3 87,5 140 15-180 2 0,6 2/0,25 10 SDY 23 

183 T2 T0-3 87,5 180 15-180 2 0,6 2/0,25 10 BOY26 

184 T2 T0-3 87,5 200 15-180 2 0,6 2/0,25 10 BOY26 

185 T2 T0-3 87,5 250 15-180 2 0,6 210,25 10 SOY26 

SU 104 T0-3 85 400° 10- 50 5 1,75 2/0,25 10§ 1(1) SU 104 

BU 109 T0-3 85 330° 15 5 10§ 111) BU 104 

BU 112 T0-3 60 550° 7 6 6§ 1(1) BU 112 

SU 113 T0-3 3012) 700° 8 3 10/2 6§ 111! SU 112 

2N 4347 T0-3 100 120 20- 70 2 1 2/0,2 0,8 2N 4347 

*BOY 55 T0-3 117 60 20- 70 4 2,5 10/3,3 10 2* BOY 55 

*sov 56 T0-3 117 120 20- 70 4 2,5 10/3,3 10 2* BOY 55 

*2N 3055 T0-3 BDX 18 N 117 60 20- 70 4 1,1 4/0,4 0,8 2N 3055 

*Preferred device §Typical value 11) 't 121 'case =90oc 
DtsposJtlf recommande Valeur typ1que 
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T0-3 T0-61 
(CB-19) (CB-69) 

TABLE 22- (continued) tease= 25o C 
TABLEAU 22- (suite) 

I VCEO 
's 

Type Case I Complement. ptot IV) h21E / 1c vCEsat/ 1c 11 s IT I ("sl See data sheet 
Type Boitier Complement. 

(W) VCEXo lA) IV) lA) (~Hz) t 0 ff* Votr not1ce 

*2N 3055 S T0-3 

*2N 3442 T0-3 

.. BDY 73 T0-3 

*BDY 74 T0-3 

2N 4348 T0-3 

*BDY 76 T0-3 

*2N 3771 T0-3 

*2N 3772 T0-3 

*2N 3773 T0-3 

ESM 1611 I T0-3 

ESM 18111 T0-3 

*108 T2 T0-3 

*sov 57 T0-3 

*109 T2 T0-3 

*sov 58 T0-3 

2N 1208 T0-61 

2N 1209 T0-61 

2N 1616 T0-61 

2N 1617 T0-61 

2N 1618 T0-61 

*2N 1724 T0-61 

*2N 1724 A T0-61 

2N 1725 T0-61 

*Preferred device 
Dispositif recommande 

72 

BDX 18 117 60 

117 140 

117 60 

117 120 

120 120 

150 60 

150 40 

150 60 

150 140 

150 400 

175 100 

175 80 

175 80 

175 125 

175 125 

85 60 

85 45 

85 60 

85 70 

85 80 

100 80 

100 120 

100 80 

§Typical value 
Valeur typique 

20- 70 

20- 70 

50-150 

50-150 

15- 60 

40-120 

15- 60 

15- 60 

15- 60 

30 

20- 60 

20- 60 

20- 60 

20- 60 

20- 60 

15 min 

20 min 

15- 75 

15- 75 

15- 75 

20· 90 

30- 90 

50-150 

mrn. 

4 1,1 4/0,4 0,8 2N 3055 S 

3 1 3/0,3 0,8 2N 3442 

4 1,1 4/0,4 0,8 2N 3055 

3 1 3/0,3 0,8 2N 3442 

5 5/0,5 0,8 2N 4348 

10 1,4 10/1 0,8 2N 3772 

15 2 15/1,5 0,8 2N 3771 

10 1,4 10/1 0,8 2N 3772 

8 1,4 8/0,8 0,8 2N 3773 

2 0,5 2/0,25 5 0,9§ ESM 16 

20 2 40/4 0,9§ ESM 18 

10 1,4 10/1 10 1,5 108 T2 

10 1,4 10/1 10 1,5 BDY 57 

10 1,4 10/1 10 1,5 108 T2 

10 1,4 10/1 10 1,5 BDY 57 

2 2/0,25 3 2N 1208 

2 2 2/0,25 3 2N 1208 

2 2 2/0125 3 2N 1616 

2 2 2/0,25 3 2N 1616 

2 2 2/0,25 3 2N 1616 

2 1 2/0,2 10 2N 1724 

2 1,5 5/0,5 10 2N 1724 

2 2/0,2 10 2N 1724 

(1) Tentative data, developmental device 
Caracteristiques proviso ires, dispositif en deve/oppement 



T0-3 
(CB-19) 

TABLE 23-60 W to 175 W silicon power transistors PNP tease= 25o C 
TABLEAU 23- Transistors de pu1ssance 60 W iJ 175 W au silicium PNP 

I VCEO 
t, 

Type Case I Complement. Ptot lVI h21E I 1c vCEsat I 1c 11 s IT I (/.LS) 

Type Boit1er Complement. (W) (AI lVI (A) (MHz) toff 
. 

VCEX 
mm-max max m1n. max 

2N 4901 T0-3 87,5 -40 20- 80 -1 -0,4 -1/-0,1 4 

2N 4902 T0-3 87,5 -60 20- 80 -1 -0,4 -1/--0,1 4 

2N 4903 T0-3 87,5 -80 20- 80 -1 -0,4 --1/-0,1 4 

2N 4904 T0-3 87,5 -40 25-100 -2,5 -1 -2,5/-0,25 4 

2N 4905 T0-3 87,5 -60 25-100 -2,5 -1 -2,5/--0,25 4 

2N 4906 T0-3 87,5 -80 25-100 -2,5 -1 -2,5/-0,25 4 

BOX 18 N T0-3 2N 3055 117 -60 20- 70 -4 -1,1 -4/-0,4 0,8 

*sox 18 T0-3 2N 3055 S 117 -60 20- 70 -4 -1,1 -4/- 0,4 0,8 

TABLE 24-200 W silicon power transistors NPN tease= 25o C 
TABLEAU 24- Transistors de puissance 200 Wau silicium NPN 

I 
t, 

Type Case 
p VCEO h21E lc / vCEsa/ 1c 11 s IT (ps) tot 

Type Boit1er IWI lVI IAI IV) (A) IMHzl 1off 

max. 

2N 1936 T0-63 200 60 7- 50 10 0,75 10/1,6 4 

2N 1937 T0-63 200 80 7- 50 10 0,75 10/1,6 4 

2N 2815 T0-63 200 80 10-50 10 1,5 10/1,5 0,6 12* 

2N 2816 T0-63 200 100 10.50 10 1,5 10/1,5 0,6 12* 

2N 2817 T0-63 200 150 10-50 10 1,5 10/1,5 0,6 12* 

2N 2818 T0-63 200 200 10-50 10 1,5 10/1,5 0,6 12* 

*2N 2819 T0-63 200 80 10-50 15 1,5 15/2,2 0,6 12* 

*2N 2820 T0-63 200 100 10-50 15 1,5 15/2,2 0,6 12* 

*2N 2821 T0-63 200 150 10-50 15 1,5 15/2,2 0,6 12* 

*2N 2822 T0-63 200 200 10-50 15 1,5 15/2,2 0,6 12* 

*2N 2823 T0-63 200 80 10-40 20 1,1 20/3 0,6 12* 

*2N 2824 T0-63 200 100 10-40 20 1,1 20/3 0,6 12* 

*2N 2825 T0-63 200 150 10-40 20 1,1 20/3 0,6 12* 

*Preferred device §Typical value 
D1sposit1f recommande Valeur typique 

See data sheet 
Votr notiCe 

2N 4901 

2N 4901 

2N 4901 

2N 4904 

2N 4904 

2N 4904 

BOX 18 

BOX18 

See data sheet 
Votr not1ce 

2N 1936 

2N 1936 

2N 2815 

2N 2815 

2N 2815 

2N 2815 

2N 2819 

2N 2819 

2N 2819 

2N 2819 

2N 2823 

2N 2823 

2N 2823 
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Cases :Outline drawings are shown at the end of the book, in order of CB 
numbers. These CB numbers are written under the silhouettes in the head 
of tables. 

BoWers: Les dessins cotes des boWers sont reunis a Ia fin du manuel, classes dans l'or
dre des numeros CB. Ces numeros CB sont inscrits en tete de chaque tableau au-dessous 
des silhouettes correspondantes. 
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D0-7 

(CB-26) 

TABLE 27 ---Silicon signal diodes- general purpose tamb = 25o C 
TABLEAU 27- Diodes de signal au si/icium- usage gemiral 

Type Case VR- VRM 'o VF I IF 'R I VR c See data sheet 
Type Boitier lVI (rnA) lVI (rnA) (nA) lVI (pFI Vo1r notice 

max, max. 

1N 456 A 00-7 25-30 200 100 25 25 1N 456 

1N 457 A 00-7 60-70 200 100 25 60 1N 456 

1N 461 A 00-7 25-30 200 100 500 25 1N 461 

1N 462 00-7 60-70 50 5 500 6_0 8§ 1N 461 

1N 483 B 00-7 70-80 200 100 25 60 1N 483 B 
1N 484 00-7 130-150 100 1,1 100 250 125 1N 483 B 

1N 484 A 00-7 130-150 200 1 100 25 125 1N 483 B 

BAY17 00-7 15 200 100 100 12 1,2, BAY 17 

BAY18 D0-7 60 200 100 100 50 1,2e BAY 17 

BAY 19 D0-7 120 200 100 100 100 1.2 § BAY 17 

BAY 20 00-7 180 200 100 100 150 1,2§ BAY 17 

SF.D 180 D0-7 50-60 80 1,15 30 100 50 4§ SF.O 180 

SF.O 181 00-7 150-150 80 1,15 30 100 150 4§ SF.O 180 

TABLE 28- Silicon signal diodes- very low capacitance- general purpose 
tamb =25oC TABLEAU 28- Diodes de signal au si/icium- tres faible capacite- usage gtirxJral 

I 

tamb :;;125 °C 

Type Case VRM 'a VF I 'F IR I VR IR I VR c 
lvR See data sheet 

Type BoitJer lVI (rnA) IV) (mAl (nA) lVI ("AI lVI (pF) lVI Voir notice 

max. max. max. max. max. max. 

*12 P2 00-7 200 60 10 500 200 100 200 0.4 12 P2 

*13 P2 00-7 200 40 500 200 100 200 0,4 2 12 P2 

*14 P2 D0-7 150 40 500 150 100 150 0.4 2 12 P2 

*15 P2 00-7 100 40 500 100 100 100 0,4 12 P2 

*16 P2 00-7 50 40 500 50 100 50 0.4 2 12 P2 

*17 P2 00-7 30 40 500 30 100 30 0.4 12 P2 

*18 P2 00-7 10 40 500 10 100 10 0,4 2 12 P2 

*19 P2 00-7 10 60 10 500 10 100 10 0,4 2 12 P2 

-H-Preferred dev1ce § Typical value 
Dispostttf recommand6 Valeur typique 
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F 80 
ICB-127) 

TABLE 29- (continued) 
TABLE 29- (suite) 

Type Cdse VR-VRM, 10 VF I 
Type Boitier IV) lmA) lVI 

max. 

BAV 54-30 F 80 30.30 150 

BAV54-70 F 80 70.70 150 

BAV 54-100 F 80 100-100 150 

SF.O 43 F 80 25.30 75 1,1 

SF.O 143 F 80 40-70 75 1 

IF 
(mAl 

10 

10 

10 

10 

10 

D0-7 
(CB-26) 

~~R;vRf'~;b7~:c/_c 
InA) lVI lpA) lVI (pF) 

200 20 4 

200 40 4 

200 60 4 

200 10 4 

200 40 4 

It I IF (~s) (rnA) 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

TABLE 30- Silicon signal diodes- high current switching tamb =25oC 
TABLEAU 30- Diodes de signal au si/icium- commutation fort courant 

tamb =150°C 

Type Case VR- VRM 
I 10 vF / IF IIR /vR IIR I VR lip~) It /'F Type Boitwr lVI (mAl lVI lmAI InA) lVI (pAl lVI l~sl lmAI 

max. 

*1N 3600 00-7 50.75 200 1 200 100 50 100 50 2,5 6 400 

BAY 42 00-7 60.60 2251111 200 5000 60 30 60121 5 15 200 

BAY 74 00-713) 35.50 200 1,1 300 100 35 100 35 3 4 200 

SF.O 185 00-7 30.50 200 1 100 100 30 2,5 10 200 

*1N 4150 F 80 50.75 200 200 100 50 100 50 2,5 6 400 

'lf-37 D P4 F 80 60.75 200 1,1 400 100 60 100 60141 3 6 400 

SF.O 145 F 80 30.50 200 100 100 30 2,5 10 200 

See data sheet 
Voir nottce 

BAV 54· 30 

BAV 54-30 

BAV 54-30 

SF.O 43 

SF.O 143 

See data sheet 
Voir notice 

1N 3600 

BAY 42 

BAY 74 

SF.D 185 

1N 3600 

37 0 P4 

SF.O 145 



D0-7 
(CB-26) 

TABLE 31- Silicon signal diodes- very high speed switching 
TABLEAU 31- Diodes de signal au silicium- commutation ultra rapide 

F 80 
(CB-127) 

tamb = 25o C 

Type Case VR-VRM[ 1o VF I IF IR /VR I ::mb;~:o~ c 
Type Boitier lVI (mAl lVI (mAl InA) lVI (~AI lVI (pFI 

max. max. mex max. 

1N 4244 00-7 15-20 50 20 100 10 100 10 0,8 

TABLE 32- Silicon signal diodes- high voltage switching 
tamb = 25o C 

TABLEAU 32- Diodes de signal au si/icium- commutation haute tension 

tamb =150 °C 

I 1rr j'F Ins) (mAl 

max. 

0,75 10 

IR 
Type Case VR-VRM IIO VF I IF I (nA) /VA I IR /vR c It I IF Type Boitier IV) (mAl lVI !mAl I"AJ• lVI ("AI (VI (pFI (~sl (mAl 

max. max. max. max, max. max. mux. 

1N 3069 00-7 50-65 75 50 100 50 100 50 6 50 30 

*1N 3070 00-7 175-200 100 100 100 175 100 175 5 50 30 

BA 224-150 00-7 120-150 100 100 100 120 10 1201116 40 30 

BA 224-220 00-7 180-220 100 100 100 180 10 1801116 40 30 

BA 224-300 00-7 240-300 100 100 100 240 10 2401116 40 30 

SF.O 86 00-7 150-150 100 50 10 150 6 75 30 

SF.O 89 00-7 200-220 100 1,3 30 10* 180 6 75 30 

SF.O 95 00-7 250-300 100 1,2 10 4* 250 6 50 10 

BAV 19 F 80 120 200 100 100 100 1,5§ 50 30 

BAV 20 F 80 180 200 100 100 150 1,5§ 50 30 

BAV 21 F 80 250 200 100 100 200 1,5§ 50 30 

BAX16 F.80 150-150 200 1,3 100 100 150 100 150 10 120 30 

BAX 17 F 80 200-200 200 1,2 200 500 200 100 200 10 120 30 

BAY 80 F 80 120-150 100 100 100 120 100 1201216 50 3 

SF.O 46 F 80 150-150 100 50 10* 150 6 75 30 

SF.O 49 F 80 200-200 100 1,3 50 10* 180 6 75 30 

*Preferred device § Typical value 111 tamb =100°C 
Disposttd recommande Valeur typ1que 121 tamb = 125°C 

See data sheet 
Voir notice 

1N 4244 

See data sheet 
Voir notice 

1N 3069 

1N 3070 

BA 224-150 

BA224-150 

BA224-150 

SF.O 86 

SF.O 89 

SF.O 95 

BAV 19 

BAV 19 

BAV 19 

BAX 17 

BAX 17 

BAY80 

SF.O 46 

SF.O 49 
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D0-7 
(CB-26) 

TABLE 37- Tungsten point contact germanium diodes- detection 
TABLEAU 37- Diodes de signal au germanium a pointe tungstene ·detection 

Type 

I 
Case VR 'a VF I IF 'R I VR IR I Type BaTtier lVI I mAl lVI I mAl I~AI lVI I~AI 

max. max. max. 

1N 541 00-7 30 35 4 18 10 500 

1N 542111 D0-7 30 35 4 18 10 500 

AA 113111 00·7 60 10 3,5 120 30 500 

AA 119111 00-7 30 35 4 18 10 500 

SF.D 107 00-7 10 20 4,5 220 10 (AA 130) 

Note 111 2AA 113 Matched pair of AA 113 
Deux AA 1 13 appareii/Oes 

2AA 119 Matched pair of AA 119 
Deux AA 119 appareii/Oes 

1N 542 Sold by matched pairs (2 x 1 N 542) 
Livrees par pairsappare1/Jees (2 x 1N 542) 

TABLE 38 - Tungsten point contact germanium diodes -video detection 
TABLEAU 3B- Diodes de signal au germanium a pointe tungstene- detection video 

Type 

I 
Case 

Type Boit1er 

1N 60 D0-7 

1N 64 00·7 

SF.D 104 D0-7 
(AA 114) 

SF.O 106 00-7 

*Preferred device 
Dispositil recommande 

84 

VR 'a 
(VI (mAl 

max max 

25 30 

15 

25 20 

25 30 

VF I 'F I IR I VR 'R I 
lVI (mAl (~AI lVI (~AI 

max max. max. 

0,5 0,375 200 10 

3 25 10 

6 400 25 500 

5 10 1,5 200 

tamb = 25• C 

VRI tamb See data sheet 
lVI r•c1 Vol! notice 

45 60 1N 541 

45 60 1N 541 

60 25 AA 113 

45 60 1N 541 

SF.D 107 

VR I tamb See data sheet 
lVI (OC) Voir not1ce 

1N 60 

1N 60 

25 55 SF.O 104 

25 25 SF.D 106 
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D0-7 
(CB-26) 

TABLE 39- Gold bounded germanium signal diodes- general purpose tamb = 25o C 
TABLEAU 39- Diodes de sigml au germanium a pointe or- usage general 

Type 

I 
Case VR 

110 VF I IF IR /VR 1R /VR j 'amb J'rr j'F 
See data sheet 

Type Boftter IV) I mAl IV) lmAI I#Al IV) I#A) IV) I °C) (ns) lmA) Voir notice 

max. max. max. max. max. 

1N 270 00-7 80 60 200 100 50 25 1N 270 
1N 277 00-7 100 50 100 75 10 250 50 75 1N 277 

15 P1 00-7 100 150 100 100 100 250 60 55 250 10 15 P1 

16 P1 00-7 150 150 100 100 150 150 80 53 15 P1 

85 P1 D0-7 50 200 1 200 100 50 250 30 55 250 10 15 P1 

AA 135 00-7 20 150 0,75 100 30 20 AA 135 

AAZ15 00-7 75 140 1,1 250(1) 25 75 120 75 60 AAZ15 

SF.O 37 A 00-7 15 30 0,45 10 25 15 SF.D 37 A 

SF.O 108 A 00-7 100 50 1 30 7 10 250 100 25 SF.O 108 A 

TABLE 40- Gold bounded germanium signal diodes- switching tamb = 25o C 
TABLEAU 40- Diodes de signal au germanium a pointe or- commutation 

Type Case VR lo See data sheet 
Type Boitier IV) lmA) 

VF I 
IV) IF I lmA) 

IR I VR 
lpA) IV) 

1R ;vR I 'amb 
lpA} lVI I °C) I 'rr /IF 

Ins) lmA) Voir notice 

1N 276 D0-7 

19 P1 00·7 

FS 19 00·7 

SF.O 121 00·7 

SF.O 122 00·7 

if.Preferred device 
Dtsposittf recommande 

max. 

50 

15 

25 

10 

25 

max max. max. 

40 40 100 

200 1 100 25 

30 1,1 110 10 

30 0,8 10 2 

50 0,8 50 50 

111 \j =25°C 

max. max. 

50 400 50 70 300 5 1N 276 

10 150 10 55 250 10 19 P1 

10 240 25 70 500 5 FS 19 

1,5 50 10 55 400 10 SF.O 121 

25 100 25 55 400 10 SF.O 122 

85 



~/ 
-;:/ 

D0-7 
(CB-26) 

TABLE 41- Gold bounded germanium signal diodes- very high speed switching 
TABLEAU 41- Diodes de signal au germanium a pointe or- commutation tres rapide 

tamb = 25o C 

Type 

I 
Case VA ro VF I IF lA /VA lA I VA j'amb I 

Type Boitier lVI I mAl lVI lmA) I"AI lVI I"AI lVI I °CI 

max. mux. max. max. 

1N 995 00-7 10 30 0,5 10 10 6 

SF.O 118A 00-7 12 30 0,5 10 10 6 100 10 25 
(AAY 48) 

TABLE 42- Gold bounded germanium signal diodes- high current switching 
TABLEAU 42- Diodes de signal au germanium a pointe or- commutation fort courant 

Type I C<Jse 
Type Boitler 

*AAZ18 00-7 

*SF.D 129 B 00-7 (AAY49) 

*Preferred device 
Disposit1f recommandf! 

86 

VA 
(V) 

max. 

20 

40 

ro VF I IF 
(mAl IV) (mAl 

max. mux. 

180 0,65 150 

150 0,75 200 

§ Typical value 
Valeur typique 

lA /VA 
I"AI (VI 

1R ;vR /'amb 
("AI lVI I °C) 

m<Jx. max. 

50 20 100 20 60 

25 40 200 40 70 

trr I IF See data sheet 
(ns) {mA) Vo1r notice 

mox 

6 10 1N 995 

6 10 SF.O 118A 

tamb = 25o C 

I'" /F 

See data sheet 
(ns) (mAl Voir notice 

max. 

70§ 10 SF.O 129 B 

400 10 SF.O 129 B 



{:J .~j' ~ ( 

(CB-60) (CB-59) 

TABLE 43- Ring modulators 
TABLEAU 43- Modufateurs en anneau 

Type Case Mate nul 
Type Boit1er MatCnau 

20 M1 CB-60 Ge 

21 M1 CB-59 Ge 

20M2 CB-60 s, 
*"- 502 GE CB-18 Ge 

*A 503 GE CB-17 Ge 

*A 504 GE CB-18 Ge 

*SF.A 302 CB-18 Si 

*SF.A 303 CB-18 s, 

c; 
~-

(CB-18) 

tamb = 25o C 

f 
IMHzl 

0,3§ 

0,3§ 

12 

4 

4 

0,1 0,5 

12 

12 

(CB-17) 

o// 

/~(CB-81) 

Carner current I Modulator current 
attenuatton uttenuatton 
Affa1blissement du Affa1bl!ssement du 
courant porteur courant modulateur 

(Np) mm. (Np) mm 

5 4,9 

4,9 

5 4,9 

5 6,2 

5 6,2 

4,5 6,2 

5 6,2 

5 6,2 

TABLE 44- Low power assemblies (moulded) tamb = 25o C 
TABLEAU 44- Montages faible puissance (moutes) 

Type Cnse 
Type Boitter 

SFM 104 C8-18 

SFM 106 CB-18 

SFM 222 CB-81 

*Preferred device 
D1spos1tif recammande 

Funct1on 
Fonction 

Stngle phase bridge 
Pont monaphase 

S1ngl£ phase bndge 
Pont monophase 

Voltage limiting diode 
Diode antichoc 

Typical value 
Valeur typique 

VRMS 

veff 

35 

45 

lo IF VF I IF 
I mAl (mAl lVI I mAl 

max. 

40 

30 

50 50 

See data sheet 
VoJr not1ce 

20 M1 

20 M1 

20 M1 ,t·; 
A 502 GE 

A 502 GE 

A 502 GE 

SF.A 302 

SF.A 302 

Sec dat<J sheet 
Vo, notice 

SFM 104 

SFM 104 

SFM 222 
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D0-35 
(CB-102) 

TABLE 45- Voltage regulator diodes Epi z1•9 tamb = 25o C 
TABLEAU 45- Dwdes de regulatiOn de tension 

Pz =500mW /tamb =25oc VF.;; 1,5 V /IF =200 rnA 

Same electrrcal characteriStics as } 1 N 746 _,. 1 N 753 
Memes caractenwques e/ectnques que 1 N 956 -I> 1 N 976 

Type Case VzT I VzT I VzyiZT I 'zT rzKj1zK "vz I 1R ;vR 
See data sheet 

Type Boit1er lVI lVI lVI (mAl lnl lnl lmAI I%/°C) (pAl (VI Voir notice 

mon nom max max max max, 

*szx 46 - c2 V7 D0-35 2,5 2,7 2,9 20 30 700 -0,08 -0,06 75 BZX 46- C2 V7 

*szx 46- C3 vo 00-35 2,8 3 3,2 20 29 700 -0,08 -0,06 50 BZX 46- C2 V7 

*szx 46- C3 V3 D0-35 3,1 3,3 3,5 20 28 700 -0,08 -0,05 10 BZX 46- C2 V7 

*szx 46- C3 V6 D0-35 3.4 3,6 3,8 20 24 700 -0,08 -0,04 10 BZX 46- C2 V7 

*szx 46- c3 V9 00-35 3,7 3,9 4,1 20 23 700 -0,07 -0,03 10 BZX 46- C2 V7 

*szx 46 - C4 V3 D0-35 4 4,3 4,6 20 22 700 -0,04 -0,01 2 BZX 46- C2 V7 

*szx 46 - C4 V7 D0-35 4,4 4,7 5 20 19 700 -0,03 +0,01 2 1 BZX 46- C2 V7 

*szx 46- c5 v1 00-35 4,8 5,1 5,4 20 17 700 -0,02 +0,05 1 1 BZX 46- C2 V7 

*szx 46 - c5 V6 D0-35 5,2 5,6 6 20 11 700 -0,01 +0,06 2 BZX 46- C2 V7 

*szx 46 - C6 v2 00-35 5,8 6,2 6,6 20 7 700 0 +0,07 1 3 BZX 46- C2 V7 

*szx 46 - C6 vs D0-35 6,4 6,8 7,2 18,5 4,5 700 +0,01 +0,08 5 4,8 BZX 46- C2 V7 

*szx 46- c7 V5 D0-35 7 7,5 7,9 16,5 5,5 700 0,5 +0,01 +0,09 5 5,3 BZX 46- C2 V7 

*szx 46 - c8 v2 00-35 7,7 8,2 8,7 15 6,5 700 0,5 +0,01 +0,09 5 5,8 BZX 46- C2 V7 

*szx 46- C9 v1 D0-35 8,5 9,1 9,6 14 7,5 700 0,5 +0,02 +0,1 5 5.4 BZX 46- C2 V7 

*BZX 46- C10 D0-35 9,4 10 10,6 12,5 8,5 700 0,25 +0,03 +0,11 BZX 46- C2 V7 

*szx 46- c11 D0-35 10.4 11 11,6 11,5 9,5 700 0,25 +0,03 +0,11 5 8,4 BZX 46- C2 V7 

*szx 46- c12 D0-35 11,4 12 12,7 10,5 11,5 700 0,25 +0,03 +0,11 9,1 BZX 46- C2 V7 

*szx 46- C13 00-35 12,4 13 14,1 9,5 13 700 0,25 +0,03 +0,11 5 9,9 BZX 46- C2 V7 

*BZX 46- C15 D0-35 13,8 15 15,6 8,5 16 700 0,25 +0,03 +0,11 5 11 4 BZX 46- C2 V7 
*szx 46- C16 00-35 15,3 16 17,1 7,8 17 700 0,25 +0,03 +0,11 5 12,2 BZX 46- C2 V7 

*szx 46- c1s 00-35 16,8 18 19,1 7 21 750 0,25 +0,03 +0,11 13,7 BZX 46- C2 V7 

*BZX 46- C20 D0-35 18,8 20 21,2 6,2 25 750 0,25 +0,03 +0,11 15,2 BZX 46- C2 V7 
*szx 46- c22 00-35 20,8 22 23,3 5,6 29 750 0,25 +0,03 +0,11 5 16,7 BZX 46- C2 V7 

*Preferred device 
Dispos1tif recommand6 
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TABLE 45- (continued) 
TABLEAU 45- (suite) 

Type Case 
Type Boit1er 

*BZX 46 · C24 D0-35 

*szx 46. c21 D0-35 

*szx 46. C30 D0-35 

*BZX 46. C33 D0-35 

*BZX 46 · C36 D0-35 

*BZX 46 · C39 D0-35 

*BZX 46. C43 D0-35 

*Preferred device 
Dtspos1ttf recommande 

vzr I vzr I vzy1zr I 'zr 
lVI lVI lVI !mAl lnJ 
m1n. nom. max. max. 

22,8 24 25,6 5,2 33 

25,1 27 28,9 4,6 41 

28 30 32 4,2 49 

31 33 35 3,8 58 

34 36 38 3,4 70 

37 39 41 3,2 80 

40 43 46 3 93 

I 
'ZK / 1ZK "vz IIR ;vR See data sheet 
1n1 !mAl (%/OC) (~AI (VI Vo1rnotice 

max. mon max max. 

750 0,25 +0,04 +0,12 5 18,2 BZX 46 · C2 V7 

750 0,25 +0,04 +0,12 5 20,6 BZX 46- C2 V7 

1000 0,25 +0,04 +0,12 5 22,8 BZX 46- C2 V7 

1000 0,25 +0,04 +0,12 5 25,1 BZX 46 · C2 V7 

1000 0,25 +0,04 +0,12 5 27,4 BZX 46 · C2 V7 

1000 0,25 +0,04 +0,12 5 29,7 BZX 46 · C2 V7 

1500 0,25 +0,04 +0,12 5 32,7 BZX 46 · C2 V7 
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D0-41 
(CB-101) 

TABLE 49- V~ltage regulator diodes . E i z® tamb ~ 25o C 
TABLEAU 49- Dtodes de nfgulatton de tens/On p 

Pz ~1 W /tamb ~50°C V F .;; 1,5 V /IF ~ 200 rnA 

i~~~~:~~~e ± 5 % 

Type Case VzT/ 1ZT 'zT 'zKj 1zK "vz lA I VA See data sheet 
Type BaTtier (V) (mA) In> (n) (mAl (%/oC) I~A) (V) Voir notice 

nom. max. max. typ. max. 

.1<1N4728A 00-41 3,3 76 10 400 -0,075 100 1N4728A 

*1N 4729 A 00-41 3,6 69 10 400 -0,065 100 1N4728A 

*1N 4730 A 00-41 3,9 64 9 400 -0,055 50 1N 4728 A 

*1N 4731 A 00-41 4,3 58 9 400 -0,04 10 1N 4728 A 

*1N 4732 A 00-41 4,7 53 8 500 -0,02 10 1N4728A 

*1N 4733 A 00-41 5,1 49 550 +0,005 10 1 1N4728A 

*1N 4734 A 00-41 5,6 45 5 600 +0,02 10 2 1N 4728 A 

*1N 4735 A 00-41 6,2 41 2 700 +0,035 10 3 1N 4728 A 

*1N 4736A 00-41 6,8 37 3,5 700 1 +0,04 10 4 1N 4728 A 

*1N 4737 A 00-41 7,5 34 4 700 0,5 +0,045 10 5 1N4728A 

*1N 4738 A 00-41 8,2 31 4,5 700 0,5 +0,048 10 6 1N 4728 A 

*1N 4739 A 00-41 9,1 28 5 700 0,5 +0,051 10 7 1N4728A 

*1N4740A 00-41 10 25 7 700 0,25 +0,055 10 7,6 1N 4728 A 

*1N 4741 A 00-41 11 23 8 700 0,25 +0,06 5 8,4 1N4728A 

'ii'1N 4742 A 00·41 12 21 9 700 0,25 +0,065 5 9,1 1N4728A 

*1N4743A 00-41 13 19 10 700 0,25 +0,065 5 99 1N4728A 

*1N 4744 A 00-41 15 17 14 700 0,25 +0,07 5 11,4 1N 4728 A 

*1N4745A 00-41 16 15,5 16 700 0,25 +0,07 5 12,2 1N 4728 A 

*1N4746A 00-41 18 14 20 750 0,25 +0,075 5 13 7 1N 4728 A 

*1N 4747 A 00-41 20 12,5 22 750 0,25 +0,075 5 15,2 1N4728A 

*1N 4748 A 00-41 22 11,5 23 750 0,25 +0,08 5 16,7 1N 4728 A 

*1N4749A 00-41 24 10,5 25 750 0,25 +0,08 5 18,2 1N 4728 A 

*1N 4750 A 00-41 27 9,5 35 750 0,25 +0,085 5 20,6 1N 4728 A 

*Preferred device 
Dispositif recommande 
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TABLE 49- (continued) 
TABLEAU 49- (suite) 

Type Case 
Type Bottler 

*1N 4751 A D0-41 

*1N 4752 A 00-41 

*1N 4753 A 00·41 

*1N4754A 00·41 
*1N 4755 A 00-41 

*Preferred device 
Dispositif recommand6 

VzT I 1zT 'zT 
IV) (mAl lnl 

nom. max. 

30 8,5 40 

33 7,5 45 

36 7 50 

39 6,5 60 
43 6 70 

'zK 11zK 

I 

dvz IIR I VR See data sheet 
(n) (mAl I%/°Cl I~Al (V) Voir notice 

max. typ. max. 

1000 0,25 +0,085 5 22,6 1N 4728 A 

1000 0,25 +0,085 5 25,1 1N 4728 A 

1000 0,25 . +0,085 5 27,4 1N4728A 

1000 0,25 +0 085 5 29 7 1N 4728 A 

1500 0,25 +0,085 5 32,7 1N 4728 A 
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D0-13 
ICB-37} 

TABLE 50- Voltage regulator diodes tamb = 25o C 
TABLEAU 50- Diodes de regulation de tension 

Pz = 1 WI tamb =25°C VF < 1,5 VI IF =500 rnA 

Type Case VzT I 1zT Tolerance 'zT 'ZK I 1zK avz See data sheet 
Type Boitier lVI I mAl ToMrance In I 1!11 (mAl (%/°CI Voir notice 

nom. max. max. typ. 

11 Z6 F D0-13 3,3 10 ±12% 60 -0,05 11 Z6 F 

11 Z6AF D0-13 3,3 10 ±5% 52 600 -0,05 11 Z6AF 

12 Z6 F D0-13 3,6 10 ±12% 60 -0,05 11 Z6 F 

12 Z6 AF D0-13 3,6 10 ±5% 52 600 -0,05 11 Z6 AF 

13 Z6 F D0-13 3,9 10 ±12% 60 -0,05 11 Z6 F 

13 Z6 AF D0-13 3,9 10 ±5% 52 600 -0,05 11 Z6 AF 

14 Z6 F D0-13 4,3 10 ±12% 60 -0,05 11 Z6 F 

14 Z6 AF D0-13 4,3 10 ±5% 52 600 -0,05 11 Z6 AF 

15 Z6 F D0-13 4,7 10 ±12% 60 -0,03 11 Z6 F 

15 Z6 AF D0-13 4,7 10 ±5% 52 600 -0,03 11 Z6AF 

16 Z6 F D0-13 5,1 10 ±12% 36 +0,01 11 Z6 F 

16 Z6 AF D0-13 5,1 10 ±5% 34 512 +0,01 11 Z6 AF 

17 Z6 F D0-13 5,6 10 ±12% 36 +0,02 11 Z6 F 

17 Z6 AF D0-13 5,6 10 ±5% 34 512 +0,02 11 Z6AF 

18 Z6 F D0-13 6,2 10 ±12% 20 +0,03 11 Z6 F 

18 Z6 AF D0-13 6,2 10 ±5% 12 360 +0,03 11 Z6.AF 

19 Z6 F D0-13 6,8 10 ±12% 20 +0,05 11 Z6 F 

19 Z6 AF D0-13 6,8 10 ±5% 12 360 +0,05 11 Z6AF 

20 Z6 F D0-13 7,5 10 ±12% 14 +0,07 11 Z6 F 

20 Z6 AF D0-13 7,5 10 ±5% 6 55 +0,07 11 Z6 AF 

21 Z6 F D0-13 8,2 10 ±12% 14 +0,07 11 Z6 F 

21 Z6 AF D0-13 8.2 10 ±5% 6 12 +0,07 11 Z6AF 

22 Z6 F D0-13 9,1 10 ±12% 18 +0,08 11 Z6 F 

22 Z6 AF D0-13 9,1 10 ±5% 9 20 +0,08 11 Z6 AF 

23 Z6 F D0-13 10 10 ±12% 18 +0,08 11 Z6 F 

*Preferred device 
Dispasitif recommande 
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TABLE 50- (continued) 
TABLEAU 50- (suite) 

Type Case 
Type Battier 

23 Z6 AF D0-13 

24 Z6 F D0-13 

24 Z6 AF D0-13 

25 Z6 F D0-13 

25 Z6 AF D0-13 

26 Z6 F D0-13 

26 ZG AF D0-13 

27 Z6 F D0-13 

27 Z6 AF D0-13 

28Z6 F D0-13 

28 Z6 AF D0-13 

116 Z6 F D0-13 

116Z6AF D0-13 

118 Z6 F D0-13 

118 Z6 AF D0-13 

120 Z6 F D0-13 

120 Z6 AF D0-13 

122 Z6 F D0-13 

122 Z6 AF D0-13 

124 Z6 F D0-13 

124 Z6 AF D0-13 

*Preferred device 
Dispositff recommande 

VZT I IZT Tolerance 
lVI (mAl Tolerance 

nom. 

10 10 ±5% 

11 10 ±12% 

11 10 ±5% 

12 10 ±12% 

12 10 ±5% 

13 10 ±12% 

13 10 ±5% 

14 10 ±12% 

14 10 ±5% 

15 10 ±12% 

15 10 ±5% 

16 10 ±12% 

16 10 ±5% 

18 10 ±12% 

18 10 ±5% 

20 10 ±12% 

20 10 ±5% 

22 10 ±12% 

22 10 ±5% 

24 10 ±12% 

24 10 ±5% 

rzT"· 'ZK I 1zK "vz See data sheet 
In! 1n1 I mAl I%/°CI Voir notice 

max. 'YP 

9 38 +0,08 11 Z6AF 

18 +0,08 11 Z6 F 

12 50 +0,08 11 Z6 AF 

24 +0,08 11 Z6 F 

12 50 +0,08 11 Z6AF 

24 +0,08 11 Z6 F 

19 330 +0,08 11 Z6 AF 

30 +0,08 11 Z6 F 

21 550 +0,08 11 Z6 AF 

32 +0,08 11 Z6 F 

24 550 +0,08 11 Z6AF 

35 +0,08 11 Z6 F 

35 600 +0,08 11 Z6 AF 

40 +0,08 11 Z6 F 

40 600 +0,08 11 Z6 AF 

45 +0,08 11 Z6 F 

45 600 +0,08 11 Z6 AF 

55 +0,08 11 Z6 F 

55 600 +0,08 11 Z6 AF 

60 +0,08 11 Z6 F 

60 600 +0,08 11 Z6 AF 
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D0-13 
(CB-37) 

TABLE 51- Voltage regulator diodes tamb = 25o C 
TABLEAU 51- Diodes de regulation de tension 

Pz =1 W /tamb =25°C VF.;;; 1,5 VI IF =200 rnA 

Type Case 
Type Boitier 

1N 3821 A D0-13 

1N 3822 A D0-13 

1N 3823 A D0-13 

1N 3824 A D0-13 

1N 3825 A D0-13 

1N 3826 A D0-13 

1N 3827 A D0-13 

1N 3828 A D0-13 

1N3016B D0-13 

1N 3017 B D0-13 

1N 3018 B D0-13 

1N3019B D0-13 

1N 3020 B D0-13 

1N3021B D0-13 

1N 3022 B D0-13 

1N 3023 B D0-13 

1N 3024 B D0-13 

1N 3025 B D0-13 

1N 3026 B D0-13 

1N 3027 B D0-13 

1N 3028 B D0-13 

1N 3029 B D0-13 

*Preferred device 
Dispositif recommandD 

VzT/ 1zT 
lVI !mAl 

I Tolerance 
Tolerance 

nom, 

3,3 76 ±5% 

3,6 69 ±5% 

3,9 64 ±5% 

4,3 58 ±5% 

4,7 53 ±5% 

5,1 49 ±5% 

5,6 45 ±5% 

6,2 41 ±5% 

6,8 37 ±5% 

7,5 34 ±5% 

8,2 31 ±5% 

9,1 28 ±5% 

10 25 ±5% 

11 23 ±5% 

12 21 ±5% 

13 19 ±5% 

15 17 ±5% 

16 15,5 ±5% 

18 14 ±5% 

20 12,5 ±5% 

22 11,5 ±5% 

24 10,5 ±5% 

I 'zT 
lnl 

rzKj 1zK 
(nl (mAl 

max. mnx, 

10 400 

10 400 

9 400 

9 400 

8 500 

7 550 

5 600 

2 700 

3,5 700 1 

4 700 0,5 

4,5 700 0,5 

5 700 0,5 

7 700 0,25 

8 700 0,25 

9 700 0,25 

10 700 0,25 

14 700 0,25 

16 700 0,25 

20 750 0,25 

22 750 0,25 

23 750 0,25 

25 750 0,25 

avz IR I VR See data sheet 
{%/oC) (pAl lVI Voir notice 

typ. max. 

-0,075 10 1N3821A 

-0,065 10 1N3821 A 

-0,055 10 1N 3821 A 

-0,04 10 1N3821 A 

-0,02 10 1N 3821 A 

+0,005 10 1N3821 A 

+0,02 10 1N 3821 A 

+0,035 10 3 1N 3821 A 

+0,04 150 5,2 1N 3821 A 

+0,045 75 5,7 1N 3821 A 

+0,048 50 6,2 1N 3821 A 

+0,051 25 6,9 1N 3821 A 

+0,055 10 7,6 1N 3821 A 

+0,06 5 8,4 1N 3821 A 

+0,065 5 9,1 1N 3821 A 

+0,065 5 9,9 1N3821 A 

+0,07 5 11,4 1N 3821 A 

+0,07 5 12,2 1N 3821 A 

+0,075 5 13,7 1N 3821 A 

+0,075 5 15,2 1N 3821 A 

+0,08 5 16,7 1N3821 A 

+0,08 5 18,2 1N 3821 A 
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D0-4 
(CB-33) 

TABLE 52- Voltage regulator diodes tamb = 25o C 
TABLEAU 52- Diodes de regulation de tension 

Pz =4 W/tcase =25°C V F ,;;; 1,5 V I IF = 500 mA 

Type Case VzT I 1zT 

I 
Tolerance 'zT rZK ~1ZK "vz See data sheet 

Type Boitier lVI (mAl Tolerance \111 lnl lmAI I%1°CI Voir notice 

max, max. typ. 

51 Z6 D0-4 3,3 100 ±12% 30 -0,05 51 Z6 

51 Z6 A D0-4 3,3 100 ±5 ~~ 25 400 -0,05 51 Z6 A 

52 Z6 D0-4 3,6 100 ±12% 30 -0,05 51 Z6 

52 Z6 A D0-4 3,6 100 ±5% 25 400 -0,05 51 Z6 A 

53 Z6 D0-4 3,9 100 ±12 ~J 30 -0,04 51 Z6 

53 Z6 A D0-4 3,9 100 ±5% 20 400 -0,04 51 26 A 

54 Z6 D0-4 4,3 100 ±12% 30 -0,04 51 Z6 

54 Z6 A D0-4 4,3 100 ±5% 20 400 -0,04 51 Z6 A 

55 Z6 D0-4 4,7 100 ±12% 30 -0,03 51 26 

55 Z6 A D0-4 4,7 100 ±5% 20 500 -0,03 51 Z6 A 

56 26 D0-4 5,1 100 ±12% 20 -0,02 51 Z6 

56 Z6 A D0-4 5,1 100 ±5% 20 550 -0,02 51 26A 

57 Z6 D0-4 5,6 100 +12% 20 +0,01 51 26 

57 Z6 A D0-4 5,6 100 ±5% 15 600 +0,01 51 Z6A 

58 Z6 D0-4 6,2 100 ±12% 15 +0,03 51 Z6 

58 26 A D0-4 6,2 100 ±5% 15 750 +0,03 51 26 A 

59 Z6 D0-4 6,8 100 +12% 10 +0,05 51 Z6 
59 Z6 A D0-4 6,8 100 ±5% 10 500 +0,05 5126 A 
60 Z6 D0-4 7,5 100 ±12% 10 +0,07 51 Z6 
60 Z6 A D0-4 7,5 100 ±5% 10 250 +0,07 51 26 A 
61 Z6 D0-4 8.2 100 +12% 10 +0,07 51 26 
61 Zfl A D0-4 8,2 100 ±5% 10 250 +0,07 51 Z6A 
62 Z6 D0-4 9,1 100 ±12% 15 +0,08 51 26 
62 Z6 A D0-4 9,1 100 ±5% 10 250 +0,07 51 26 A 
63 Z6 D0-4 10 100 ±12% 15 +0,09 51 Z6 

*Preferred device 
Disposltlf recommande 
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TABLE 52- (continued) 
TABLEAU 52- (suite) 

Type Case 
Type BaTtier 

63Z&A D0-4 

64 Z6 D0-4 

64Z6 A D0-4 

65 Z6 D0-4 

65 Z6 A D0-4 

66 Z6 D0-4 

66 Z6 A D0-4 

67 Z6 D0-4 

67 Z6 A D0-4 

68 Z6 D0-4 

68 Z6 A D0-4 

*Preferred device 
Dispositif recammande 

VzT / 
(VI 

nom. 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

1zT Tolerance 
(mAl Tolerance 

100 ±5% 

100 ±12% 

100 ±5% 

100 ±12% 

100 ±5% 

100 ±12% 

100 ±5.% 

100 ±12% 

100 ±5% 

100 ±12% 

100 ±5% 

'ZT 'zK/ 1zK a:vz See data sheet 
(f!) (f!) (mAl (%/OC) Voir notice 

max. max. typ. 

15 250 +0,09 51 Z6 A 

15 +0,1 51 Z6 

15 250 +0,1 51 Z6A 

20 +0,12 51 Z6 

20 250 +0,12 51 Z6A 

20 +0,13 51 Z6 

20 250 +0,13 51 Z6 A 

40 +0,14 51 Z6 

35 250 +0,14 51 Z6 A 

40 +0,15 51 Z6 
40 250 +0,15 51 Z6 A 

~-

~ 
.~ 
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S-179 
(CB-55) 

TABLE 53- Voltage regulator diodes tamb = 25o C 
TABLEAU 53- Diodes de regulation de tension 

Pz =25 w I 'case =25°C VF < 1,5 VI IF =500 rnA 

Tolerance { 71 Z6 
Tolerance 71 Z6A 

Type 
Type 

71 Z6, A 

72 Z6, A 

73 Z6, A 

74 Z6, A 

75 Z6, A 

76 Z6, A 

77 Z6, A 

78 Z6, A 

79 Z6, A 

80 Z6, A 

81 Z6, A 

82 Z6, A 

83 Z6, A 

84 Z6, A 

85 Z6, A 

86 Z6, A 

87 Z6, A 

88 Z6, A 

*Preferred device 
Dtsposttif recommandti 

106 

88Z6 ± 12% 
88Z6A± 6% 

Case 
Boitier 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

s 179 

VZT I 1zT 
lVI (mAl 

nom. 

3,3 400 

3,6 400 

3,9 400. 

4,3 400 

4,7 400 

5,2 400 

5,6 400 

6,2 400 

6,8 400 

7,5 400 

8,2 400 

9,1 400 

10 400 

11 400 

12 400 

13 400 

14 400 

15 400 

'zT avz See data sheet 
In I (%/OC) Vo1r notice 

max. typ, 

2 -0,05 71 Z6 

1,9 -0,05 71 Z6 

1,8 -0,05 71 Z6 

1,5 -0,05 71 Z6 

1,5 -0,05 71 Z6 

1 +0,06 71 Z6 

+0,06 71 Z6 

1,2 +0,06 71 Z6 

1,2 +0,06 71 Z6 

1,8 +0,06 71 Z6 

2 +0,06 71 Z6 

2,5 +0,07 71 Z6 

3 +0,07 71 Z6 

3,5 +0,07 71 Z6 

3,8 +0,08 71 Z6 

3,8 +0,08 71 Z6 

+0,09 71 Z6 
5,5 +0,09 71 Z6 



D0-35 
(CB-102) 

TABLE 54- Voltage reference diodes (temperature compensated) 
TABLEAU 54- Diodes de reference de tension (compensfies en temperature) 

Pz =250 mW I tamb =50°C Tolerance ± 5 % 
Tolerance 

Type 

I 
Case vzT/ZT I 'zT Test temperatures 

Type Boit1er lVI lmAI lnl Temperatures de mesures 

nom max. I °C) 

*1N 3500 D0-35 6,2 7,5 15 0 +25 +75 

*1N 3496 00-35 6,2 7,5 15 0 +25 +75 

*1N 3497 D0-35 6,2 7,5 15 0 +25 +75 

*1N 3498 D0-35 6,2 7,5 15 0 +25 +75 

*1N 3499 D0-35 6,2 7,5 15 0 +25 +75 

TABLE 55- Voltage reference diodes (temperature compensated) 
TABLEAU 55- Diodes de reference de tension (compensees en temperature) 

Pz =400 mW 1 tamb =50°C Tolerance ±5% 
ToJerance 

I 
vZT/ZT I 'zT Test temperatures 

Type Case IV) (mAl In) Temperatures de mesures 
Type Bai(ler 

I °C) nom max 

*1N 821 D0-35 6,2 7,5 15 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 823 D0-35 6.2 7,5 15 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 825 D0-35 6,2 7,5 15 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 827 D0-35 6,2 7,5 15 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 829 D0-35 6,2 7,5 15 -55 0 +25 +75 +100 

*1N821A D0-35 6,2 7,5 10 -55 0 +25 +75 +100 

*IN 823 A D0-35 6,2 7,5 10 -55 0 +25 +75 +100 

o~<1N 825 A D0-35 6,2 7,5 10 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 827 A D0-35 6.2 7,5 10 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 829 A D0-35 6,2 7,5 10 -55 0 +25 +75 +100 

*Preferred device 
Disposttd recommandt: 

"'vz 

I 
"vz See data sheet 

lVI (%/OC) 
Voir not1ce 

mox ~max. 

0,048 0,01 1N 3496 

0,024 0,005 1N 3496 

0,010 0,002 1N 3496 

0,005 0,001 1N 3496 

0,002 0,0005 1N 3496 

tamb = 25o C 

"vz 

I 
"vz 

lVI (%/OC) See data shee 
Vo1r not1ce 

max, :=::::max 

0,096 0,01 1N 821 

0,048 0,005 HJ 821 

0,019 0,002 1N 821 

0,009 0,001 1N 821 

0,005 0,0005 1N 821 

0,096 0,01 1N 821 

0,048 0,005 1N 821 

0,019 0,002 1N 821 

0,009 0,001 1N 821 

0,005 0,0005 1N 821 
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D0-35 
(CB-102) 

TABLE 56- Voltage reference diodes (temperature compensated) 
TABLEAU 56- Diodes de reference de tension (compensees en temperature) 

Pz =400 mW I tamb =50°C Tolerance ± 5% 
Tolerance 

I 
Case VzT/ZT I 'zT 

Test temperatures 
Type 

~~~ !mAl :lx. 
Temperatures de mesures 

Type Boltier 
I °CI 

*1N 4565 D0-35 6,4 0,5 200 0 +25 +75 

*1N 4566 D0-35 6,4 0,5 200 0 +25 +75 

*1N 4567 D0-35 6,4 0,5 200 0 +25 +75 

*1N 4568 D0-35 6,4 0,5 200 0 +25 +75 

*1N 4569 D0-35 6,4 0,5 200 0 +25 +75 

*iN4565A D0-35 6,4 0,5 200 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 4566 A D0-35 6,4 0,5 200 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 4567 A D0-35 6,4 0,5 200 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 4568 A D0-35 6,4 0,5 200 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 4569 A D0-35 6,4 0,5 200 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 4570 D0-35 6,4 100 0 +25 +75 

*1N 4571 D0-35 6,4 100 0 +25 +75 

*1N 4572 D0-35 6,4 100 0 +25 +75 

*1N 4573 D0-35 6,4 100 0 +25 +75 

*1N 4574 D0-35 6,4 100 0 +25 +75 

*1N 4570 A D0-35 6,4 100 -55 0 +25 +75 +100 
*1N 4571 A D0-35 6,4 100 -55 0 +25 +75 +100 

*1N4572A D0-35 6,4 100 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 4573 A D0-35 6,4 100 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 4574 A D0-35 6,4 100 -55 0 +25 +75 +100 

*Preferred device 
Drspositd recommande 

108 

tamb =25oC 

"'vz 

I 
a:vz 

See data sheet 
lVI I%1°CI Volf nottce 

max. ;:::::max. 

0,048 0,01 1N 4565 

0,024 0,005 1N 4565 

0,010 0,002 1N 4565 

0,005 0,001 1N 4565 

0,002 0,0005 1N 4565 

0,099 0,01 1N 4565 

0,050 0,005 1N 4565 

0,020 0,002 1N 4565 

0,010 0,001 1N 4565 

0,005 0,0005 1N 4565 

0,048 0,01 1N 4570 

0,024 0,005 1N 4570 

0,010 0,002 1N 4570 

0,005 0,001 1N 4570 

0,002 0,0005 1 N 4570 

0,099 0,01 1N 4570 

0,050 0,005 1N 4570 

0,020 0,002 1N 4570 

0,010 0,001 1N 4570 

0,005 0,0005 1N 4570 



TABLE 56- (continued) 
TABLEAU 56- (suite) 

I Case Type 
Type BoitJer 

*1N 4575 D0-35 

*1N 4576 D0-35 

*1N 4577 D0-35 

-.\<1N 4578 D0-35 

*1N 4579 D0-35 

*1N 4575 A D0-35 

*1N 4576 A D0-35 

*1N4577A D0-35 

*1N 4578 A D0-35 

*1N 4579 A D0-35 

*1N 4580 D0-35 

*1N 4581 D0-35 

*1N 4582 D0-35 

*1N 4583 D0-35 

*1N 4584 D0-35 

*1N 4580A D0-35 

*1N 4581 A D0-35 

*1N 4582 A D0-35 

*1N 4583 A D0-35 

*1N 4584 A D0-35 

* Preferred device 
Dtspas1td recommand6 

VzT j 1zT 1 rZT 
lVI lmAI [In) 
nom max 

6,4 2 50 

6,4 50 

6,4 50 

6,4 50 

6,4 50 

6,4 50 

6,4 50 

6,4 2 50 

6,4 2 50 

6,4 50 

6,4 4 25 

6,4 4 25 

6,4 4 25 

6,4 4 25 

6,4 4 25 

6,4 4 25 

6,4 4 25 

6,4 4 25 

6,4 4 25 

6,4 4 25 

tamb =25oC 

Test temperatures 
Temperatures de mesures 

I °CI 

0 +25 +75 

0 +25 +75 

0 +25 +75 

0 +25 +75 

0 +25 +75 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

0 +25 +75 

0 +25 +75 

0 +25 +75 

0 +25 +75 
0 +25 +75 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

"vz 

I 
"'vz See data sheet lVI (%/oC) 

Votr not1ce 
mox :::::::max, 

0,048 0,01 1N 4575 

0,024 0,005 1N 4575 

0.010 0,002 1 N 4575 

0,005 0,001 1N 4575 

0,002 0,0005 1 N 4575 

0,099 0,01 1N 4575 

0,050 0,005 1N 4575 

0,020 0,002 1 N 4575 

0,010 0,001 1 N 4575 

0.005 0,0005 1 N 4575 

0.048 0 01 1N 4580 

0,024 0,005 1N 4580 

0,010 0,002 1N 4580 -
0,005 0.001 1 N 4580 

0,002 0,0005 1 N 4580 

0.099 0,01 1N 4580 

0,050 0,005 1 N 4580 

0.020 0,002 1 N 4580 

0.010 0,001 1N 4580 

0,002 0,0005 1N 4580 
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D0-35 
(CB-102) 

TABLE 57 -Voltage reference diodes (temperature compensated) 
TABLEAU 57- D1odes de nJference de tens1on (compensees en temperature) 

Pz =400mW/tamb =50°C Tolerance ± 5% 
Tolerance 

Type 

I 
Case 

Type BoTtler 

*1N 3154 D0-35 

*1N3155 00-35 

*1N 3156 D0-35 

*1N 3157 00-35 

*1N 3154 A D0-35 

*1N 3155 A 00-35 

*1N 3156 A D0-35 

*1N 3157 A 00-35 

*Preferred device 
Dtspos1ttf recommande 

110 

VzT j'zT I 'zT 
(VI (mAl tnl 
nom max 

8,4 10 15 

8,4 10 15 

8,4 10 15 

8,4 10 15 

8,4 10 15 

8,4 10 15 

8,4 10 15 

8,4 10 15 

Test temperatures 
Temperatures de mesures 

(DC) 

--55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

tamb = 25o C 

Avz 

I 
"'vz See data shee 

(VI I%/°C) Vo1r not1ce 

max ~max. 

0,130_ 0,01 1N 3154 

0,065 0,005 1N 3154 

0,025 0,002 1N 3154 

0,013 0,001 1N 3154 

+150 0,172 0,1 1N 3154 

+150 0,086 0,05 1N 3154 

+150 0,034 0,02 1N 3154 

+150 0,017 0,001 1N 3154 



00-35 
(CB-102) 

TABLE 58- Voltage reference diodes (temperature compensated) 
TABLEAU 58- Diodes de reference de tension (compensees en temperature) 

Pz =400 mW I tamb =50°C Tolerance ± 5% 
Tolerance 

I vzTj 1zT I 'zT Test temperatures 
Type Case (VI (mAl lnl Temp6ratures de mesures 
Type Battier (DC) nom. max. 

if1N 4775 00-35 8,5 0,5 200 0 +25 +75 

if1N4776 00-35 8,5 0,5 200 0 +25 +75 

if1N 4777 00-35 8,5 0,5 200 0 +25 +75 

if1N 4778 00-35 8,5 0,5 200 0 +25 +75 

*1N 4779 D0-35 8,5 0,5 200 0 +25 +75 

if1N 4775A 00-35 8,5 0,5 200 -55 0 +25 +75 +100 

i1'1N4776A 00-35 8,5 0,5 200 -55 0 +25 +75 +100 

if1N 4777 A 00-35 8,5 0,5 200 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 4778 A 00-35 8,5 0,5 200 -55 0 +25 +75 +100 

if1N 4779 A 00-35 8,5 0,5 200 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 4780 00-35 8,5 100 0 +25 +75 

*1N 4781 00-35 8,5 100 0 +25 +75 

-.\<1N 4782 00-35 8,5 100 0 +25 +75 

if1N 4783 00-35 8,5 100 0 +25 +75 

if1N 4784 D0-35 8,5 100 0 +25 +75 

if1N 4780 A 00-35 8,5 100 -55 0 +25 +75 +100 

*IN 4781 A 00-35 8,5 100 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 4782 A 00-35 8,5 1 100 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 4783 A 00-35 8,5 100 -55 0 +25 +75 +100 

*1N 4784 A 00-35 8,5 100 -55 0 +25 +75 +100 

*Preferred device 
Dispositil recommand6 

"vz I dvz 
lVI (%/DC) See data shee 

Voirnot1ce 
max. ;::::max, 

0,064 0,01 1N 4775 

0,032 0,005 1N 4775 

0,013 0,002 1N 4775 

0,006 0,001 1N 4775 

0,003 0,0005 1N 4775 

0,132 0,01 1N 4775 

0,066 0005 1N 4775 

0,026 0,002 1N 4775 

0,013 0,001 1N 4775 

0,007 0,0005 1N 4775 

0,064 0,01 1N 4780 

0,032 0,005 1N 4780 

0,013 0,002 1N 4780 

0,006 0,001 1N 4780 

0,003 0,0005 1N 4780 

0,132 0,01 1N 4780 

0,066 0,005 1N 4780 

0,026 0,002 1N 4780 

0,013 0,001 1N 4780 

0,007 0,0005 1 N 4780 
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D0-35 
(CB-102) 

TABLE 59- Voltage reference diodes (temperature compensated) 
TABLEAU 59- Diodes de reference de tension (compensees en temperature) 

Pz =500 mW I tamb =25°C Tolerance ± 5% 
Tol~rance 

I 
Type Case 
Type BoTtler 

*1N 935 D0-35 

*1N 936 D0-35 

*1N 937 D0-35 

*1N 938 D0-35 

*1N 939 D0-35 

*1N 935 A D0-35 

-lf1N 936 A D0-35 

*1N 937 A D0-35 

*1N 938 A D0-35 

*1N 939 A D0-35 

*1N 935 B D0-35 

-lf1N 936 B D0-35 

*1N937B D0-35 

-lf1N938B D0-35 

*1N 939 B D0-35 

*Preferred device 
Dispositif recommande 

112 

VzT /zT I'ZT lVI (mAl In! 
nom. max. 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

9 7,5 20 

Test temperatures 
Temperatures de mesure 

(OC) 

0 +25 +75 

0 +25 +75 

0 +25 +75 

0 +25 +75 

0 +25 +75 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

-55 0 +25 +75 +100 

tamb = 25• C 

Avz 
I 

ttvz See data sheet 
lVI 1%/•ci Voir notice 

max. ~max. 

0,067 O,Dl 1N 935 

0,033 0,005 1N 935 

0,013 0,002 1N 935 

0,006 0,001 1N 935 

0,003 0,0005 1N 935 

0,139 0,01 1N 935 

0,069 0,005 1N 935 

0,027 0,002 1N 935 

0,013 0,001 1N 935 

0,007 0,0005 1N 935 

+150 0,184 0,01 1N 935 

+150 0,092 0,005 1N 935 

+150 0,037 0,002 1N 935 

+150 0,018 0,001 1N 935 

+150 0,009 0,0005 1N 935 



D0-35 
(CB-102) 

D0-41 
(CB-101) 

D0-4 
(CB-33) 

D0-5 
(CB-34) 

TABLE 60- Voltage regulator and voltage transient suppresor diodes 
TABLEAU 60- Diodes de regulation de tension et de protection 

tamb = 25o C 

TENTATIVE DATA, DEVELOPMENTAL DEVICES 
CARACTERIST/OUES PROVISO/RES, 0/SPOS/T/F EN DEVELOPPEMENT 

tp ~~~5ms tp =10JlS 
s1nus 

Type Cuse VzT Pz PzsM WzsM PzsM WZSM 
Type Boitier lVI IWI IWI (mJI (WI (mJl 

mm, nom max. max. max. max. max. max. 

ESM 109- D15 D0-35 13 15 16,5 0.4 

ESM 109- D33 D0-35 29 33 36 0.4 

ESM 109- D82 D0-35 73 82 91 0,4 5 32 400 2,6 

ESM 109- D120 D0-35 105 120 135 0.4 lnd1c<Jt1ve values 

ESM 109 - D220 D0-35 200 220 245 0,4 Va/eurs ind1catives 

ESM 110- D15 D0-41 13 15 16,5 1 

ESM 110- D33 D0-41 29 33 36 1 

ESM 110- D82 D0-41 73 82 91 1 10 64 800 5,2 

ESM 110- D120 D0-41 105 120 135 1 lndiC<Itlve values 

ESM 110- D220 D0-41 200 220 245 1 Va/eurs indicatives 

ESM 111- D15 D0-4 13 15 16,5 10 

ESM 111- D33 D0-4 29 33 36 10 

ESM 111- D82 D0-4 73 82 91 10 150 960 8000 52 
ESM 111 - D 120 D0-4 105 120 135 10 

ESM 111 - D220 D0-4 200 220 245 10. lnd1cattve values 
Va/eurs indicatives 

ESM 111 - D390 D0-4 350 390 430 10 

ESM 112-D15 D0-5 13 15 16,5 50 

ESM 112- D33 D0-5 29 33 36 50 

ESM 112- D82 D0-5 73 82 91 50 700 4500 35000 220 
ESM 112- D120 D0-5 105 120 135 50 

ESM 112- D220 D0-5 200 220 245 50 lnd1Ctlt1ve vnlues 
Valeurs mdicatives 

ESM 112- D390 D0-5 350 390 430 50 

See dnta sheet 
Voir notice 

ESM 109- D15 

ESM 109- D15 

ESM 109- D15 

ESM 109- D15 

ESM 109- D15 

ESM110-D15 

ESM110-D15 

ESM 110- D15 

ESM110-D15 

ESM110-D15 

ESM111-D15 

ESM111-D15 

ESM 111- D15 

ESM 111- D15 

ESM111-D15 

ESM 111- D15 

ESM 112-D15 

ESM 112-D15 

ESM 112- D15 

ESM112-D15 

ESM 112-D15 

ESM112-D15 

ESM 111 and ESM 112 can be supplied with anode or cathode connected to case, add suffrx R for anode connected to case. 
ESM 111 et ESM 112 peuvent ~tre fourms avec anode ou cathode au boitier, ajouter le sufftxe R pour anode au boitmr. 
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D0-7 
(CB-26) 

TABLE 61- Silicon rectifier diodes- normal series tamb = 25o C 
TABLEAU 61- Diodes de redressement au si!icium- stirie normale 

VRRM 1oper. lo 
1FSM VF I IF I 

IR (21

1 

IR 121 C 131 

I IAI ("AI I"AI llpFI See data sheet Type Case lVI (OCI lA) lVI (A) 
Type Boitier tp =10ms 25°C 100°C Voir notice 

max. max. max. max. 
max. max. 

BY183-50 D0-7 50 +125 0,2 2 1,2 0,1 BY 183-50 

BY 183- 100 D0-7 100 +125 0,2 2 1,2 0,1 BY 183-50 

BY 183-200 D0-7 200 +125 0,2 1,2 0,1 BY 183-50 

BY 183- 300 D0-7 300 +125 0,2 2 1,2 0,1 BY 183-50 

BY 183- 400 D0-7 400 +125 0,2 2 1,2 0,1 BY 183-50 

BY 183- 500 D0-7 500 +125 0,2 2 1,2 0,1 BY 183-50 

BY 183-600 D0-7 600 +125 0,2 2 1,2 0,1 BY 183-50 

*BYX 60- 50 (60J2) D0-7 50 +125 0,4 2,511 I 1,2 0,4 50 12 BYX 60-50 

:\'BYX 60~100 (61J2) D0-7 100 +125 0,4 2,Si11 1,2 0,4 so 12 BYX 60- SO 

*BYX 60-200 (62J2) D0-7 200 +125 0,4 2,511 I 1,2 0,4 50 12 BYX 60-50 

*BYX 60-300 (63J2) D0-7 300 +12S 0,4 2,Si1) 1.2 0.4 so 12 BYX 60-50 

*BYX 60-400 (64J2) D0-7 400 +125 0,4 2,511 I 1,2 0,4 0,5 50 12 BYX 60-50 
*BYX 60-500 (65J2) D0-7 500 +125 0,4 2,5111 1,2 0,4 O,S 50 12 BYX 60-50 

*BYX 60-600 (66J2) D0-7 600 +125 0.4 2,Si11 1,2 0,4 O,S 50 12 BYX 60- SO 
-K-BYX 60-700 (67J2) D0-7 700 +125 0,4 2,511 I 1,2 0,4 0,5 50 12 BYX 60-50 

*1N 64S D0-7 22S +150 0,4 3 (1) 0,4 0,2 15 8§ 1N 64S 
-K-1N 646 D0-7 300 +150 0,4 311 I 0,4 0,2 15 8§ 1N 645 
-K-1N 647 D0-7 400 +150 0,4 3111 0,4 0,2 20 8§ 1N 645 

*1N 648 D0-7 500 +1SO 0,4 3(1) 0,4 0,2 20 8§ 1N 64S 
-K-1N 649 D0-7 600 +150 0,4 311 I 0,4 0,2 25 8§ 1N 645 

*Preferred device § Typical value 11 I tp =1 s 121 VR =VRRM 
D1spositif recommande Valeur typique 131 VR =12V 
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D0-29 D0-4 
(CB-126) (CB-33) 

TABLE 61- (continued) 
TABLEAU 61- (suite) 

VRRM toper. 'a 1FSM VF I IF 1R I VRRM Type Case lA) See data sheet 
Type BaTtier IV) (OC) (A) lVI (A) 

Voir notice 
max. max. max. 

tp =10ms 
max. I"A) 

max. max. 

ESM 100 00-29 100 +175 1 (1) 50 10 ESM 100 

1N 43B3 00-29 200 +175 1(1) 50 10 ESM 100 

1N 4384 00-29 400 +175 111) 50 10 ESM 100 
~~ 

1N 4385 00-29 600 +175 111) 50 10 ESM 100 ~ 
1N 4585 00-29 BOO +175 111) 50 10 ESM 100 

1N 4586 00-29 1000 +175 1(1) 50 10 ESM 100 

l!-1N 1581 00-4 50 +175 3(2) 40 1,5 3 5 (4) 1N 1581 

*1N 1582 00-4 100 +175 3(2) 40 1,5 3 5 (4) 1N 1581 

*1N 1583 00-4 200 +175 312) 40 1,5 3 5 (4) 1N 1581 

*1N 1584 00-4 300 +175 312) 40 1,5 3 5 (4) 1N 1581 

l!-1N 15B5 00-4 400 +175 3 12) 40 1,5 3 5 14) 1N 15B1 

*1N 15B6 00-4 500 +175 3 (2) 40 1,5 3 5(4) 1N 1581 

>1'1N 1587 00-4 600 +175 3 (2) 40 1,5 3 5 (4) 1N 15B1 

-H-42 R2 00·4 200 +150 6 (3) 75 1,3 6 4,5 (4) 42 R2 

*44 R2 00-4 400 +150 6 (3) 75 1,3 6 2,5 14) 42 R2 

*46 R2 00-4 600 +150 6 (3) 75 1,3 6 1,5141 42 R2 

*48 R2 00-4 BOO +150 6 (3) 75 1,3 6 1 (4) 42 R2 

-H-62 R2 00-4 200 +150 12 (3) 150 1,3 12 4,5 (4) 62 R2 

*64 R2 00-4 400 +150 12 (3) 150 1,3 12 2,5 (4) 62 R2 

*66 R2 00-4 600 +150 12 (3) 150 1,3 12 1,5 (4) 62 R2 

"F68 R2 00-4 800 +150 12 (3) 150 1,3 12 1 (4) 62 R2 

*Preferred dev1ce § Typical value (1) lamb= 50°C (2) tease= 1500C 131 tease =125°C 14) mA/tvj =150°C 
Disposttif recommand~ Valeur typ1que 
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TABLE 61- (continued) 
TABLEAU 61- (suite) 

Type Case 
Type Boitier 

*1N248 8 D0-5 

>¥1N 249 8 00-5 

*1N 250 8 D0-5 

1N 1195 A 00-5 

1N 1196 A D0-5 

1N 1197 A D0-5 

1N 1198A D0-5 

*22 R2 D0-5 

*24 R2 D0-5 

*26 R2 D0-5 

*28 R2 00-5 

*30 R2 D0-5 

*32 R2 00-5 

*34 R2 00-5 

*36 R2 00-5 

*38 R2 D0-5 

*Preferred device 
DJsposJtif recammande 

116 

VRRM 
lVI 

50 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

200 

400 

600 

800 

1000 

200 

400 

600 

800 

§ Typical value 
Valeur typtque 

D0-5 
IC8-34) 

1oper Ia 
1FSM VF I IF 

1R/ VRRM 
lA) 

limA) See duta sheet (OC) lA) lVI lA) 
tp =10 ms t . ;::;150°C Vou not1ce 

VI 
max. max. 

+175 20 Ill 250 1,5 50 5 1N 248 8 

+175 20 Ill 250 1,5 50 5 1N 248 8 

+175 20 Ill 250 1,5 50 5 1N 248 8 

+175 20 111 250 1,3 20 1N 1195 A 

+175 20 Ill 250 1,3 20 5 1N 1195 A 

+175 20 Ill 250 1,3 20 5 1N 1195 A 

+175 20 Ill 250 1,3 20 5 1N 1195 A 

+150 20 121 250 1,3 20 4,5 22 R2 

+150 20 121 250 1,3 20 2,5 22'R2 

+150 20 121 250 1,3 20 1,5 22 R2 

+150 20 121 250 1,3 20 22 R2 

+150 20 121 250 1,3 20 22 R2 

+150 35 (3) 500 1,3 35 4,5 32 R2 

+150 35 131 500 1,3 35 4,5 32 R2 

+150 35 131 500 1,3 35 4,5 32 R2 

+150 35131 500 1,3 35 3 32 R2 

111 tease =150°C 121 tease= 120'C 131 tease =110'C 



/~ 
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// 

/ D0-7 D0-4 D0-5 
(CB-26) (CB-33) (CB-34) 

TABLE 62- Silicon rectifier diodes- controlled avalanche 
tease= zso C 

TABLEAU 62- Diodes de redressement au si/icium- avalanche contr6tee 

VRRM 1oper. 
10 

1 

1FsM VF I IF V(BR) 1R/VRRM 
Type Case lVI I °CI I (A) (A) lVI IAI lVI I (mAl See data sheet 
Type Boftter max. tp =10 ms t =150°C Voir notice 

max, max. max. min. max. VJ 
max. max. 

*166J2 00-7 600 +150 0,4 (1) 3 (5) 1 (1) 0,4 700 (1) 1000 (1) 60 161 166 J2 

*168 J2 00-7 800 +150 0,4 11 I 3 (5) 1 111 0,4 900 (1) 1200 (1) 60 16) 166 J2 

*46 R 2 S 00-4 600 +150 6 (2) 75 1,3 6 700 1,5 46 R 2 S 

*48 R 2 S 00-4 800 +150 6 121 75 1,3 6 900 1 46 R 2 S 

*50 R 2 S 00-4 1000 +150 6121 75 1,3 6 1150 46 R 2 S 

*'66 R 2 S D0-4 600 +150 12 121 150 1,3 10 700 1,5 66 R 2 S 

*68 R 2 S 00-4 800 +150 12 121 150 1,3 10 900 66 R 2 S 

*70 R 2 S 00-4 1000 +150 12 121 150 1,3 10 1150 66 R 2 S 

*72 R 2 S 00-4 1200 +150 12 121 150 1,3 10 1300 66 R 2 S 

*26 R 2 S 00-5 600 +150 20 131 250 1,3 20 700 1,5 26 R 2 S 

*28 R 2 S 00-5 800 +150 20 (3) 250 1,3 20 900 26 R 2 S 

*30 R 2 S D0-5 1000 +150 20 (3) 250 1,3 20 1150 26 R 2 S 

*212 R 25 D0-5 1200 +150 20131 250 1,3 20 1300 26 R 2 S 

>:-36 R 2 S D0-5 600 +150 35 141 500 1,3 35 700 4,5 36 R 2 S 

*38 R 2 S 00-5 800 +150 35 14) 500 1,3 35 900 3 36 R 2 S 

*40 R 2 S 00-5 1000 +150 35141 500 1,3 35 1150 3 36 R 2 S 

*312R2S D0-5 1200 +150 35 141 500 1,3 35 1300 3 36 R 2 S 

*Preferred device 
Dtspositd recommande 

~ Typical value 
Valeur typ1que 

111 lamb =25°C 121 tease =125°C 131 tease -120°C 
141 tease= 110°C lSI lamb =25°C, tp = 1 s 16) lamb= 100°C 
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D0-7 D0-4 D0-5 
(CB-26) (CB-33) (CB-34) 

TABLE 63- Silicon rectifier diodes- fast recovery series tease= 25o C 
TABLEAU 63- Diodes de redressement au si/icium- serie rapide 

I 
VRRM 

1 

1 

1 

1o 
1

1FsM 
VF /IF 'rr 1 1R I VRRM 

Type Case lVI 1"J',I{" (A) (A) lVI (A) (ns) (mAl See data sheeta 
Type BaTtier t =100°C t :::10ms t =100°C Voir notice 

max. max. case p max. max. case 
max. max. max. 

BA 199-250 D0-7 250 150 0,4 (1) 2 (2) 0,1 1000 0,1 (3) BA 199-250 

BA 199-350 D0-7 350 150 0,4 (1) 2 (2) 0,1 1000 0,1 (3) BA 199-250 

BA 199-450 D0-7 450 150 0,4 (1) 2(2) 0,1 1000 0,1 13) BA 199- 250 

BA 199- 550 D0-7 550 150 0,4 11) 2 (2) 0,1 1000 0,1 (3) BA 199- 250 

BY 191 P-250 D0-4 250 150 414) 20 1,2 4 500 0,05 (4) BY 191 P 

BY191P-400 D0-4 550 150 4 (4) 20 1,2 4 500 0,05141 BY 191 P 

BYX 66-400 D0-4 400 150 12 150 1,5 12 500 (5) 3 BYX 66-400 

*BYX 66-600 D0-4 600 150 12 150 1,5 12 500 (5) 3 BYX 66-400 

-k-BYX 66-800 D0-4 800 150 12 150 1,5 12 500 (5) 3 BYX 66-400 

-k-BYX 66- 1000 D0-4 1000 150 12 150 1,5 12 500 (5) 3 BYX 66-400 

BYX 67-400 D0-5 400 150 30 300 1,5 30 500 (5) 10 BYX 67-400 

*BYX 67-600 D0-5 600 150 30 300 1,5 30 500 (5) 10 BYX 67-400 

*BYX 67-800 D0-5 800 150 30 300 1,5 30 500 (5) 10 BYX 67-400 

*BYX 67- 1000 D0-5 1000 150 30 300 1,5 30 600151 10 BYX 67-400 

*1N 3879 D0-4 50 150 6 75 1,4 6 200 1N 3879 

*1N 3880 D0-4 100 150 6 75 1,4 6 200 1N 3879 

*1N 3881 D0-4 200 150 6 75 1,4 6 200 1N 3879 

*1N 3882 D0-4 300 150 6 75 1,4 6 200 1N 3879 

*1N 3883 D0-4 400 150 6 75 1,4 6 200 1N 3879 

*Preferred device 
Dispositif recommandtJ 

111 'amb -25oc 
(2) tp = 1 s 

131 lamb - 100 ° C (51 Soft recovery waranted 
(4) tease = 25 ° C Recouvrement progressif garanti 
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TABLE 63- (continued) 
TABLEAU 63- (suite) 

Type Case 
Type Battier 

*1N 3889 00·4 

lf1N 3890 00-4 

*1N 3891 00-4 

*1N 3892 004 

*1N 3893 00·4 

*8YX 62 · 600 00-4 

*1N 3899 00·5 

*1N 3900 00·5 

*1N 3901 00·5 

*1N 3902 00·5 

*1N 3903 00·5 

*8YX 63.600 00·5 

*1N 3909 00·5 

*1N 3910 00.5 

*1N 3911 00·5 

*1N 3912 00·5 

*1N 3913 D0·5 

#BYX 64 · 600 00·5 

lfBYX 61 ·50 004 

*BYX 61 ·100 00-4 

*BYX 61 · 200 004 

*BYX 61 · 300 00-4 

*BYX 61 · 400 00-4 

*BYX 65 ·50 00·5 

*BYX 65 · 100 00·5 

lfBYX 65 · 200 00·5 

*BYX 65.300 00·5 

*BYX 65 · 400 00·5 

*Preferred device 
Dispositif recommande 

V t 10 1FSM 
ARM I oper., (A) I (A) 
(V) (OC) tcase=100oCtp=10ms 

max. max. max. max. 

50 150 12 150 

100 150 12 150 

200 150 12 150 

300 150 12 150 

400 150 12 150 

600 150 12 150 

50 150 20 225 

100 150 20 225 

200 150 20 225 

300 150 20 225 

400 150 20 225 

600 150 20 225 

50 150 30 300 

100 150 30 300 

200 150 30 300 

300 150 30 300 

400 150 30 300 

600 150 30 300 

50 150 12 150 

100 150 12 150 

200 150 12 150 

300 150 12 150 

400 150 12 150 

50 150 30 300 

100 150 30 300 

200 150 30 300 

300 150 30 300 

400 150 30 300 

VF I IF 
1R I VRRM 

t,, I lmA) 
IV) lA) {ns) t =100 °C 

See data sheet 
Voir notice 

max. max. casemax. 

1,4 12 200 3 1N 3889 

1,4 12 200 3 1N 3889 

1,4 12 200 3 1N 3889 

1,4 12 200 3 1N 3889 

1,4 12 200 3 1N 3889 

1,4 12 200 3 1N 3889 

1,4 20 200 6 1N 3899 

1,4 20 200 6 1N 3899 

1,4 20 200 6 1N 3899 

1,4 20 200 6 1N 3899 

1,4 20 200 6 1N 3899 

1,4 20 200 6 1N 3899 
. "'* ' 

1,4 30 200 6 1N 3909 
~£> 

1,4 30 200 6 1N 3909 

1,4 30 200 6 1N 3909 

1,4 30 200 6 1N 3909 

1,4 30 200 6 1N 3909 

1,4 30 200 6 1N 3909 

1,4 12 100 3 BYX61·5D 

1,4 12 100 3 BYX 61 ·50 

1,4 12 100 3 BYX 61 ·50 

1,4 12 100 3 BYX 61 ·50 

1,4 12 100 3 8YX 61 ·50 

1,5 30 100 10 BYX 65.50 

1,5 30 100 10 BYX 65 ·50 

1,5 30 100 10 BYX 65 ·50 

1,5 30 100 10 BYX 65 ·50 

1,5 30 100 10 BYX 65 ·50 
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/ I 
CB-28 ~° CB-32 

CB-47 CB-48 

TABLE 64- High voltage silicon rectifiers (epoxy encapsulation) tamb = 25° C 
TABLEAU 64- Redresseurs haute tension au silicium (moulage epoxy) 

Type 
Type 

1N 2901 

*1N 2911 

1N 2919 

1N 2923 

*0,5 RM 80 

0,5 RM 100 

0,5 RM 120 

".\'0,5 RM 150 

*1 RM 40 

*1 RM 80 

1 RM 150 

*1 RM 250 

6 RM 36 

*6 RM 42 

6 RM 48 

6 RM 56 

6 RM 64 

6 RM 72 

*6 RM 80 

On request 
Surdemande 

VRRM 
Case (V) 
BaTtier 

max. 

CB-28 3000 

CB-29 4000 

CB-29 5000 

CB-30 6000 

CB-31 8000 

CB-32 10000 

CB-32 12000 

CB-32 15000 

CB-47 4000 

CB-47 8000 

CB-47 15000 

CB-47 25000 

CB-48 3600 

CB-48 4200 

CB-48 4800 

CB-48 5600 

CB-48 6400 

CB-48 7200 

CB-48 8000 

'o 
1FSM l'oper. 

(AI 
(A) 

(OC) 
tp =1 s 

max. max. 
max. 

0,25 2 150 

0,25 2 150 

0,25 2 150 

0,25 2 150 

0,25 2 150 

0,25 2 150 

0,25 2 150 

0,25 2 150 

0,5 6* 150 

0,5 6* 150 

0,5 6* 150 

0,5 6* 150 

2 25* 125 

2 25* 425 

2 25* 125 

2 25* 125 

2 25* 125 

2 25* 125 

2 25'* 125 

VF I IF 
IR I 

(VI (A) 
(~AI 

25°C 
max. 

max, 

6 0,25 0,5 

8 0,25 0,5 

10 0,25 0,5. 

12 0,25 0,5 

16 0,25 0,5 

20 0,25 0,5 

24 0,25 0,5 

'30 0,25 0,5 

8 0,5 

18 0,5 

28 0,5 

50 0,5 

6 1,5 100 

7 1,5 100 

8 1,5 100 

8 1,5 100 

8 1,5 100 

8 1,5 100 

8 1,5 100 

VRRM 
See data sheet 

100°C Voir notice 

max. 

30 1N 2901 

30 1N 2901 

30 1N 2901 

30 1N 2901 

30 1N 2901 

30 1N 2901 

30 1N 2901 

30 1N 2901 

1N 2901 

1N 2901 

1N 2901 

1N 2901 

1N 2901 

1N 2901 

1N 2901 

1N 2901 

1N 2901 

1N 2901 

1N 2901 

High voltage rectifier stack: 
Elements redresseurs haute tension sur ailette: 6000 V < VRRM < 20000 V lo < 5 A/tamb =25oc controlled trr r,garanri 

*Preferred device 
Dispositif recommand~ 
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§ Typical value 
Valeur typique 
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T0-46 T0-18 T0-39 
(CB-10) (CB·B) (CB-7) 

TABLE 65- Thyristors· normal series 
TABLEAU 65- Thyristors· serie norma/e 

1
1Trms I 'case I 

1
T:_M 

1GT 
VRRM VDRM toper. (mAl 

Type Case lVI (V) A (oC) tp-10ms I °CI t"J=25°C See data sheet 
Type Boitier I ) IAI tease =25 oc .. Voir notice 

max. max. max. min max 
max. 

BOT 4 T0-4B 25 25 0,2B 2511) 5 -40 +100 0,2 BOT 4 

61 T 4 T0-4B 50 50 0,2B 25(1) -40 +100 0,2 BOT 4 

B2 T 4 T0-46 100 100 0,2B 25 Ill 5 -40 +100 0,2 BOT 4 .. _:.' 

B4 T 4 T0-46 200 200 0,2B 25 Ill 5 -40 +100 0,2 BOT 4 'i?t~ 
-~ ~ . -~ 

2N 877 T0-18 30 30 0,5 70 5 -B5 +125 0,2* 2N 877 

2N 878 T0-18 BO BO 0,5 70 5 -B5 +125 0,2" 2N 877 

2N 879 T0-18 100 100 0,5 70 5 -B5 +125 0,2' 2N 877 
2N 880 T0-18 150 150 0,5 70 5 -65 +125 0,2* 2N 877 

2N 881 T0-18 200 200 0,5 70 5 -B5 +125 0,2* 2N 877 

2N 2322 T0-39 25 25 1,6 85 15 -65 +125 0,2* 2N 2322 

2N 2323 T0-39 50 50 1,B 85 15 -B5 +125 0,2* 2N 2322 

2N 2324 T0-39 100 100 1,B 85 15 -B5 +125 0,2* 2N 2322 

2N 2325 T0-39 150 150 1,B 85 15 -B5 +125 0,2* 2N 2322 

2N 2326 T0-39 200 200 1,6 85 15 -65 +125 0,2" 2N 2322 

2N 2327 T0-39 250 250 1,6 85 15 -65 +125 0,2* 2N 2322 

2N 2328 T0-39 300 300 1,B 85 15 -B5 +125 0,2* 2N 2322 

2N 2329 T0-39 400 400 1,6 85 15 -65 +125 0,2* 2N 2322 

*10 T 4 S T0-39 25 25 1,6 40 15 -40 +100 0,2 10 T 4 S 

*-11 T4S T0-39 50 50 1,6 40 15 -40 +100 0,2 10 T 4 S 

*12 T 4 S T0-39 100 100 1,6 40 15 -40 +100 0,2 10 T 4 S 

*14 T 4 S T0-39 200 200 1,6 40 15 -40 +100 0,2 10T 4S 

*-16T4S T0-39 300 300 1,6 40 15 -40 +100 0,2 10 T4 S 

*17T4S T0-39 400 400 1,B 40 15 -40 +100 0,2 10T 4 S 

*Preferred device § Typical value Ill tamb( ° C) 
Dispositif recommande Valeur typique 
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I 
T0-39 
(CB-7) 

TABLE 65- (continued) 
TABLEAU 65- (suite) 

1TSM 1GT 

Type Case VRRM I VDRM 11Tcm' /•ca'e 
I 

tp=10ms toper. I mAl 
See data sheet 

Type Boitier lVI lVI (A) (OC) (OCJ tvj=25°C Voir notice 
max. 

IAI 
min mex tease ;;;;25 oc"' max. max. 

mux. max. 

-ii'2N 1595 T0-39 50 50 1,6 80 15 -65 +125 10* 2N 1595 

*2N 1596 T0-39 100 100 1,6 80 15 -65 +125 10* 2N 1595 

*2N 1597 T0-39 200 200 1,6 80 15 -65 +125 10* 2N 1595 

*2N 1598 T0-39 300 300 1,6 80 15 -65 +125 10' 2N 1595 

*2N 1599 T0-39 400 400 1,6 80 15 -65 +125 10* 2N 1595 

*10T4 T0-39 25 25 1,6 40 15 -40 +100 10 lUT 4 

*11 T4 T0-39 25 25 1,6 40 15 -40 +100 10 10 T 4 

*12T4 T0-39 100 100 1,6 40 15 -40 +100 10 10T4 

*14T4 T0-39 200 200 1,6 40 15 -40 +100 10 10T4 

*16T4 T0-39 300 300 1,6 40 15 -40 +100 10 10T4 

*l7"T4 T0-39 400 400 1,6 40 15 -40 +100 10 10T4 

*BRY 54-100 T0-39 100. 100 2,5 70 60 -40 +100 20 BRY 54- 100 

*BRY54-100T T0-39 100 100 2,5 85 60 -40 +125 20 BRY 54- 100 T 

*BRY 54-200 T0-39 200 200 2,5 70 60 -40 +100 20 BRY 54- 100 

*BRY 54-200 T T0-39 200 200 2,5 85 60 -40 +125 20 BRY 54- 100 T 

"'BRY 54-300 T0-39 300 300 2,5 70 60 -40 +100 20 BRY 54- 100 

li-BRY 54-300T T0-39 300 300 2,5 85 60 -40 +125 20 BRY54-100T 

*BRY 54-400 T0-39 400 400 2,5 70 60 -40 +100 20 BRY 54- 100 

*BRY 54-400T T0-39 400 400 2,5 85 60 -40 +125 20 BRY 54-lOOT 

*BRY 54-500 T0-39 500 500 2,5 70 60 -40 +100 20 BRY 54- 100 

*B RY 54-500 T T0-39 500 500 2,5 85 60 -40 +125 20 BRY 54 -lOOT 

*BRY 54-600 T0-39 600 600 2,5 70 60 -40 +100 20 BRY 54- 100 

*B RY 54-600 T T0-39 600 600 2,5 85 60 -40 +125 20 BRY 54- 100 T 

*Preferred device § Typical value 
Dispositif recommande Valeur typique 
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TABLE 65- (continued) 
TABLEAU 65- (suite) 

Type Case 
Type Boitier 

2N 3228 T0-66 

2N 3525 T0-66 

2N 4101 T0-66 

*BTW 27- 100 R T0-66 

*BTW 27 - 200 R T0-66 

*BTW 27 - 300 R T0-66 

*BTW 27 - 400 R T0-66 

*BTW 27 - 500 R T0-66 

>I<BTW 27 - 600 R T0-66 

*2N 1770 T0-64 

*2N 1770 A T0-64 

>¥2N 1771 T0-64 

*2N 1771 A T0-64 

*2N 1772 T0-64 

*2N 1772 A T0-64 

*2N 1773 T0-64 

>¥2N 1773 A T0-64 

*2N 1774 T0-64 

*2N 1774 A T0-64 

*Preferred device 
Dispositif recommande 

T0-66 
(CB-72) 

VRRM 
V I t 1TSM I DRM I Trms / case I t =10 ms 

(VI (VI (AI ( °C) P 

max. max. max. (A) 

200 200 

400 400 

600 600 

100 100 

200 200 

300 300 

400 400 

500 500 

600 600 

25 25 

25 25 

50 50 

50 50 

100 100 

100 100 

150 150 

150 150 

200 200 

200 200 

§ Typical value 
Valeur typique 

max. 

5 75 75 

5 75 75 

5 75 75 

7,4 75 100 

7,4 75 100 

7,4 75 100 

7,4 75 100 

7,4 75 100 

7,4 75 100 

7,4 60 60 

7,4 105 60 

7,4 60 60 

7,4 105 60 

7.4 60 60 

7,4 105 60 

7,4 60 60 

7.4 105 60 

7,4 60 60 

7.4 105 60 

T0-64 
(CB-71) 

toper. 
(OC) 

min max 

-40 +100 

-40 +100 

-40 +100 

-20 +100 

-20 +100 

-20 +100 

-20 +100 

-20 +100 

-20 +100 

-65 +125 

-65 +150 

-65 +125 

-65 +150 

-65 +125 

-65 +150 

-65 +125 

-65 +150 

-65 +125 

-65 +150 

1GT 
(mAl See data sheet 

tvj=25°C Voir notice 
t ;::25°C" 
case 

max. 

15 2N 3228 

15 2N 3228 

15 2N 3228 

50 BTW 27- 100 R 

50 BTW 27- 100 R 

50 BTW 27- 100 R 

50 BTW 27- 100 R 

50 BTW 27- 100 R 

50 BTW 27- 100 R 

15 2N 1770 

15 2N 1770 A 

15 2N 1770 

15 2N 1770 A 

15 2N 1770 

15 2N 1770 A 

15 2N 1770 

15 2N 1770 A 

15 2N 1770 

15 2N 1770 A 
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T0-64 
(CB-71) 

TABLE 65- (continued) 
TABLEAU 65- (suite) 

Type Case 
Type Boft1er 

*2N 1775 T0-64 

*2N 1775 A T0-64 

*2N 1776 T0-64 

*2N 1776 A T0-64 

*2N 1777 T0-64 

*2N 1777 A T0-64 

*2N 1778 T0-64 

*2N 2619 T0-64 

2N 1842 T0-48 

2N 1843 T0-4S 

2N 1S44 T0-4S 

2N 1S45 T0-4S 

2N 1S46 T0-4S 

2N 1847 T0-48 

2N 1S4S T0-4S 

2N 1849 T0-48 

2N 1850 T0-48 

C36 M T0-4S 

c 36 s T0-48 

C 36 N T0-48 

*Preferred device 
Dispositif recommande 
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VRRM VDRM 1
1Trms ~case 

lVI lVI (A) (OC) 

max. max. max. 

250 250 

250 250 

300 300 

300 300 

400 400 

400 400 

500 500 

600 600 

25 25 

50 50 

100 100 

150 150 

200 200 

250 250 

300 300 

400 400 

500 500 

600 600 

700 700 

BOO BOO 

§ Typical value 
Valeur typique 

7,4 60 

7,4 105 

7,4 60 

7.4 105 

7,4 60 

7.4 105 

7,4 60 

7.4 105 

16 35 

16 35 

16 35 

16 35 

16 35 

16 35 

16 35 

16 35 

16 35 

16 35 

16 35 

16 35 

~ ' ' 

T0-48 
(CB-66) 

1TSM 
to par. 

1GT 
l'p=10ms (mAl 

See data sheet (OCJ tvj=25 °C 
(A) Voir notice 

min max t ::;;25 °C* cose 
max. max. 

60 -65 +125 15 2N 1770 

60 -65 +150 15 2N 1770 A 

60 -65 +125 15 2N 1770 

60 -65 +150 15 2N 1770 A 

60 -65 +125 15 2N 1770 

60 -65 +150 15 2N 1770 A 

60 -65 +125 15 2N 1770 

60 -65 +125 15 2N 1770 

125 -40 +100 80* 2N 1842 

125 --40 +100 so• 2N 1S42 

125 --40 +100 so· 2N 1S42 

125 --40 +100 so· 2N 1842 

125 --40 +100 so• 2N 1S42 

125 -40 +100 so· 2N 1842 

125 --40 +100 80* 2N 1842 

125 -40 +100 so• 2N 1842 

125 -40 +100 80* 2N 1842 

125 -40 +100 so• 2N 1S42 

125 -40 +100 80* 2N 1842 

125 -40 +100 80* 2N 1842 



TABLE 65- (continued) 
TABLEAU 65- (suite) 

Type Case 
Type Boitier 

2N 681 T0-48 

2N 682 T0-48 

2N 683 T0-48 

2N 684 T0-48 

2N 685 T0-48 

2N 686 T0-48 

2N 687 T0-48 

2N 688 T0-48 

2N 689 T0-48 

2N 690 T0-48 

2N 691 T0-48 

2N 692 T0-48 

*2N 5204 T0-48 

*2N 5205 T0-48 

*2N 5206 T0-48 

*2N 5207 T0-48 

*Preferred device 
Dispositif recommande 

VRRM VDRM 
lVI lVI 

max, max. 

25 25 

50 50 

100 100 

150 150 

200 200 

250 250 

300 300 

400 400 

500 500 

600 600 

700 700 

800 800 

600 600 

800 800 

1000 1000 

1200 1200 

§ Typical value 
Valeur typique 

~ ' 

T0-48 
(CB-66) 

1Trms /'case 
1TSM 

tp=10ms 
IAI (OCI 

!AI max. 
max. 

35 65 150 

35 65 150 

35 65 150 

35 65 150 

35 65 150 

35 65 150 

35 65 150 

35 65 150 

35 65 150 

35 65 150 

35 65 150 

35 65 159 

35 40 300 

35 40 300 

35 40 300 

35 40 300 

1oper. 
1GT 
(mAl 

(OCI tvj=25°C See data sheet 
Voir notice 

m1n max tease =25 oc• 
max. 

-65 +125 40* 2N 681 

-65 +125 40* 2N 681 

-65 +125 40* 2N 681 ~ 
-65 +125 40* 2N 681 

fi~ -65 +125 40* 2N 681 

-65 +125 40* 2N 681 

-65 +125 40* 2N 681 

-65 +125 40* 2N 681 

-65 +125 40* 2N 681 

-65 +125 40* 2N 681 

-65 +125 40* 2N 681 

-65 +125 40* 2N 681 

-40 +125 40* 2N 5204 

-40 +125 40* 2N 5204 

-40 +125 40* 2N 5204 

-40 +125 40* 2N 5204 
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~ I 
T0-66 T0-48 
(CB-72) (CB·66) 

TABLE 66- Thyristors- fast recoveries series tease= 25o C 
TABLEAU 66- Thyristors- serie rapide 

1 1 ~TSM rGT ~ I dv/dt I, VRRM VDRM 1Trms 1case _ (mAl J/dt 
Type Case lVI I lVI II A) I °C) 1p - 10 n VJ =25 °C I A/psi (~/p.s) (~s) See data sheet 
Type Boitier Voir notice 

max, max, max. (A) tease= '25 °C min. mm. max. 
max. max. 

BTW 27S- 200 R T0-66 100 200 70 80 50 200 200 5,5 BTW 27S · 200 R 

BTW 27SA-200 R T0-60 200 200 70 80 50 200 200 5,5 BTW 27S · 200 R 

BTW 27S- 300 R T0-66 100 300 70 80 50 200 200 5,5 BTW 27S · 200 R 
~ 

BTW 27SA -300 R T0-66 300 300 70 80 50 200 200 5,5 BTW 27S- 200 R -
BTW 27S- 400 R T0-66 100 400 70 80 50 200 200 5,5 BTW 27S · 200 R _jc;ll'iol--

BTW 27SA-400 R T0-66 400 400 70 80 50 200 200 5,5 BTW 27S · 200 R 

BTW 27S' 500 R T0-66 100 500 70 80 50 200 200 5,5 BTW 27S · 200 R 

*2N 3649 T0-48 50 50 35 40 180 180* 400 200 15 2N 3649 

>1<2N 3654 T0-48 50 50 35 40 180 180* 400 200 10 2N 3654 

*2N 3650 T0-48 100 100 35 40 180 180* 400 200 15 2N 3649 

*2N 3655 T0-48 100 100 35 40 180 180' 400 200 10 2N 3654 

*2N 3651 T0-48 200 200 35 40 180 180* 400 200 15 2N 3649 

*2N 3656 T0-48 200 200 35 40 180 180* 400 200 10 2N 3654 

*2N 3652 T0-48 300 300 35 40 180 180* 400 200 15 2N 3649 

*2N 3657 T0-48 300 300 35 40 180 180* 400 200 10 2N 3654 

*2N 3653 T0-48 400 400 35 40 180 180* 400 200 15 2N 3649 

*2N 3658 T0-48 400 400 35 40 180 180* 400 200 10 2N 3654 

*BTW 28 · 500 R T0-48 150 500 35 40 180 150' 1000 200 20 BTW 28-500 R 

-!fBTW28 A-500 R T0-48 500 500 35 40 180 150* 1000 200 20 BTW 28 · 500 R 

-!fBTW 28- 600 R T0-48 200 600 35 40 180 150* 1000 200 20 BTW 28-500 R 

-lfBTW28A-600 R T0-48 600 600 35 40 180 150* 1000 200 20 BTW 28-500 R 

*BTW 28- 700 R T0-48 250 700 35 40 180 150* 1000 200 20 BTW 28 · 500 R 

*BTW28A· 700 R T0-48 700 700 35 40 180 150* 1000 200 20 BTW 28-500 R 

*Preferred device § Typical value 
Dispositif recommande Valeur typique 
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II ~ 
T0-39 T0-66 
(CB-7) (CB-72) 

TABLE 67- Triacs 
TABLEAU 67- Triacs 

VDRM 1Trmsf'case' 1TSM 1GT1211GTIJI 'oper. I dv/dt 
Type Case lVI I lA I (°C)Itp=10 m~lmA) limA) II~C) (°C) IV/~s) See data sheet 
Type Boitier Voir notice 

max. max. max. max. max. mm. max. typ, 

ESM 22- 100 111 T0-39 100 2,5 75 50 20 40 -40 +115 250 ESM 22 · 200 

ESM 22 - 100 N 111 T0-39 100 2,5 75 50 30 -40 +115 250 ESM 22-200 

ESM 22-250 111 T0-39 250 2,5 75 50 20 40 -40 +115 250 ESM 22-200 

ESM 22 - 250 N 111 T0-39 250 2,5 75 50 30 --40 +115 250 ESM 22-200 

ESM 22 · 400 111 T0-39 400 2,5 75 50 20 40 -40 +115 250 ESM 22-200 

ESM 22 - 400 N 111 T0-39 400 2,5 75 50 30 -40 +115 250 ESM 22-200 

ESM 22-500 111 T0-39 500 2,5 75 50 20 40 --40 +115 250 ESM 22-200 

ESM22-500N 111 T0-39 500 2,5 75 50 30 --40 +115 250 ESM 22-200 

ESM 22-600 111 T0-39 600 2,5 75 50 20 40 -40 +115 250 ESM 22-200 

ESM22-600N 111 T0-39 600 2,5 75 50 30 -40 +115 250 ESM 22-200 

ESM 23- 100 111 T0-66 100 6 75 60 30 50 -40 +100 200 ESM 23 · 200 

ESM23-100N 111 T0-66 100 6 75 60 40 --40 +100. 200 ESM 23-200 

ESM 23-250 111 T0-66 250 6 75 60 30 50 --40 +100 200 ESM 23-200 

ESM 23 · 250 N 111 T0-66 250 6 75 60 40 --40 +100 200 ESM 23 · 200 

ESM 23-400 111 T0-66 400 6 75 60 30 50 -40 +100 200 ESM 23-200 

ESM23-400N 111 T0-66 400 6 75 60 40 -40 +100 200 ESM 23-200 

ESM 23-500 111 T0-66 500 6 75 60 30 50 -40 +100 200 ESM 23-200 
ESM 23- 500 N 111 T0-66 500 6 75 60 40 -40 +100 200 ESM 23-200 
ESM 23-600 111 T0-66 600 6 75 60 30 50 -40 +100 200 ESM 23-200 

ESM 23 - 600 N 111 T0-66 600 6 75 60 40 -40 +100 200 ESM 23-200 

11) Tentative data, developmental device 
Caractf!ristiques proviso/res, disposltif en diJVe!oppement 

121 IGT quadrants 1 · 2- 3 
Ouadr.ants 1 · 2-3 IGT 

131 IGT quadrant 4 
Quadrant 4 IGT 
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TABLE 68- Diac 
TABLEAU68- Diac 

Type Case 
Type Boitier 

v 413 D0-7 

VIBOI 
lVI 

m1n. 

±25 

D0-7 
(CB-26) 

D.V 
V(B0r(BOI1 -V(BOI21 ,;.~O 

lVI lVI %/oc 

max. max. typ. 

+40 3,5 0,1 

1(801 toper. 
See data sheet (mAl I °CI (OCI 
Voir notice 

max. min. max. 

0,2 -25 +100 v 413 
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TABLE 69- Diodes and/or thyristors stacks 
TABLEAU 69- Montages de diodes et!ou thyristors 

STACKS CODING SYSTEM 
CODE DE DESIGNATION DES MONTAGES 

s 
T 

TD 

Mounted components 
Elrmenrs de bJse 

S =Only d1odes 
D1odes Sf'Ufes 

T =Only thynstors 
TfJynsrnr~ ~ruts 

TO = M1xed 
M1xtes 

010dr.s + Thynstors 

02 
10 
20 

Approx1mate value 
of each d1ode or 
thymtor IQ 
Valeur approcht!e du 
I 0 de chaque d1ode 
o" thynstor 

Ex 02 =0,25 A 

10 =13 A 

On request other stacks available 
Autres montages posstbfes sur demande 

See next page some selected stacks 

VRRM max 
per cell 
par element 

F = 25 V 

H= SOV 

J = 100 v 
K= 200 V 

L = 300 V 

M= 400 V 

p = 500 v 
R= 600 V 
U= 700 V 

S = 800V 

T = 1000V 

Vo1r page suivanta une selection de montages. 
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Bas1c CirCuit 
Type de monrage 

A Back to back 
Thebeche 

B Smgle phase bndge 
Pont monophare 

C Center tap 
Va et vient 

0 Doubler 
Doubleur 

F Three phase bndge 
Pont tnphare 

(Open) s1ngle phase 
magnet1c amphf1er 

M br1dge 
Pont (ouvert) pour 
ampft magnettque 

S S1x phase star 
Tnhexaphase etoile 

y Three phase half wave 
Tnph.ut? etoile 

Number of com· 
ponents 1n senes 
per leg 
Nombre d't!tements 
en sene par bras 

Mechan1cal moun
tmg and polanty 
(except S 02) 
Montage mecamque 
et pofame (sauf pour 
S02) 

AN 
Pos1t1ve common 
Commvn posttlf 

AR 
Negative common 
Commun nt'!gatd 

AS 

Others 
Autres 

Number of com· 
ponents parallel 
Nombre d'tN&ments 
enparaJM/e 



CB-18 CB-61 CB-77 

TABLE 69- (continued) 
TABLE 69- (suite) 

BaSIC ClfCUII 

Montage 

Back to back 
A TeteMcM 

~~~ 
8 

Smgle phase bndge 
Pont monophiJSI1 

-G)+ 
-{ljt+ 

Center tap 
c Va et vtent + 
~0 

~· 
~ •• 0~ + 

~~~ 
F 

Three phase bndge 
Pant tnphase 

-@· 
~ G 

$· 
* Specify when ordering 

Pr6ciser a Ia commande 

Type 
Type 

T06FA1 AS1 --- T06 PAl ASt 
T 20 FAt ASl --- T 20 SAl ASl 

S02JB1-A - 502581-A 
S02J81-B -502$81-8 

S 02 R82 --- 502 582 
S 10 KB1 AS1 - S10TB2AS1 

S20K81 ASl -. S 20 TB2 AS1 

TO 06 FB1 ASl - TO 06 PB AS1 

TO 20 FB1 AS1 - TO 20 SB AS1 

S 02 KC1 ·A - S02SC2-A 
S02KC1-8 - S02SC2-B 
s 10 Kc1· - S10TC4• 
S20KC1* - S20TC4• 

T06FC1• - T06PC1'"" 
T 20 FC1• -...... T20SC1• 

S 02 KF1 __.,... S 02 SFl 

S 10 KF1 AS1 -. S 10 TFl ASl 

S 20 KF1 AS1 __.,... S20TF1 ASl 

TD 06 FF1 AS1 - TD 06 PF1 AS1 

TD 20 FF1 AS1 -.. TD 20 SF1 AS1 

CB-100 Fig. 1 Fig. 2 

VRRM 
per leg 

'o parbr<Js 
Case Components 1!rms)" See dJtOJ sheet 
Boitwr Composants IAI Votr notiCe 

~~Vmax~0 VmJ)( m" 

F1g, 1 Thynstors 25 500 13,5. T 06 

F1g. 2 Thynstors 25 800 28. T06 

C8-18 D1odes 100 800 0,5 s 02 
CB-100 D1odes 100 800 0,5 s 02 

C8-77 D1odes 1200 1600 0,5 s 02 

F1g 1 D1odes 200 2000 26 s 10 

F1g 2 Drodes 200 2000 42 s 10 

F1g 1 D1od + Thyr. 25 500 12 T 06 

F1g 2 Dmd + Thyr. 25 800 22 T 06 

CB-18 D1odes 200 1600 0,5 s 02 

CB-18 Om des 200 1600 0,5 s 02 

F1g. 1 Diodes 200 4000 26 SlO 

F1g 2 D1odes 200 4000 42 SlO 

F1g 1 Th1 1stors 25 500 12 T06 

F1g 2 T~ nstors 25 800 22 T06 

CB-61 D1odes 200 800 0.7 s 02 

F1g. 1 DIOdes 200 1000 36 s 10 

Fig 2 Diodes 206 1000 62 s 10 

F1g 1 D10d + Thyr. 25 500 17 T06 

F1g 2 D10d + Thyr. 25 800 31 TOG 
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Optoelectronic 
Optoelectronique 

Light emetting diodes ............................ , . , , , , , , , , , .... , .135 
Diodes e/ectroluminescentes 

Germanium photodiodes .......................... , . , ......... , , ... 135 
Photodiodes au germanium 

Silicon photodiodes ............................................... 136 
Photodiodes au silicium 

Silicon phototransistors ............................................ 136 
Photo transistors au si/icium 
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Cases :Outline drawings are shown at the end of the book, in order of CB 
numbers. These CB numbers are written under the silhouettes in the head 
of tables. 

Boltiers : Les dessins cotes des boltiers sont reunis a Ia fin du manuel, classes dans l'or

dre des numeros CB. Ces numeros CB sont inscrits en tete de chaque tableau au-dessous 

des silhouettes correspondantes. 



X-29 b 
(CB-125) 

TABLE 70- Light emetting diodes 
TABLEAU 70- Diodes e/ectoluminescentes 

1FM Type Case 
Type Boitier (mAl 

max. 

ESM 81 11! X-29 b 150 

TABLE 71 -Germanium photodiodes 
TABLEAU 71 - Photodiodes germanium 

Type Case VA ptot Type BaTtier 
IV) lmWl 

PHG 1 CB-25 30 30 

PHG 2 F 46 30 30 

CB-25 

VF 
IV! 

max. 

1,5 

tamb = 25o C 

Dark current 
Courant d'obscurite 

lA 
/VA (pAl (V) 

30 30 

30 20 

{1) Tentative data, developmental device 
Caractt:ristiques proviso ires, dispositif en dt:veloppement 

'F I (n! 
typ. 

1,5 

F 46 
(CB-24) 

IF 
I mAl 

100 

Photo current at 2500 lux 
Photo courant lJ 2500 lux 

Beam output 
Rayonnement lumineux 

lmW) 

typ, 

2 

IL IL IL See data sheet 
Voir notice 

(pA) (pA) (pA) 

min. typ. 

100 PHG 1 

50 PHG 1 
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I "' 
" 

" 

F 46 X-29 b T0-92.c, 
(CB-24) (CB-125) (CB-97) 

TABLE 72- Silicon photodiodes tamb = 25o C 
TABLEAU 72- Photodiodes si/icium 

Dark current Photo current at 2500 lux 
Courant d'obscur/M Photo courant !J 2500 lux 

Type Case 
VR ptot IR I VR IL IL IL Type Boitier 
!VI (mW) (pAl !VI (pAl (pA) (pA) 

max. min. typ, max. 

30 F 2 F 46 40 50 0,05 24 6 50 

31 F 2 F 46 40 50 0,05 24 30 95 

32 F 2 F 46 40 50 0,05 24 65 180 

33 F 2 F 46 40 50 0,05 24 120 360 

34 F 2 F 46 40 50 0,05 24 240 720 

35 F 2 F 46 30 50 0,05 24 480 

TABLE 73- Silicon phototransistors !amb = 25o C 
TABLEAU 73- Phototransistors silicium 

Dark current Photo current 
Courant d'obscurite Photo courant 

Type Case 
VCEO VECO ptot 1cEO I VCE 1L 1 VcE=24 v Type Bottler 

!VI (VI !mWI InA) !VI (pAl !lux) 
max. max. max. min. 

ESM51 111 X-29 b 121 60 6,5 400 50 30 250 1000 

ESM 52 111 X-29 b 121 60 6,5 400 50 30 2500 1000 

ESM 53 111 X-29 b 121 60 6,5 400 50 30 5500 1000 

ESM 71 111 T0-92 !31 60 6,5 300 50 30 100 5000 

ESM 72111 T0-92 131 60 6,5 300 50 30 650 5000 

ESM 73 111 T0-92 !31 60 6,5 300 50 30 1800 5000 

111 Tentative data, developmental device 
Caracteristiques proviso/res, dispositif en developpement 

121 Similar to T0-18 outline 
Encombrement identique au T0·1B 

131 Clear epoxy encapsulation 
Encapsulation en epoxy transparent 

136 

.c, Plastic case 
BaTtier plastique 

See data sheet 
Voir notice 

30 F 2 

30 F 2 

30 F 2 

30 F 2 

30 F 2 

30 F 2 

See data sheet 
Voir notice 

ESM 51 

ESM 51 

ESM 51 

ESM 71 

ESM 71 

ESM 71 



TTL circuits 
Circuits TTL 

TTL circuits 
Circuits TTL 

TTL circuits 
Circuits TTL 

Digital integrated circuits 
Circuits integres logiques 

standard series ....................................• 139 
stirie standard 

high speed series .................................... 145 
stirie rapide 

low power series ..•...•............................. 146 
serie basse consommation 

M.O.S circuits .................................................... 149 
Circuits M.O.S 

Memories .............................•......................... 152 
MtJmoires 

Cases : Outline drawings are shown at the end of the book, in order of CB 
numbers. These CB numbers are written under the silhouettes in the head 
of tables. 

Boitiers: Les dessins cotes des boitiers sont reunis a Ia fin du manuel, classes dans /'or
dre des numeros CB. Ces numeros CB sont inscrits en ti!te de chaque tableau au-dessous 
des silhouettes correspondantes. 
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Type individualization code for digital circuits 
Code d'appe//ation des circuits /ogiques 

SF. c D D D D D D D D 
SEM 

-Standar 
SESCO 
Protixe s 
MarqueS 
"m"~ tandard 

-Bipolar 
Circultb 

ESCOSEM 

device 
lpo/alre 

of type -Version 
Version dans/e type 

~ 

First source code 
Racine de /'appellation Mre source 
ex. :400-4121 

Nothing: Standard 

of family -Version 
Version dans fa famllle 

Rien 
H : 

L : 

Standard 

High speed 
Rap/de 

Low power 
Basse consommation 

Nothing: Metal can 
Rien BoTtler m6tallique 

-Case 
BoTtler 

Nothin 
Rlen 

: 

D 
E 

K 

p 

o•c + 7o•c 

: MINI DIP 
: OIL plastic 

D/L plastique -
: OIL ceramic 

OIL Ct!ramique 

: Flat package 
Bottler plat 

- Operating temperature range 
Gamme de temp6rature 

T 
v 
M 

-25•c,+ S5•c ~-------------~ 
-4o•c, + s5•c 
-55•c, +125•c 

ORDERING INSTRUCTIONS FOR FLAT-PACKAGES 
REDACTION DES COMMANDES POUR 80/T/ERS PLATS 

Orders for circuits described in this specification should include a part three types 
number as replained in the following example : 
A Ia suite du numfJro du c/fcuit dtJsm}, mdtquer par le rept!re ci-dessous Ia version cho1sie: 

Example : SF .C 400 PM 3 : Formed and tinned , insulated bottom 
Example : SF.C 400 PM 3 : Connexions mlses en forme et #Jtamees. fond isolt!J. Pon 1 

Broche 1 

Order Dash no Formed leads Insulated bottom Tinned I Repere Connexions m/sesenforme lsolement du fond Connexions eramees 
g ~ 0 no no no 

1 yes yes no b 2 no yes no 
3 yes yes yes 
4 no yes yes 
5 yes yes no 0 0 n_ 

These flat-package circuits are shipped in carrier "Barnes" 
Tous ces bo1tiers sont /ivres en porreur "Barnes". 
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~ ~ ~ • 
T0-116 T0-85 MP-117 MP-186 MP-48 

(CB-2) (CB-78) (CB-79) (CB-68) (CB-98) 

TABLE 74- TTL integrated circuits- standard series 
TA'BLEAU 74- Circuits integnJs TTL- serie standard 

Case 0°C, +70°C -25 °C, +85 °C -40 °t, +85 °C 
Boitier 

Quadruple two mput NAND gates T0-116 SF.C 400 E SF.C 400 ET SF.C 400 EV 
Quadruples operareurs ET-NON a deux entrees T0-85 SF.C 400 P 

Quadruple two mput NAND gates, w1th 
open collectors outputs (5,5 V) T0-116 SF C 401 E SF.C 401 ET SF.C 401 EV 
Quadruples opCrateurs ET-NON 8 deux entrees, T0-85 SF.C 401 P 
sorrtes avec collecteurs ouverts (5,5 V) 

Quadruple two input NAND gates, w1th 
open collectors outputs ( 14 Vl 
Quadruples opCrateurs ET-NON A deux entree~ 

T0-116 SF.C 401 BE SF.C 401 BET SF.C 401 BEV 

sorttes avec collecteurs au verts (14 V) 

Quadruple two tnput positive NOR gates T0-116 SF.C 402 E SF.C 402 ET SF.C 402 EV 
Quadruples opCrateurs OU-NON a deux entrees T0-85 SF.C 402 P 

Quadruple two tnput NAND gates, w1th 
open collectors outputs (5,5 V) T0-116 SF.C 403 E SF.C 403 ET SF.C 403 EV 
Quadruples operateurs ET-NON a deux entrees, 
sorttes avec collecteurs au verts (5.5 V) 

Hex , nverters T0-116 SF.C 404 E SF.C 404 ET SF.C 404 EV 
Sextuples mverseurs T0-85 SF.C 404 P 

Hex open collector inverters (5,5 V) T0-116 SF.C.405 E SF.C 405 ET SF.C 405 EV 
Sextuples mverseurs.sort1es avec coflecteurs T0-85 SF.C 405 P 
au verts (5,5 VJ 

Hex power mverters, with open collectors 
outputs 130 V) T0-116 SF.C 406 E SF.C 406 ET SF.C 406 EV 
Sextuples mverseurs de put:uance, sort1es avec T0-85 SF.C406P 
coflecteurs ouverts (30 VJ 

Hex power gates, with open collectors 
outputs (30 V) T0-116 SF.C 407 E SF.C 407 ET SF.C 407 EV 
Sextuples op6rateurs de putssance, sorttes avec T0-85 SF.C 407 P 
collecteurs ouverts (30 VJ 

Quadruple two mput AND gates T0-116 SF.C 408 E SF.C 408 ET SF.C 40B EV 
Quadruples operateur~ ETA deux entrees T0-85 SF.C 408 P 

Quadruple two input AND gates, with 
open collectors outputs (5,5 V) T0-116 SF.C 409 E SF.C 409 ET SF.C 409 EV 
Quadruples operateurs ETA deux entrees, T0-85 SF.C 409 P 
sorties avec collecteurs ouverts (5,5 V} 

Circuits in M range(- 55+ 125°C) may be supplied in ceramic case. Ask your ssales representative. 
Les circuits en !}1mme M (-55+ 12SOC) peuvent ~tre fournis en boltier ceromique _ No us consulter. 

I 
T0-100 

(CB-3) 

-55 °C, +125 °C 

SF.C 400 EM 
SF C 400 PM 

SF C 401 EM 
SF.C 401 PM 

SF.C 401 BEM 

SF.C 402 EM 
SF.C402 PM 

SF.C 403 EM 

SF.C 404 EM 
SF.C 404 PM 

SF.C 405 EM 
SF.C 405 PM 

SF.C 406 EM 
SF.C 406 PM 

SF.C 407 EM 
SF.C 407 PM 

SF.C 408 EM 
SF.C 408 PM 

SF.C 409 EM 
SF.C409 PM 
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TABLE 74- (continued) 
TABLEAU 74- (suite) 

Case 0°C, +70°C -25 °C, +85 °C -40 °C, +85 °C -55 °C, +125 °C Boitier 

Tnple three mput NAND gates T0-116 SF.C 410 E SF.C410 ET SF.C410 EV SF.C 410 EM 
Tnples opCrateurs ET·NON lJ trots entrees T0-65 SF.C 410 P SF.C 410 PM 

Dual four input NAND schmitt triggers T0-116 SF.C 413 E SF.C413 ET SF.C413 EV SF.C 413 EM 
Doubles tnggers de schmitt 8 quatre entrees T0-85 SF.C 413 P SF.C 413 PM 

Hex power mverters, with open collectors 
outputs (15 VI T0-116 SF.C 416 E SF.C 416 ET SF.C 416 EV SF.C 416 EM 
Sextuples mverseurs de putssance, sort1es avec T0-85 SF.C416P SF.C 416 PM 
collectevrs ouverrs (15 V} 

Hex power gates, with open collectors 
outputs (15 Vi T0-116 SF.C417 E SF.C417 ET SF.C 417 EV SF.C417 EM 
Sextuples optJrateurs de puissance, sorties avec T0-85 SF.C417P SF.C 417 PM 
collecteurs au verts (15 VJ 

Dual four mput NAND gates T0-116 SF.C 420 E SF.C 420 ET SF.C 420 EV SF C 420 EM 
Doubles opl§rareurs ET-NON a quatre entrees T0-85 SF.C 420 P SF.C 420 PM 

Quadruple two mput NAND gates, w1th 
open collectors outputs ( 15 V) 

T0-116 SF.C 426 E SF.C 426 ET SF.C 426 EV SF.C 426 EM Quadruples operateurs ET·NON a deux entrees, 
sortws avec collecteurs ouverts (15 V) 

E1ght input NAND gates T0-116 SF.C 430 E SF.C 430 ET SF C 430 EV SF.C 430 EM 
Opetareurs ET-NON a hUit entrees T0-85 SF.C 430 P SF.C 430 PM 

Quadruple two mput positive NAND 
buffers T0-116 SF.C 437 E SF.C 437 ET SF.C 437 EV SF.C 437 EM 
Quadruples operateurs de puissance ET·NON 
a deux entrees 

Quadruple two mput posittve NAND 
buffers, with open collectors outputs 
OuJdruples opVrateurs de putssance ET·NON 

T0-116 SF.C438 E SF.C 438 ET SF.C438 EV SF.C 438 EM 

tJ deux entrt§es. sorttes avec co/lecteurs au verts 

Dual four input NAND power gates 
T0-116 SF.C 440 E SF.C 440 ET SF.C 440 EV SF.C 440 EM Doubles operateurs de putssance ET·NON a T0-85 SF.C440 P SF.C 440 PM 

quatre entrees 

BCD to dectmal decoder (nixie+ driver) 
Decodeur BCD dVctmal (pour commande de MP-117 SF.C441 BE 
tubes ntxie+) 

BCD to decimal decoders MP-117 SF.C 442 E SF.C 442 ET SF.C 442 EV SF.C 442 EM Decodeurs BCD dectmaux 

BCD to seven segment decoders/drivers, 
With open collectors outputs (30 V) 

MP-117 SF.C 446 AE SF.C 446 AET SF.C 446 AEV SF.C 446 AEM Decodeurs BCD 7 segments, sorttes avec 
collecteurs ouverts (30 VJ 

BCD to seven segment decoders/drivers, 
with open collectors outputs (15 V) MP-117 SF.C 447 AE 
oecodeurs BCD 7 segments, sort1es avec 

SF.C 447 AET SF.C 447 AEV SF.C 447 AEM 

collecteurs au verts (15 V) 

BCD to seven segment decoders/drivers 
MP-117 SF.C 448 E SF.C 448 ET SF.C 448 EV SF.C 448 EM DVcodeurs BCD 1 segments 

Dual expandable AND-OR-INVERT gates T0-116 SF.C 450 E SF.C 450 EM 
Doubles operateurs ET·OU·NON expans1bles T0-85 SF.C 450 P SF.C 450 PM 

+Trademark of Burroughs 
Marque deporee de Burroughs 
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TABLE 74- (continued) 
TABLEAU 74- (suite) 

Case 
0°C, +70°C -25 °C, +85 °C -40 °C, +85 °C -55 °C, +125 °C Boitier 

Dual AND-DR-INVERT gates T0-116 SF.C 451 E SF.C 451 ET SF.C 451 EV SF.C 451 EM 
Doubles operateurs ET-OU-NON T0-85 SF.C 451 R SF.C 451 PM 

Expandable 4 x 2 mput AND-OR-INVERT 
gates T0-116 SF.C 453 E SF.C 453 EM 
Operateurs ET·OU-NON 4 x 2 entrees expan· T0-85 SF.C 453 P SF.C 453 PM 
s1bfes 

4 x 2 mput AND-OR-INVERT gates T0-116 SF.C 454 E SF.C 454 ET SF.C 454 EV SF.C 454 EM 
Operateurs ET-OU-NON a 4 x 2 entrees T0-85 SF.C 454 P SF.C 454 PM 

Dual four mput expanders T0-116 SF.C 460 E SF.C 460 EM 
Doubles expanscurs a quatre entrees T0-85 SF.C 460 P SF C 460 PM 

JK master- slave flip-flops T0-116 SF C 472 E SF C 472 ET SF.C 472 EV SF C 472 EM 
Bascules JK maitre esc/ave T0-85 SF C 472 P SF.C 472 PM 

Dual JK master-slave flip-flops T0-116 SF C 473 E SF.C 473 ET SF C 473 EV SF C 473 EM 
Doubles bascules JK maitre esc/ave T0-85 SF.C 473 P SFC473PM 

Dual D type flip-flops T0-116 SF C 474 E SF.C 474 ET SF.C 474 EV SF.C 474 EM 
Doubles bascules typeD T0-85 SF.C474P SF.C 474 PM 

4 b1t bistable latches 
Quadruples b1stables de stockage MP-117 SF.C 475 E SF.C 475 ET SF.C 475 EV SF.C 475 EM 

Dual JK master-slave flip-flops 
MP-117 SF.C 476 E SF.C 476 ET SF.C 476 EV SF.C 476 EM 

Doubles bascules JK maitre esc/ave 

16 b1t active element memones T0-116 SF.C 481 E SFC481 ET SF.C 481 EV SF.C 481 EM 
Mema~res v1ves 16 bits T0-85 SF.C 481 P SF C 481 PM 

4 bit binary full adders 
MP-117 SF.C 483 E SF.C 483 ET SF.C 483 EV SF.C 483 EM Additionneurs 4 b1ts 

4 b1t magnitude comparators MP-117 SF.C 485 E 
Comparateurs de grandeur num6nque 8 4 btts 

SF.C 485 ET SF.C 485 EV SF.C 485 EM 

Quadruple two input exclusive OR gates T0-116 SF.C 486 E SF.C 486 ET SF.C 486 EV SF.C 486 EM 
Quadruples operateurs OU-EXCLUSIF a deux T0-85 SF.C 486 P SF.C 436 PM 
entrees 

Quadruple 1 bit logic functional genera· 
tors 
Quadruples generateurs de fonct10ns logtques T0-116 SF.C 487 HE SF.C 487 HET SF.C 487 HEV SF.C 487 HEM 

a 1 b1t 

Decade counters T0-116 SF.C 490 E SF.C 490 ET SF.C 490 EV SF.C 490 EM 
Compteurs dec1maux T0-85 SF.C 490 P SF.C 490 PM 

Divide-by-twelve counters (divide-by-two T0-116 SF.C 492 E SF.C 492 ET SF.C 492 EV SF.C 492 EM 
and d1v1de·by-six) T0-85 SF.C 492 P SF.C 492 PM 
Compteurs dlvlseurs par 12 

4 b1t bmary counters T0-116 SF.C 493 E SF.C 493 ET SF.C 493 EV SF.C 493 EM 
Compteurs binalfes 4 b1tt T0-85 SF.C 493 P SF.C 493 PM 

4 bit right shift left shift registers 
T0-116 SF.C 495 AE SF.C 495 AET SF.C 495 AEV SF.C 495 AEM Regtstres 8 d6calage drotre, d6calage gauche 
T0-85 SF.C 495 AP SF.C 495 APM 4blts 
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TABLE 74- (continued) 
TABLEAU 74- (suite) 

Case 
0°C, +70°C -25°C, +85°C -40 °C, +85 °C -55°C, +125°C Boitier 

Deca three state inverter (8 x 2) 
MP-186 SF.C 601 E 

D~cuple mverseur /J sortie 3 6tats (8 x 2) 

Deca three state inverter (5 x 5) MP-186 SF.C 602 E 
Dtkuple inverseur /J :tortte 3 6tats (5 x 5) 

TV bas1c s1gnal sequential decoder 
MP-186 SF.C 603 E 06codeur sequenttel de Signal de base de TV 

Penta three state inverter 
T0-116 SF.C 604 E Dum tuple mverseur A sort1e 3 etats 

Dual JK master-slave flip· flops T0-116 SF.C4107 E SFC4107ET SF.C 4107 EV SF C 4107 EM 
Doubles bascules JK maitre esc/ave 

Monostables T0-116 SFC4121E SF.C 4121 ET SF.C 4121 EV SF.C 4121 EM 
Monostables T0-85 SFC4121P SF.C 4121 PM 

Retnggerable monostable mult1v1brators 
With clear T0-116 SF.C4122E SF.C 4122 ET SF.C 4122 EV SF.C 4122 EM 
Mult1V1brateurs monostab/cs, redCc/enchabfes T0-85 SF.C4122P SF.C 4122 PM 
avec rem1se D zero 

Dual retriggerable monostable mult1v1· 
brators w•th clear MP-117 SFC4123E SF.C 4123 EM 
Doubles mulriVIbrateurs monostables, rede· 
clenchables avec rem1se a zero 

Quadruple two mput NAND schm1tt 
tnggers T0-116 SF.C4132E SF.C 4132 EM 
Quadruples tnggers de schmitt a deux 
entrees 

BCD to dec1mal decoder (nix1e+ driver) 
Decodeur BCD dCctmal (pour commande de MP-117 SF.C 4141 E 
tubes mxte+) 

Data selectors/multiplexers MP-186 SF.C4150E SF.C 4150 ET SF.C 4150 EV SF.C 4150 EM SC!ecteurs de donnees/multiplexeurs 

8 b1t data selectors/multiplexers MP-117 SF.C 4151 E SF.C 4151 ET SF.C 4151 EV SF C 4151 EM 
Multtplexeurslsdlccreurs de donnees 8 bits 

8 b1t data/selectors multiplexers 
T0-85 SF.C4152 P SF.C 4152 PM Multtplexeursls~lecteurs de donnees 8 bits 

Dual4 I me to 1 I me, data selectors/ 
multiplexers MP-117 SF.C4153E SF.C 4153 ET SF.C 4153 EV SF.C 4153 EM Doubles sCiecteurs de donnCes/multt· 
plexeurs de 4 vo1es vers 1 

41me to 161ine decoders/demult1· 
plexers MP-186 SF.C4154E SF.C 4154 ET SF.C 4154 EV SF.C4154 EM 
0/Jcodeurs/dCmultJpfexeurs de 4 vo1es vers 16 

Dual 2 line to 4 line decoders/demulti· 
plexers MP-117 SF.C4155 E SF.C 4155 ET SF.C 4155 EV SF.C 4155 EM 
Doubles dCmultiplexeursldCcodeurs de 2 vo1es 
vers 4 

Dual 2 line to 4 line decoders/demult1· 
plexers, with open collectors outputs MP-117 SF.C4156E SF.C 4156 ET SF.C 4156 EV SF.C 4156 EM 
Doubles dCmultiplexeurs/d;kodeurs de 2 
vo1es vers 4, sort1es svec collecteurs ouverts 
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TABLE 74- (continued) 
TABLEAU 74- (suite) 

case o•c. +7o•c -25 •c. +85 •c -4o•c. +85°C -55°C, +125°C BaTtier 

8 bit parallel-out serial-in shift register 
Reglftre II d~ca/age enrr~e/s~rte • sort1e para/· T0-116 SF.C 4164 E 
1~/eBbltS 

Parallel-load 8 bit sh1ft regtster 
SF.C 4165 E Regtstre IJ dkslage entr6e paralldle, sonie MP-117 

Sl§rieB btts 

8 bit sh1ft reg1sters 
MP-117 SF.C 4166 E SF.C 4166 EM 

Regtstres II dkalage 8 bits 

8 b1t parity generators checkers T0-116 SF.C 4180 E SF.C4180 ET SF.C 4180 EV SF.C 4180 EM 
Gl!n~rateurs contrtJ/eurs de par~M 8 b1ts T0-85 SF.C4180P SF.C4180 PM 

Arithmetic logic units 
MP-186 SF.C 4181 E SF.C 4181 ET SF.C 4181 EV SF.C 4181 EM Umt~s /ogiques amhm~tlques 

Look ahead carry generators 
MP-117 SF.C 4182 E SF.C 4182 ET SF.C 4182 EV SF.C 4182 EM G6n6rateurs de report scc61ett: 

BCD to binary converter 
MP·117 SF.C 4184 E SF.C4184 EM Convertlueur BCD bma1re 

Binary to BCD converters 
MP-117 SF.C4185 AE SF.C 4185 AEM Convertisseurs bma1res BCD 

Synchronous 4 bit up/down BCD coun-
ters (dual clock with clear) MP-117 SF.C 4192 E SF.C 4192 ET SF.C4192 EV SF.C 4192 EM 
Compteurt dl!compteurs dl!cimaux priposi-
t1onnsbles b deux entr6es d'horloge 

Synchronous 4 bit up/down binary 
counters (dual clock With clear) MP·117 SF.C 4193 E 
Compteurs d6compteurs bmaires pr6posi· 

SF.C4193 ET SF.C 4193 EV SF.C 4193 EM 

tionnab/es A deux entrees d'hor/oge 

8 bit parallel-access left· shift right-shift 
registers MP-186 SF.C 4198 E SF.C 41{!8 ET SF.C4198EV SF.C4198 EM 
Reg1stres 8 bits psra!Mie/s6ries b dkalage 
gaucheldro1te 

8 bit parallel-serial access shift registers 
MP·186 SF.C 4199 E SF.C4199 ET SF.C4199 EV SF.C 4199 EM Registres b dtJcs/sge 8 bits IJ acds parsiMie-

s6t1e 

Dual line receivers 
T0-116 SF.C 5107 AE SF.C 5107 AEM Doubles recepreurs de ligne 

Dual line receivers, with open collectors 
outputs T0-116 
Doubles nkepteurs de 1/gne, sonies avec collec-

SF.C 5108 AE SF.C 5108 AEM 

teunouvem 

Dual line drivers (6 mA) T0-116 SF.C 5109 E SF.C 5109 EM 
Doubles trsnsmetteun de llgne (6 mA} 

Dual line drivers {12 mA) 
T0·116 SF.C 5110 E SF.C 5110 EM 

Doubles transmetteunde ligne (t2 mA} 

Memory drivers MP-117 SF.C5325 E SF.C 5325 EM 
Circuits de commsnde de ~moires 
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TABLE 74- (continued) 
TABLEAU 74- (suite) 

Case 
D°C, +70°C -25 oc, +e5 oc -40°C, +e5°C -55°C, +125°C BoTt/et 

Dual two input interface TD·116 SF.C 5450AE 
Double Interface~ df!Ux entrees 

Dual two input interface circuit 
MP-48 SF.C 5451 AD Double circuit Interface II deux entdes 

Dual mterface positive NAND driver 
MP·48 SF.C 5452 D Double cin:utt interface de puissance ET·NON 

Dual interface positive OR driver 
MP-48 SF.C 5453 0 Double circUit interlace de putuanr:e OU 

Dual interface positive NOR driver MP·48 SF.C 5454 D 
Double circUit mterface de putssance OU·NON 

Three state dual 4 line to 1 line data 
selectors 
Double St§lecteur de donnles (1 vole panni 4}. 

MP·117 SF.C 8214 E 

sorttes3tftats 

Dual voltage translators T0·100 
Doubles translareurs de tension 

SF.C 8800 SF.C 8800 M 

8 input priority encoder 
MP·117 SF.C 9318 E Codeur de prlortttJ IJ 8 entrees 

Retriggerable monostable multivibrators 
T0·116 SF.C9601 E SF.C 9601 EM Multtvtbrareun monostables redk/enchabfes 

1024 bit bipolar read-only memories 
M~motres mortes blpolalres 1024 bits 

MP·117 SF.C 70301 K SF .C 70301 KM 

256 bit read-only memories 
MP·111 SF.C 70486 E SF .C 70488 EM Memo/res mortes bipo/aires 256 blu 

256 bit bipolar programmable read·only 
memory 
Memotre morte blpolatre 256 bits programma· 

MP·117 SF.C 71188 K 

ble 

64 bit read-write memories MP·117 
Ml1moires IItties bipolaires 64 btU 

SF.C80101 K SF.C 80101 KM 
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T0-116 
(CB-2) 

TABLE 75- TTL integrated circuits- high speed series 
TABLEAU 75- Circuits integres TTL - serie rapide 

Quadruple two mput NAND gates 
Quadruples opt:rateurs ET-NON a deux entrees 

Quadruple two mput NAND gates, w1th 
open collectors outputs 
Quadruples opt:rateurs ET·NDN a deux entrees, 
sorttes avec collecteurs ouverts 

Hex inverters 
Sex tuples mverseurs 

Tnple three mput NAND gates 
Tnples opr§rateurs ET·NDN /J trOtS entrt:es 

Triple three mput AND gates 
Tflples optkateurs ET lJ trois entrt:es 

Dual fo~r input NAND gates 
Doubles opt:rateurs ET·NON a quarre entrees 

Dual four input AND gates 
Doubles optkateurs ETa quarre enrrt:es 

Dual four mput NAND gates, with open 
collectors outputs 
Doubles opt:rateurs ET-NON lJ quarre entrees 
sort1es avec collecteurs ouverts 

E1ght input NAND gates 
Op6rateurs ET·NON 8 hu1t entrl!es 

Dual four input NAND power gates 
Doubles operateurs de puissance ET·NON lJ 
quaue entrees 

Dual expandable AND-OR-INVERT gates 
Doubles o~rateurs ET-OU-NON expans1bles 

Dual two wide two input AND-OR-INVERT 
gates 
Doubles optmueurs ET·OU·NON lJ 2 + 2 entrees 

Expandable 2 + 2 + 2 + 3 input, AND-OR 
gates 
Op6r•t~rs ET·OU A 2 + 2 + 2 + 3 entrtez, 
expans1bles 

Case 
BaTtier 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

TO- 116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0·116 
T0-85 

T0-85 
(CB-78) 

0°C, +70°C 

SF.C 400 HE 
SF.C 400 HP 

SF.C 401 HE 
SF-C 401 HP 

SF.C 404 HE 
SF C 404 HP 

SF.C 410 HE 
SF.C 410 HP 

SF.C411HE 
SFC411 HP 

SF.C 420 HE 
SF.C 420 HP 

SF C 421 HE 
SF.C 421 HP 

SF.C 422 HE 
SF.C 422 HP 

SF_C 430 HE 
SF_C 430 HP 

SF.C 440 HE 
SF.C 440 HP 

SF.C 450 HE 
SF.C 450 HP 

SF-C 451 HE 
SF.C 451 HP 

SF-C 452 HE 
SF.C 452 HP 

Circuits in M range (-55 + 125°C) may be supplied in ceramic case. Ask your sales representative. 
Le~ circuits en gsmme M(- 55+ 125°C) peuvent btre faurni~ en bortler ctJramique. Naus consulter. 

-55 •c. +1 25 •c 

SF.C 400 HEM 
SF.C 400 HPM 

SF C 401 HEM 
SF.C 401 HPM 

SF_C 404 HEM 
SF.C 404 HPM 

SF.C 410 HEM 
SF.C 410 HPM 

SF.C411 HEM 
SF.C411 HPM 

SF.C 420 HEM 
SF.C 420 HPM 

SF.C 421 HEM 
SF.C 421 HPM 

SF.C 422 HEM 
SF.C 422 HPM 

SF.C 430 HEM 
SF.C 430 HPM 

SF_C 440 HEM 
SF.C 440 HPM 

SF-C 450 HEM 
SF.C 450 HPM 

SF.C 451 HEM 
SF.C 451 HPM 

SF.C 452 HEM 
SF-C 452 HPM 
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T0-116 
(CB-2) 

TABLE 75- (continued) 
TABLEAU 75- (suite) 

Expandable 2 + 2 + 2 + 3 mput, AND-OR
INVERT gates 
OpCrateurs ET-OU-NON B 2 + 2 + 2 + 3, entr6es 
expanstbles 

2 + 2 + 2 + 3 input AND-OR-INVERT gates 
OpCrateurs ET-OU-NON a 2 + 2 + 2 + 3 entrCes 

Expandable four input AND-OR-INVERT 
gates 
Opt5rateurs ET-OU-NON a 4 entrees. expans1bles 

Dual four mput expanders 
Doubles expanseurs a quatre entrees 

Tnpte three mput expanders 
Tnples expanseurs a trOIS entrees 

3 + 2 + 2 + 3 input AND-OR expanders 
Expanseurs ET-OU a 3 + 2 + 2 + 3 entrees 

JK master-slave flrp-flops 
Bascules JK maitre esc/ave 

Dual D type fl1p-flops 
Doubles bascules typeD 

Quadruple 1 bit logic functional generators 
Quadruples gt-nerateurs de fonct10ns /ogtques IJ 
1 btt 

Case 
Boitier 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-116 

TABLE 76- TTL integrated circuits- low power series 
TABLEAU 76- Circuits integnfs TTL - serie faib/e puissance 

Quadruple two mput NAND gates 
Quadruples op6rateurs ET-NON a deux entrees 

Quadruple two rnput NAND gates, with 
open collectors outputs (5,5 V) 
Ouadrupfes operateurs ET-NON a deux entrees, 
sorttes avec co/lecteurs ouverts (5,5 V) 

Case 
Boitier 

T0-116 
T0-85 

T0-116 
T0-85 

T0-85 
(CB-78) 

0°C, +70°C 

SF.C 453 HE 
SF.C 453 HP 

SF C 454 HE 
SF.C 454 HP 

SF.C 455 HE 
SF.C 455 HP 

SF.C 460 HE 
SF.C 460 HP 

SF.C 461 HE 
SF.C 461 HP 

SF C 462 HE 
SF C 462 HP 

SF.C 472 HE 
SF.C 472 HP 

SF.C 474 HE 
SF C 474 HP 

SF.C 487 HE 

SF C 400 LE 
SF C 400 LP 

SF C401 LE 
SFC401 LP 

Circuits in M range(- 55+ 125°C) may be supplied in ceramic case. Ask your sales representative. 

Les circuits en gamme M (-55 + 125°C} peuvent ~tre lourni! en boftier cCramique _ Nous consulter. 
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-55°C, +125°C 

SF C 453 HEM 
SF C 453 HPM 

SF C 454 HEM 
SF C 454 HPM 

SF C 455 HEM 
SF.C 455 HPM 

SF.C 460 HEM 
SF.C 460 HPM 

SF.C 461 HEM 
SF C 461 HPM 

SF.C 462 HEM 
SF C 462 HPM 

SF C 472 HEM 
SF C 472 HPM 

SF.C 474 HEM 
SF.C 474 HPM 

SF.C 487 HEM 

SF C 400 LEM 
SF C 400 LPM 

SF C 401 LEM 
SF.C 401 LPM 



TABLE 76- (continued) 
TABLEAU 76- (suite) 

Case 
Boitier 0°C, +70°C -55 °C, +125 °C 

Quadruple two input NAND gates, w1th 
open collectors outputs (5,5 V) T0-116 SF.C 403 LE SF.C 403 LEM 
Quadruples optkateurs ET-NON tJ deux entrees, T0-85 SF.C 403 LP SF.C 403 LPM 
sorttes avec collecteurs au verts {5,5 V} 

Hex inverters T0-116 SF.C 404 LE SF.C 404 LEM 
Sextuples mverseurs T0-85 SF.C 404 LP SF.C 404 LPM 

Triple three input NAND gates T0-116 SF.C 410 LE SF.C 410 LEM 
Tnples opCrateurs ET-NON 8 trois enrrCes T0-85 SF.C 410 LP SF.C 410 LPM 

Dual four input NAND gates T0-116 SF.C 420 LE SF.C 420 LEM 
Doubles opCrateurs ET-NON 8 Quatre entrees T0-85 SF.C 420 LP SF.C 420 LPM 

Eight input NAND gates T0-116 SF.C 430 LE SF.C 430 LEM 
Operateurs ET-NON 8 hutt entrees T0-85 SF.C 430 LP SF.C 430 LPM 

Dual AND-OR-INVERT gates T0-116 SF.C 451 LE SF.C 451 LEM 
Doubles operateurs ET-OU-NON T0-85 SF.C 451 LP SF.C 451 LPM 

3 + 2 + 2 + 3 input AND-OR-INVERT T0-116 SF.C 454 LE SF.C 454 LEM gates T0-85 SF.C 454 LP SF.C 454 LPM 
Optkateurs ET-OU-NON 8 3 + 2 + 2 + 3 entrees 

4 + 4 input ·AND-OR-INVERT gates T0-116 SF.C 455 LE SF.C 455 LEM 
OpCrateurs ET-OU-NON 8 4 + 4 entrees T0-85 SF.C 455 LP SF.C 455 LPM 

RS master-slave flip-flops TO-t16 SF.C 471 LE SF.C 471 LEM 
Bascules RS maitre esc/ave T0-85 SF.C 471 LP SF.C 471 LPM 

JK master-slave flip-flops T0-116 SF.C 472 LE SF.C 472 LEM 
Bascules JK maitre escfave T0-85 SF.C 472 LP SF.C 472 LPM 

Dual JK master-slave flip·flops T0-116 SF.C 473 LE SF.C 473 LEM 
Doubles bascules JK maitre esc/ave T0-85 SF.C 473 LP SF.C 473 LPM 

Dual D type flip-flops T0-116 SF.C 474 LE SF.C 474 LEM 
Doubles bascules typeD T0-85 SF.C 474 LP SF.C 474 LPM 

Dual JK master-slave fllp·flops T0-116 SF.C 478 LE SF.C 478 LEM 
Doubles bascules JK maitre esc/ave TD-85 SF.C ~78 LP SF.C 478 LPM 

Decade counters T0-116 SF.C 490 LE SF.C 490 LEM 
Compteurs dt!cimaux T0-85 SF.C 490 LP SF.C 490 LPM 

4 bit binary counters T0-116 SF.C 493 LE SF.C 493 LEM 
Compteurs binatres 4 bits T0-85 SF.C 493 LP SF.C 493 LPM 
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Type individualization code for M.O.S circuits 
Code dappellation des circuits MO.S 

Factory orders for circuits described in this catalog includes a eight part type number as explained in the following 
example. Some parts may be omitted. 

L 'appellation commerciafe des circuits df!crits dans ce cataloque ~omprend un numCro de type a huit caracteres com me explique 
ci-dessous. Certains caracteres peuvent 6tre absents. 

SFFDDDDD DOD 
-~¥!,5!;!£~" t 1 

Marque SESCOSEM 

_ M.O.S device 
Circuit M.O.S I 

- ~.:;~: -------

1. Multiplex switch 
Multip/exeur 

3. Dynamic shift register 
Registre a decalage dynamique 

4. Static shift register 
Registre ll dtka/age statique 

5. General use circuits 
Circuits d'usages generaux 

7. Read only memory 
MCmoire morte 

_ Numberoftyp•--------~~~-~-~---J 
Nume;o du type May be omitted 

Facu/tatif 

Version of type 
Version dans /e type 

_Case 
BaTtier 

Nothing : 
Rien 

D : 
E : 

K : 

p : 

2 to 4 characters 
2 lJ 4 caracttkes 

Metal can 
Boitier metallique 

MINIDIP 

DIL plastic 
DIL p/astique 

OIL ceramic 
DIL cCramique 

Flat package 
Bortierp/at Nothing : 

Rum 

T 
v 
M 

-25°C, + 85°C 
-40°C, + ssoc 
-ssoc, +125°C 

- For read only memories family extra digits are used to identify the code . See corresponding section 
Pour ltJ ftJmille des mt'!moires mortes des caracteres supplementaires sont utilises pour identifier le code. Se repor. 
lJ Ia s:ectton correS(Jondante 
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T0-100 
(CB-3) 

T0-116 
(CB-2) 

TABLE 77- M.O.S circuits 
TABLEAU 77- Circuits M.O.S 

Analog switches 
Commutateurs analogiques 

Dual differential SWitches 
Doubles mterrupteurs d1ff6rent1els 

Four channel switches 
Multtplexeurs 4 vo1eS snalog1ques 

Six channel switches (SIX control) 
Multtplexeurs 6 votes, (commsndes sCparoes} 

Six channel switches (only one control) 
Multtpfexeun 6 votes, (une seule commande} 

Two M.O.S transistors packages 
Doubles transistors M.O.S 

Three M.O.S transistors packages 
Triples transtrtors M.D.S 

2 x 3 channel switches 
Mult1plexeurs 2 x 3 voies 

3 x 2 channel switches 
Mu/tiplexeurs 3 x 2 voies 

Eight channel multiplex switch 
Multiplexeur 8 voies d~cod~ 

General purpose circuits 
Circuits d'usage gt!mlral 

Seven stage frequency divider 
Dtvlseur de frt!quence A sept ltllfleS 

Four stage frequency divider 
Divlseur de fnk/uence li quatre ~tages 

Decimal counter/seven segment display 
driver 
ComptfiUrdk/mtJI/commendedelliSUIIItStJtion 
sept segments 

Ten channel liquid crista! dpsplay latch 
driver 
Comm11nde de crtrtzlll~quldeif mlmolre dtx 
CIJt1liUJt 

T0-99 
(CB-11) 

Case 
BaTtier 

T0-100 

T0-100 

T0-116 

T0-116 

T0-99 

T0-100 

MP-117 

MP-117 

MP-117 

T0-116 

T0-116 
T0-100 

MP-186 
MP-186 

MP-186 
CB-123 

MP-117 
(CB-79) 

0°C, +70°C 

SF.F 150 

SF.F 151 

SF.F 153 E 
SF.F 153 K 

SF.F 153 AE 
SF.F 153 AK 

SF.F 154 

SF.F 155 

SF.F 156 E 
SF.F 156 K 

SF.F 157 E 
SF.F 157 K 

SF.F 160 E 
SF.F 160 K 

SAJ 180 
(SF.F 5002 El 

SF.F500~ 
SF.F 5003 

SF.F 5100E 
SF.F 5100 K 

SF.F 5110 K 
SF.F 5110P 

MP-186 
(CB-68) 

-25°C, +85°C -40°C, +85°C 

CB-123 

-55°C, +125°C 

SF.F 150M 

SF.F 151M 

SF.F 153 EM 
SF.F 153 KM 

SF.F 153 AEM 
SF.F 153 AKM 

SF.F 154M 

SF.F 155M 

SF.F 156 EM 
SF.F 156 KM 

SF.F 157 EM 
SF.F 157 KM 
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TABLE 77- (continued) 
TABLEAU 77- (suite) 

Dynamic shift registers Case 
0°C, +70°C -25°C, +85°C -40°C, +85°C -55°C, +125°C Registres dynamiques Boltier 

2 x 100 bit registers 
T0·99 SF.F 32100 SF.F 32100 M Registres 2 x 100 bits 

Static registers 
Registres statiques 

32 bit programmable static registers MP·117 SF.F 40032 K SF .F 40032 KM 
Reg1stres st8t1Ques 32 bits progrsmmables 

Dual 64 bit static registers (push·pull 
output) 
Doubles regisrres stattques 64 b1ts (sonic 

T0·99 SF.F 42064 SF.F 42064 V 

push-pull) 

Dual 64 b1t static registers (bare drain 
output) 
Doubles registres stattQues 64 bits (sortie 

T0·99 SF.F 42064 A SF.F 42064 AV 

dram ouvert} 

Read only memories 
Memoires mortes 

1024 bit read only memories (256 x 4) MP·117 SF.F 70610 KT SF.F 70610 KM 
Memoires morres 1024 btt:s (256 x 4} 

1024 bit read only memories (256 x 4 or 
MP·186 SF.F 70710 KT SF.F 70710 KM 128 X 8) 

MCmoires mortes to24 bits (256 x 4 ou 128 x B) 

2048 bit read only memories (512 x 4 or 
MP·186 SF.F 70611 KT SF.F 70611 KM 256 X 8) 

MCm01res mortes 2048 bitt (512 x 4 ou 256 x 8} 

25SO bit read only memories (512 x 5) 
MP·186 SF.F 70560 KT SF.F 70560 KM M~moires mortes 2560 b1ts (512 x 5) 

2560 bit read only memories (256 x 10 or 
512 X 5) MP·186 SF.F 70660 KT SF.F 70660 KM 
MtJmoiresmortes 2560 b1ts (256 x 10 au 512 x 5) 

3072 bit read only memories (256 x 1 2) MP·186 SF.F 70700 KT SF.F 70700 KM 
M~molfes mortes 3072 bits (256 x 7 2) 
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T0-86 
(CB-5) 

MP-186 
(CB·66) 

CB-130 

TABL,E 77 bis- Complementary M.O.S and M.O.S channel P circuits 
TABLEAU 77 bis- Circuits M.O.S complementaires et M.O.S canal P 

Quadruple two input NOR gates 
Quadruples operateurs OU-NON B deux entrees 

Dual D type flip·flops 
Doubles bascules typeD 

Fifteen stages frequency divider 
OIViseur de fr6quence 15 ~tages 

Frequency divider by 5000 
Diviseur de frequence par 5000 

Six channel switches 
Multiplexeur six votes 

Analogic digital coder logic part 
Partte logique codeur ena/ogique-numerique 

Case 
Battier 

T0-66 

T0-66 

T0-66 

MP-166 
CB-123 

CB-130 

CB-130 

-10 °C, +40 °C 

MTC501 

These circuits are developed with the aid of CNES : French national space agency 
Ces circutts sont dtJvelopptis avec /'aide du CNES: Centre nattona/ d'fitudes spatia/es 

*On request these circuits may be provided in other cases \ 
Sur demande ces ctrcutts peuvent erre fourms dans d'autres boTtters 

*Please contact your SESCOSEM sales representative 

CB-123 

-40 °C, +85 °C -55 °C, +125 °C 

MTC 301* MTSC 301 

MTC 303* MTSC 303 

MTC511 

MTSP 02 

MTSP 111 

Les servtces commerciaux de Ia SESCOSEM wnt a votre dtspos1tion pour tous rensa;gnements comp/ementaires (SESCOSEM, Domaine de 
CORBEVILLE B.P. 10·91 ORSAY/. 
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MP-186 
(CB-68) 

TABLE 78- Memories 
TABLEAU 78- Memoires 

Memories 
Memo ires 

1024 bit read only memory (256 x 4) 
Memoue morte (ROM) 1024 b1ts (256 x 4) 

1024 bit read only memory (256 X 4 or 
128 X 8) 
Memoire morte (ROM) 1024 bits (256 x 4 ou 
128 X 8) 

2048 btt read only memory (512 x 4 or 
256 X 8) 
Memotre morte (ROM) 2048 btts (512 x 4 ou 
256 xB) 

2560 brt read only memory (512 x 5) 
Memotremorte (ROM) 2560btts (512 x 5} 

2560 btt read only memories (256 x 10 or 
512 X 5) 
MCmo1res mortes 2560btts (256 x 10ou 512 x 5) 

3072 b1t read only memones (256 x 12) 
Memolfes mortes 3072 b1ts (256 x 12) 

1024 bit read only memory (256 x 4) 
Memolfe morte (ROM) 1024 btts (256 x 4) 

256 brt read only memory (32 x 8) 
Mf!mo1re morte (ROM} 256 bits (32 x 8} 

MP-117 
(CB-79) 

256 btt programmable read only memories (32 x 8) 
Memo/fe morte (PROM) 256 bits (32 x BJ 
programmable 

16 btt acttve element memory 
MCmotres v1ves (RAM) 16 btts 

64 bit read wnte memory 
MCmo!fe 64 b1ts A lecture tknture 
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Technology 
Technologie 

M.O.S 

M.O.S 

M.O.S 

M.O.S 

M.O.S 

M.O.S 

TTL 

TTL 

TTL 

TTL 

TTL 

T0-116 
(CB-2) 

Case 
Bo1tier 

MP-117 

MP-186 

MP-186 

MP-186 

MP-186 

MP-186 

MP-117 

MP-117 

MP-117 

T0-116 
T0-85 

MP-117 

T0-85 
(CB-78) 

SF.F 70610 K 

SF.F 70710 K 

SF.F 70611 K 

SF.F 70560 K 

SF.F 70660 KM 
SF.F 70660 KT 

SF.F 70700 KM 
SF.F 70700 KT 

SF.C 70301 K 

SF.C 70488 K 

SF.C 71188 E 

SFC481 E 
SF.C 481 P 

SF.C 80101 K 



Linear integrated circuits 
Circuits integres lineaires 

Amplifiers ..••.•.......•..•....•••............•.•...•.......•... 155 
Amplificateurs 

Regulators ............•.........•...•.....•..................... 158 
Regulateurs 

Comparators .....•................•........•...•....•...•....... 159 
Comparateurs 

Transistor arrays .....••..••.•••••••...•..••.......••.•........... 160 
Reseaux de transistors 

IF and RF amplifiers ................•....•.............•.....•.... 160 
Amplificateurs IF et RF 

cases :Outline drawings are shown at the end of the book, in order of CB 
numbers. These CB numbers are written under the silhouettes in the head 
of tables. 

Boitiers: Les dessins cores des boitiers sont rtfunis a Ia fin du manuel, classes dans !'or· 
dre des numt!ros CB. Ces numt!ros CB sont inscrits en tete de chaque tableau au.<fessous 
des silhouettes correspondantes. 
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Type individualization code for linear circuits 
Code d'appe//ation des circuits lineaires 

-Standardprefix SF. c 0 D D D ~ D D 
SESCOSEM 

::::::.·;;";';;;;,. __j t 1 
Bipolar device 
Circuit bipolaire 

Linear integrated circuit 
Circuit integrA linl!aire 

Version of type 
Version dans /e type 

Case 
Boitier 

Operating temperature range 
Gamme de temperature 

Nothing: 
Rien 

D : 
E : 

K : 

p : 

R : 

c : 

T : 
-

v : 

M : 

First source code 
Racine de /'appellation Mre source 
ex.: 709-741 

101- 109 

Metal can (T0-5 ; T0-99 ; T0-1 00) 
Boitier ml!tal/lque 
MINIOIP (MP-48) 
OIL plastic (T0-116; MP-117) 
OIL plastique 

OIL ceramic 
OIL ceramique 
Flat package (T0-91) 
BaTtier plat 

Metal can (T0-3) 
Battier ml!tal/ique 

0°C,+ 70°G 

-25°C, + 85°C 

-40°G,+ 85°C 

-55°C, +125°C 

ORDERING INSTRUCTIONS FOR FLAT-PACKAGES 
REDACTION DES COMMANDES POUR 80/T/ERS PLATS 

Orders for c1rCu1ts descnbed in th1s spec1f1cat1Dn should include a part three types 
number as replamed in the following example : 
A Ia sUtte dv numCro du cucu1t dcstre, md1quer par le repilre ct·dessous Ia vers1on chots1e· 

Example : SF.C 2709 PM 3 : Formed and solder drpped leads, insulated bottom 
Exemple : SF.C 2709 PM 3 : Connextons mises en forme et etamees, fond ISOie 

Order Dash no Formed leads Insulated bottom Solder-drpped leads 
Repere Connex10ns misesenforme /solemenr du fond Connextons etamees 

0 no no no 
1 yes yes no 
2 no yes no 
3 yes yes yes 
4 no yes yes 
5 yes yes no 

These flat-package crrcurts are shrpped In carrrer "Barnes'' 
Taus ces boitlers sont hvres en porteur "Barnes" 
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II 
T0-99 
(C8-11) 

T0-91 
(C8-86) 

TABLE 79- Linear integrated circuits- operational amplifiers 
TABLEAU 79- Circuits integnls lineaires- amplificateurs operationne/s 

MP-48 
(C8-98) 

Type I Tempemtu" range I supply I offset I offset I bias I Open loop I Frequency compens. I Case Type Gamme temperature V aliment. V rl!siduelle 1 residue/ 1 polaris. vol~age ga~n Compens. freQuence Boitier 
(V) max.(mV) max. InA} max.(nA) Gam tension 

25°C 25°C 25°C typ, 25°C 

SF.C 2101 A -55°C,+125°C ± 5 a± 20 2 10 75 160 000 External- Extl!rieure T0-99 
SF.C 2201 A -25°C,+ 85°C ± 5 a± 20 5 20 250 160 000 External- Exterieure T0-99 

SF.C 2301 A 0°C,+ 70°C ± 5 a± 20 7,5 50 250 160 000 External- Exterieure T0-99 

SF.C 2101 APM -55°C,+125°C ± 5 a± 20 2 10 75 160 000 External- Exterieure T0-91 
SF.C 2201 APT -25°C,+ 85°C ± 5 a± 20 5 20 250 160 000 External- Exterieure T0-91 

SF.C 2301 ADC 0°C,+ 70°C ± 5 a± 20 7,5 50 250 160 000 External- Extl!rieure MP-48 

*SF.C 2107 M -55°C,+125°C ± 5 a± 20 2 10 75 160 000 Integrated- lnregree T0-99 

*SF.C 2207 -25°C,+ 85°C ± 5 a± 20 5 20 250 160 000 Integrated · lntegnle T0-99 

SF.C 2307 o•c,+ 1o•c + 5 a+ 20 7,5 50 250 160 000 Integrated- lntl!grl!e T0-99 

SF.C2108 M -55°C,+125°C ± 5 a± 20 2 0,2 2 300 000 External- Extl!rieure T0-99 

SF.C 2208 -25°C,+ B5°C + 5 a± 20 2 0,4 2 300 000 External- Ext{Jrieure T0-99 

SF.C 2308 o•c,+ 70°C ± 5 a± 15 7,5 7 300 000 External.£xtl!rieure T0-99 

SF.C2110M -55°C,+125°C ± 5 a± 18 4 3 0,9999 Integrated· lntf!gree T0-99 

SF.C 2210 -25°C,+ 85°C + 5 a+ 18 4 3 0,9999 Integrated- tnregrce T0-99 

SF.C 2310 o•c,+ 70°C + 5 a+ 18 7,5 7 0,9999 lntegrated-tntl!grCe T0-99 

SF.C 2709 A -55°C,+125°C ± 9 a± 15 2 50 200 45 000 External- Extericure T0-99 

SF.C 2709 C 0°C,+ 70°C ± 9 a± 15 7,5 500 1500 45 000 External- Ext&rieure T0-99 

SF.C 2709 M -55°C,+125°C ± 9 a± 15 5 200 500 45 000 External- Exterieure T0-99 

SF.C 2709 T -2s•c,+ 85°C + 9 a+ 15 5 300 750 45 000 External- Exterieure T0-99 

* Can be delivered in flat pack (T0-91) 
Peuvent Dtre fournis en baTtier plat (T0-91) 
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~ II 
T0-116 T0-91 T0-99 MP-48 CB-107 

(CB-2) (CB-86) (C8-11) (CB-98) 

TABLE 79- (continued) 
TABLEAU 79- (suite) 

Type I Temperature range I supply I offset I offset I b1as I Open loop I Frequency compens., Case 
Type Gamme temphature V aliment. V r~siduelle 1 residue/ 1 polaris. vol!age ga_m Compens. fr{Jquence BaTtier 

IV) max. (mV) max. (nA) max. InA) Gam tensJon 
25°C 25°C 25°C typ. 25°C 

SF.C 2709 AE 0°C,+ 70°C ±91>± 1S 3,S 200 soo 4S 000 External- Exterieure T0-116 

SF.C 2709 EC 0°C,+ 70°C ± 9 a± 1s 7,S soo 1SOO 45 000 External- Exterieure T0·116 

SF.C 2709 EM -SS°C,+12S°C ± 9 a± 1s s 200 500 45 000 External- Exterieure T0·116 

SF.C 2709 ET -25°C,+ 85°C ± 9 a± 15 s 300 750 45 000 External- Exterieure T0-116 

SF.C 2709 AP -55°C,+125°C ±9il± 1S 2 50 200 4S 000 External- Exterieurc T0-91 

SF.C 2709 PC 0°C,+ 70°C ± 9 a± 15 7,5 500 1500 45 000 External· Exterieure T0·91 

SF.C 2709 PM -55°C,+125°C ± 9 a± 15 5 200 500 4S 000 l::xternal- Exttlrieure T0·91 

SF.C 2709 PT -25°C,+ 85°C ± 9 a± 15 5 300 750 45 000 External- Exterieure T0·91 

SF.C 2741 C 0°C,+ 70°C ±15 6 200 soo 100 000 lntegrated-/nrtgree T0·99 

SF.C 2741 M -55°C,+125°C ±1S 5 200 500 200 000 lntegrated-lnregree T0-99 

SF.C 2741 DC 0°C,+ 70°C ±1S 6 200 soo 100 000 Integrated - lntOgree MP-48 

SF.C 2741 EC 0°C,+ 70°C ±1S 6 200 500 100 000 Integrated -lnteuree T0-116 

SF.C 2741 EM -S5°C,+12S°C ±1S s 200 soo 200 000 Integrated· lntCgree T0·116 

SF.C 2741 PC 0°C,+ 70°C ±15 6 200 500 100 000 I ntegrated-lnttJgree T0.91 

SF.C 2741 PM -55°C,+125°C ± 15 5 200 500 200 000 Integrated -lntegree T0-91 

SF.C 2748 C 0°C,+ 70°C ±1S 6 200 soo 1SO 000 External - ExttJrieure T0-99 
SF.C 2748 M -55°C,+125°C ±1S s 200 soo 160 000 External - Ext{!rieure T0-99 

SF.C 2748 DC 0°C,+ 70°C ±15 6 200 500 1SO 000 External- Exterieure MP-48 

SF.C 2761 C 0°C,+ 70°C ±18 7,S so§ 1SOO 30000 External- Extdrieure CB-107 
SF.C 2761 T -25°C,+ 85°C ±18 7,S so§ 1500 30 000 External- Ext~rieure CB-107 

§Typical value 
Valeur typ1que 
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CB-107 CB-116 

TABLE 79- (continued) 
TABLEAU 79- (suite) 

Type I Temperature range I supply I offset I offset I Type Gamme temperature V aliment. V residuel/e I rdsiduel 

(VI max. (mV) max. l!lAl 
25°C 25°C 

SF.C 2761 M 

SF.C 2761 DC 

SF.C 2761 DT 

SF.C 2861 C 

SF.C 2861 T 
SF.C 2861 M 

SF.C 2861 DC 

SF.C 2861 DT 

SF.C 2861 PM 

§Typical value 
Valeur typique 

-55°C,+125°C 

0°C,+ 70°C 

-25°C,+ 85°C 

0°C,+ 70°C 

-25°C,+ 85°C 

-55°C,+125°C 

0°C,+ 70°C 

-25°C,+ 85°C 

-55°C,+125°C 

±18 7,5 50§ 

±18 7,5 so§ 

±18 7,5 so§ 

±10 11 330 

±10 11 330 
±10 11 330 

±10 11 330 

±10 11 330 

±10 11 330 

T0-91 
(CB-86) 

bias I Open loop I Frequency compens.l Case 
I polaris. vol~age ga!n Compens. frequence Battier 

max. (pA) Gam tenston 
25°C typ 25°C 

1500 30 000 External - Exterieure CB·107 

1500 30 000 External- Exterieure CB-116 

1500 30 000 External- ExttJrieure CB-116 

1500 30 000 External- Exterieure CB-107 

1500 30 000 External- Exterieure CB·107 
1500 30 000 External- Exterieure CB·107 

1500 30 000 External- ExtMeure CB·116 

1500 30 000 External - Extt5riaure CB-116 

1500 30 000 External- Exterieure T0-91 
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II I I 
T0-99 
(CB-11) 

T0-100 
(CB-3) 

CB-106 
(T0-5 ; T0-39) 

T0-3 
(CB-19) 

MP-48 
(CB-98) 

T0-116 
(CB-2) 

TABLE 80- Linear integrated circuits- voltage regulators 
TABLEAU 80- Circuits intdgres lineaires- regu/ateurs de tension 

Type I Temperature range I Input range !Output range I Line regulation I Load regulation I 
Type Gam me tempt1rature Gam me entree Gam me sortie Rlgulat. entree Rey,ulat. charge 

M M ~~ 

SF.C 2100 M -55°C,+125°C 8,5 to 40 2 to 30 0,1 %/V 12) 0,5% (3) 

SF.C 2200 -25°C,+ 85°C 8,5 to 40 2 to 30 0,1 %/V 121 0,5% l3l 

SF.C 2300 0°C,+ 70°C 8,5 to 40 2 to 20 0,1 %/V l2l 0,5% l3l 

SF.C 2104 M -55°C,+125°C -50 to -8 -40,-0,015 0,1% 5mVI4l 
SF.C 2204 -25°C,+ 85°C -50to-8 -40,-0,015 0,1% 5mVI4l 

SF.C 2304 0°C,+ 70°C -40to-8 -30,-0,035 0,1% 5mV 14) 

SF.C 2105 M -55°C,+125°C 8,5to50 4,5to40 0,03%/V (2) 0,05% (5) 

SF.C 2205 -25°C,+ 85°C 8,5to50 4,5to40 0,03 %/V (2) 0,05% (5) 

SF.C 2305 0°C,+ 70°C 8 to 40 4,5to30 0,03 %/V (2) 0,05% (5) 

SF.C 2109 M -55°C,+125°C 7 to 25 5 50mV 50mV 16) 

SF.C 2209 -25°C,+ 85°C 7 to 25 5 50mV 50mV l6l 

SF.C 2309 0°C,+ 70°C 7 to 25 5 50mV 50mV 16) 

SF.C 2109 RM \-55°C,+125°C 7 to 25 5 50mV 100 mV 171 
SF.C 2209 R -25°C,+ 85°C 7 to 25 5 50mV 100mV 171 

SF.C 2309 R 0°C,+ 70°C 7 to 25 5 50mV 100mV 171 

SF.C 2376 DC 0°C,+ 70°C 9 to 30 5to 27 0,4%/V 1 %(3) 

SF.C 2723 C 0°C,+ 70°C 9,5to40 2to37 0,5%/V (8) 0,2% 

SF.C 2723 M -55°C,+125°C 9,5to40 2 to 37 0,2%/V (8) 0,15% 

SF.C 2723 EC 0°C,+ 70°C 9,5to40 2to37 0,5 %/V (8) 0,2% 
SF.C 2723 EM -55°C,+125°C 9,5to40 2to37 0,2 %/V (8) 0,15% 

11oad (l)J/.V IV I Case 
charge I 0 Bottler 

mox. (rnA min. (V) 

25 3 T0-99 
25 3 T0-99 

25 3 T0-99 

25 2 T0-100 
25 2 T0-100 

25 2 T0-100 

20 3 T0-99 

20 3 T0-99 

20 3 T0-99 

200 C8-106 

200 CB·106 

200 CB-106 

1000 T0-3 

1000 T0-3 

1000 T0-3 

25 3 MP-48 

150 3 T0-100 

150 3 T0-100 

150 3 T0-116 

150 3 T0-116 

(1) Output currents in excess of 5 to 10 amperes possible by adding external transistors,excepted for the SF.C 2109 family 
Le courant de sortie peut attelndre p/usieurs ampdres par sdjonction de transistors exttlrleurs, exceptS pour Ia famllle SF.C 2109 

t2lV0 -v5 ~5v,v1 -v0 ~5V IJlRsc=o 14lRsc=15.n tslRsc=18.n 

16l5mA<;;Io"'0,5A 17l5mA<;;I0 .;;1,5A !Bl12V~Vl~40V 
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1! 41 I 
T0-99 T0-116 T0-100 MP-117 
(CB-11) (CB-2) (CB-3) (CB-79) 

TABLE 81 - Linear integrated circuits- comparators 
TABLEAU 81 -Circuits integr~!s lineaires • comparateurs 

Type I Temperature range I supply I V offset I offset 1 bias I Open loop llnputstrobe I Case 
Type Gamme temp~rature V aliment. residuelle I rAsiduel polaris. voltagegam Entree ,Bottler 

(V) max. (mV) max. (~A) max. (pA) Gain tension d'4chantillonnage 

2s•c 2s•c 2s•c tvP- 2s•c 

SF.C2111 M -55°C,+125•c I +15,-15 3 0,01 0,1 200 000 Yes·Oui T0-99 

SF.C 2211 -25°C,+ s5•c +15,-15 3 0,01 0,1 200 000 Yes- Oui T0-99 

SF.C 2311 o•c,+ 7o•c +15,-15 7,5 0,05 0,25 200 000 Yes-Ou/ T0-99 

*SF.C 2710 C o•c,+ 1o•c +12,-6 5 5 25 1500 No -Non T0-99 

*SF.C 2710 M -55°C,+125•c +12,-6 2 3 20 1700 No -Non T0-99 

SF.C 2710 EC o•c,+ 7o•c +12,-6 5 5 25 1500 No-Non T0-116 

SF.C 2710 EM -55°C,+125•c +12,-6 2 3 20 1700 No-Non T0-116 

*sF.C 2711 C o•c.+ 1o•c +12,-6 .5 15 100 1500 Yes-Oui T0-100 
*SF.C2711 M -55°C,+ 125•c +12,-6 3,5 10 75 1500 Yes. Oui T0-100 

SF.C 2711 EC o•c.+ 7o•c +12,-6 5 15 100 1500 Yes-Oui T0-116 
SF.C 2711 EM -55°C,+125•c +12,-6 3,5 10 75 1500 Yes-Oui T0-116 

SF.C 2524 EC o•c,+ 1o•c +5,-5 0,5 (1) 75 Yes-Oui MP-117 

SF.C 2524 KM -55°C,+125•c +5,-5 0,5111 75 Yes- Oui MP-117 

SF.C 2525 Ec- o•c,+ 7o•c +5,-5 0,5111 75 Yes-Oui MP-117 

SF.C 2525 KM -55°C,+125•c +5,-5 0,5(1) 75 Yes-Oui MP-117 

* Can be delivered in flat pack (T0-91) 
Peuvent ltre fournis en bottler plat (T0-91) 

111 Differential input offset current 
Courant d'enttee residue/ dilffJrentiel 
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_, 
T0-100 T0-116 

(CB-3) (CB-2) 

TABLE 82 - Linear integrated circuits- transistors arrays 
TABLEAU 82- Circuits integres lineaires- reseaux de transistors 

Type I Temperature range I v ceo l'c I h21 E j 1T I v Dl I 
Type Gamme temp~rature (VI (mAl ttc=1 mA (MHzl (mVI 

SF.C 2018 -ssoc, +125°C 15 50 100 500 

SF.C 2036 -55°C, +125°C 15 50 82 200 

SF.C 2046 E 0°C, + 85°C 15 50 100 550 0,45 

SF.C 2054 E 0°C, + 85°C 15 50 550 0,45 

TABLE 83- Linear integrated circuits- RF and IF amplifiers 
T A 8 LEA U 83 - Circuits integres lineaires -amplificateurs IF et R F 

II 
T0-99 
(CB-111 

Dl polar/sat. 1 I' b1as I 
(pAl (pAl 

I Case 
Battier 

Darlington stage + 
2 NPN transistors T0·100 
Etage Darlington + 2 
transistors NPN 

Dual Darlington 
T0·100 Double"Darlington 

1 differential pair 
0,3 + 3 NPN transistors T0·116 

1 paire diHArentielle 
+ 3 transistors NPN 

Dual differential 

0,3 10 amplifier T0·116 
Double ampltflca· 
teur difflrentie/ 

Type 
Type 

Temperature range aliment. Gain en tension Froquence de coupure Facteur de bruit I I V supply I Voltage gain I Cut"ff frequency I No1se figure I 
Gamme temperature lVI (dB I IMHzl (dB) I Case 

Bottler 

SF.C 2006 -15°C, + 85°C 12 

SF.C 2011 -15•C, + 85°C 12 
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typ. typ. typ. 

34 15 3 

26 70 3 

IF amp I ifier 
Amp/ificateur IF T0·99 

R F amplifier TQ.gg 
Amplificateu; R F 



Radio T.V. semiconductors 
Semiconducteurs radio T.V 

NPN and PNP germanium transistors· AF amplification ................... 163 
Transistors NPN et PNP au germanium ·amplification BF 

NPN silicon transistors· AF amplification and general purpose .............. 164 
Transistors NPN au silicium . amplification BF et usage general 

PNP silicon transistors· AF amplification and general purpose .............. 165 
Transistors PNP au silicium -amplification BF et usage general 

NPN silicon transistors· RF amplification .............................. 166 
Transistors NPN au silicium. amplification HF 

NPN silicon transistors· HV video amplification ......................... 167 
Transistors NPN au si/icium -amplification video HT 

Field effect transistors ............................................. 167 
Transistors 8 effet de champ 

NPN silicon power transistors. AF amplification and general purpose ........ 168 
Transistors NPN de puissance au silicium -amplification BF et usage general 

PNP silicon power transistors· AF amplification and general purpose ........ , 168 
Transistors PNP de puissance au silicium ·amplification BF et usage gemlral 

NPN silicon power transistors· TV deflexion ........................... 169 
Transistors NPN de puissance au si/icium -deviation TV 

Germanium diodes ................................................ 169 
Diodes au germanium 

Silicon diodes· signal and fast recovery ................................ 170 
Diodes au silicium -signal et redressement rap ide 

Thyristors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 171 
Thyristors 

Variable capacitance diodes ........................................ 173 
Diodes a capacitfl variable 

Switch diodes ................................................... 173 
Diodes interrupteurs 

Voltage regulation diodes .......................................... 174 
Diodes de regulation de tension 

Integrated circuits ................................................ 184 
Circwts int&grtis 
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Cases :Outline drawings are shown at the end of the book, in order of CB 
numbers. These CB numbers are written under the silhouettes in the head 
of tables. 

Boitiers : Les dessins cotes des boitiers sont reunis a Ia fin du manuel, classes dans l'or
dre des numeros CB. Ces numeros CB sont inscrits en tete de chaque tableau au-dessous 
des silhouettes correspondantes. 



T0-1 A 
(CB-120) 

T0-1 AK 
(CB-121) 

TABLE 84- PNP and NPN germanium transistors, AF amplification 
TABLEAU 84- Transistors NPN et PNP au germanium, amplification BF 

VCEO 
Applications Type I Poladty I Ca" Ptot I VCBO I h21 E / 'c I tT I F j 'c- t 
Applications Type Polarite Boitier 

lmW} (V} (V} h210 • lmA} (MHz} (dB} (mA}(kHz} 
max. max. 

Preamp. and dnver 
Preampli. et driver AC 182 T0-1A 200 -32 

Complementary push pull 1 W AC 184 p T0·1A 600 (1} -32 
Push-pull compl. 1 W AC 185 N T0-1A 600 (1} 32 

Complementary push pull 2 W AC 180 T0-1A 600 (1} -32 
Push-pull compl. 2 W 

AC 181 N T0·1A 600 (1} 32 

AC 180 K p T0-1AK 250012} -32 

N T0·1AK 2500(21 32 Complementary push wurr 3,5 WAC 181 K 
Push-pull camp/. 3,5 AC 180 K L p T0·1AK 2500(2} -32 

AC 181 KL N T0-1AK 250012} 

(1} With N6 heat sink 
Avec ailette N6 

(2} With infinite heat sink 
Sur radiateur infini 

l3l*Dynamic h21e groups 
Classes de gain dynamique h21e 

141 Static h21 E groups 
Classes de gain sratique h2tE 

l ~:~ ~~ :1~8 
cl VII 125 · 250 

l ~~~ ~~ :1~8 
cl VII 125 · 250 

32 

max. typ. max. 

-18 (3)* 4 10 0,5 

-16 (4) 300 2,5 10 0,5 

16 (4) 300 4,5 10 0,5 

-16 (4) 600 2,5 10 0,5 

16 (4) 600 4,5 10 0,5 

-16 (4) 600 2,5 10 0,5 

16 (4) 600 4,5 10 0,5 

-20 (4) 600 2,5 10 0,5 

20 (4) 600 4,5 10 0,5 
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T0-18 R0-110" X-55 a 6 T0-92 6 T0-39 
(CB-6) (CB-50) (CB-76) (CB-97) (CB·7) 

TABLE 85- NPN silicon transistors, audio amplification and general purpose tamb = 25o C 
TABLEAU 85- Transistors NPN au si/icium, amplification BF. et usage gemfral 

Applications Type 
Applications Type 

BC 109 
Low noise BC 209 
Fa1ble bruit 

BC 239 

BC 107 

BC 108 

BC 207 
Preamp. driver and BC 208 general purpose 
PrCampiJ dnver et BC 237 usage g6mJral 

BC 238 

BC 337 

BC 338 

tl~§i~&~8Jr~/uffpse BC 236 

BCW94 

General purpose BCW95 
Usage general BCW90 

BCW91 
Complem. symetry 

BC 211 ampl. With BC 313 

~on;::;;_aaS:O';~~i~ 13 BC 211 A 

11)* h21 e: 8 240 · 500 
c 450-900 
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Case Ptot IVCEO h21E j 1c lvCEsat I 1c 11 s tT c22bl F I lc - t 
Boitier 

(mWI lVI h210 • (mAl lVI (mAl (Mhz) (pF) (dB) (mAIIHz) 
max. max. max. typ. max. 

T0-18 300 20 (1)' 2 

R0-110 300 20 (1 )' 2 

X-55 a 300 20 (2). 2 

T0-18 300 45 (3)' 2 

T0-18 300 20 (2)' 2 

R0-110 300 45 (3)* 2 

R0-110 300 20 (2)* 

X-55 a 300 45 (2)* 

X-55 a 300 20 (2)* 2 

T0-92 625 45 100-600 100 

T0-92 625 25 100-600 100 

R0-110 300 120 >30 30 

X-55 a 540 40 100·400 50 

X-55 a 540 60 100-300 50 

X-55 a 600 40 100-400 150 

X-55 a 600 60 100-300 150 

T0-39 800 40 40·250 150 

T0-39 800 60 40-250 150 

(2)* h2 1e: A 125 · 260 
8 240.500 
c 450.900 

0,95 100/5 300 2,5 4 0,2 30-15000 

0,95 100/5 300 2,5 4 0,2 30-15000 

0,6 100/5 250 4,5 4 0,2 30-15000 

0,95 100/5 300 2,5 10 0,2 1000 

0,95 100/5 300 2,5 10 0,2 1000 

0,95 100/5 300 2,5 10 0,2 1000 

0,95 100/5 300 2,5 10 0,2 1000 

0,6 100/5 250 4,5 10 0,2 1000 

0,6 100/5 250 4,5 10 0,2 1000 

0,7 500/50 200 5 

0,7 500/50 200 5 

2 50/5 4 

0,25 50/5 120 5 

0,25 50/5 120 5 

0,7 500/50 120 10 

0.7 500/50 120 10 

1000/1 DO 300 8 

1000/100 300 8 

(3)* h21e: A 125 · 260 
8 240.500 

6 Plastic case 
Boitier pfastique 
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T0-18 R0-110" X-55 a"' T0-92" T0-39 
(CB-6) (CB-50) (CB-76) (CB-97) (CB-7) 

TABLE 86- PNP silicon transistors, audio amplification and general purpose tamb = 25• C 
TABLEAU 86- Transistors PNP au si/icium, amplification BF et usage general 

Applications Type 
Applications Type 

BC 179 
Low no1se BC 206 Faib/e bruit 

8C309 

BC 177 

BC 178 

BC 204 
Preampl., dnver and 

BC 205 general purpose 
PrtJampli., driver ct 6C307 usage g~neral 

BC308 

BC 327 

BC 328 

BCW96 

General purpose BCW97 
Usage general 

BCW92 

BCW93 
Complem. symetry 

BC 313 ampl. With BC 211 
Amp/1, 8 svmetrie BC 313 A camp/, avec BC 211 

(1)* h21 e: A 125-260 
B 240 · 500 

Case ptot rCEO h21E I 1c IVCEsatl 1c 11s IT lc22bf F I lc -f 
Boiticr 

lmWl (Vl h21 ; (mAl (Vl (mAl ~~;zl (pFl ::~. lmA)(Hzl 
max. max. max. 

T0-18 300 20 (1)* 2 0,95 100/5 200 4 4 0,2 30-15000 

R0-110 300 20 (1)* 2 0,95 100/5 200 4 4 0,2 30-15000 

X-55 a 300 20 (2)* 2 0,95 100/5 200 6 4 0,2 30-15000 

T0-18 300 45 (3)* 2 0,95 100/5 200 4 10 0,2 1000 

T0-18 300 25 (3)* 2 0,95 100/5 200 4 10 0,2 1000 

R0-110 300 45 (3)* 2 0,95 100/5 200 4 10 0,2 1000 

R0-110 300 20 (3)* 2 0,95 100/5 200 4 10 0,2 1000 

X-55 a 300 45 (2)* 2 0,95 100/5 200 6 10 0,2 1000 

X-55 a 300 25 (2)* 2 0,95 100/5 200 6 10 0,2 1000 

T0-92 625 45 100-600 100 0,7 500/50 100 8 
T0-92 625 25 100-600 100 0,7 500/50 100 8 

X-55 a 540 40 100-300 50 0,25 50/5 120 6,5 

X-55 a 540 60 100-300 50 0,25 50/5 120 6,5 

X-55 a 600 40 100-300 150 0,7 500/50 120 10 

X-55 a 600 60 100-300 150 0,7 500/50 120 10 

T0-39 800 40 40-250 150 1 1000/100 300 8 

T0-39 800 60 40-250 150 1000/100 300 8 

(2)* h21 e VI 75-150 (3)*h21 e V 50-100 .aPlastic case 
Battier plastique A 125-260 

B 240 · 500 
VI 75-150 
A 125 · 260 
B 240 • 600 

165 

:..--



, ~ 
T0-126" T0-3 T0-66 
(CB-16) (CB-19) (CB-72) 

TABLE 90- NPN silicon power .transistors AF amplification and general purpose tease= 25o C 
TABLEAU 90- Transistors de puissance au silicium NPN, amplification BF et usage general 

Applications Type 

I 
Case 

Ptot 

I 
vceo h21E j 1c I vCEsat / 1c'1e 

I Applications Type BoTtler 
(W) (V) (A) (Vl (A) 

max. max. max. 

BO 135 T0-126 6,5 (1) 45 40-250 0,15 0,5 0,5/0,05 

5::nrr;,W~n;~~~~;;;~;~~~~~~~''e BO 137 T0-126 6,5 (1) 60 40-160 0,15 0,5 0,5/0,05 

BO 139 T0-126 6,5 (1) 80 40-160 0,15 0,5 0,5/0,05 

BO 157 T0-126 20 250 30-240 0,05 
AF output amplifier 
Etages de sort1e SF en c/asse A BO 158 T0-126 20 300 30-240 0,05 

BO 159 T0-126 20 350 30-240 0,05 

BOY78 T0-66 25 55 25-100 0,5 3 3/1 

3;;;;~/n~~fst~&J~~;?}~!~sed 
BOY79 T0-66 25 120 25-100 0,5 3 3/1 

BOY 53 T0-3 60 60 20-60 2 2,2 7/1,4 

BOY 54 T0-3 60 120 20-60 2 2,2 7/1,4 

General purpose homobase 2N 3054 T0-66 30 55 25-100 0,5 1 0,5/0,05 
Usage gt}nerat homobsse 

2N 3055 T0-3 117 60 20-70 4 1,1 4/0,4 

TABLE 91 - PNP silicon power transistors AF amplification and general purpose 
TABLEAU 91 - Transistors de puissance au silicium PNP, amplification BF et usage general 

Applications Type 
Applications Type 

BO 136 

~o,rr;,~~~~~~6~~~;~~~~)4;:,~g:alre BO 138 

Campi. 2N 3054 
Campi. 2N 3054 
Campi. 2N 3055 
Compl. 2N 3055 

(1) tease =60oc 
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BO 140 

BOX 14 

BOX 18 N 

ll.Plastic case 
BoTtler plastique 

I 
Case 

Ptot 

BoTtler 
(W) 

max. 

T0-126 6,5 (1) 

T0126 6,5 (1) 

T0-126 6,5 (1) 

T0-66 30 

T0-3 117 

I 
vceo h21E I lc I vCEsatjlcile 

I (V) (A) (V) (A) 

max. max, 

-45 40-250 -0,15 -0,5 -0,5/-0,05 

-60 40-160 -0,15 -0,5 -0,5/-0,05 

-80 40-160 -0,15 -0,5 -0,5/-0,05 

-55 25-100 -0,5 -1 -0,5/-0,05 

-60 20-76 -4 -1,1 -4/-0,4 

IT 
(MHz) 

typ. 

250 

250 

250 

>8 

>8 

>20 

>20 

>O,B 

>0,8 

IT 
(MHz) 

typ. 

250 

250 

250 



T0-3 
(CB-19) 

TABLE 92- NPN silicon power transistors, deflexion 
TABLEAU 92- Transistors de puissance au silicium NPN, deviation 

D0-7 
(CB-26) 

Applications Type I Case 
Ptot lvcex h21E I 1ciV ce lv CEsat/c11 s I 1T I 11 l'c11 s1 

Applications Type BaTtier 
(WI (VI (A) (V) (VI (A) (MHz) (~s) (A) 
max. max. mm-max max. typ. max. 

BU 129 T0-3 25111 400 20min 3-1,5 3 5/0,5 10 3/0,3 

~!:J~~~~dli;~~t~o~~~~b~;~~ 1i!J(,XJ)" (llOo)BU 109 T0-3 85 330 15-45 5-1,5 10 5/1 

BU 104 T0-3 85 400 10-50 5-3,5 1,75 5/0,5 10 5/1 

TABLE 93- Germanium diodes tamb = 25• C 
TABLEAU 93- Diodes au germanium 

VRM 1FM VF I IF IR I VR ~ I (~Hz) AppiJcatJons Type Case (VI (mAl lVI (mAl I~AI lVI l%1 
Applications Type Battier 

max. max. max. max, typ. 

SF.D 104 00·7 30 90 1,5 10 250 20 62(>59) 30 

V1deo detection 
(AA 114) 

DetectiOn video 

SF.D 106 D0-7 25 90 1,4 10 40 10 60 30 

Audto detection SF.D 107 D0-7 15 60 1,7 10 220 10 
Detection audio (AA 130) 

~1?/f~~~~~~£~"i!;~a~~~~~i,e SF.D 108 DD-7 115 
clamping, dtscriminateurs) 

90 1,5 10 250 100 

Detection 1N 541 D0-7 50 100 1,5 10 150 100 86(> 83) 10,7 
Detection (AA 119) 

1N 542 D0-7 50 100 1,5 10 150 30 86(> 83) 10,7 
Ratio detectors·d•scrimmators (2xAA119) 
Discriminateurs limiteurs, detecteur 
rapport, detection 

AA 143 S D0-7 30 225 <0,52 15 100 25 76(> 70) 45 

111 tease =100•C 
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D0-7 D0-35 F 80 D0-4 
(CB-26) (CB-102) (CB-127) (CB-33) 

TABLE 94- Silicon diodes, signal and fast rectification tamb = 25° C 
TABLEAU 94- Diodes au silicium, signal et redressement rapide 

Applications Type VRM I 
1FM VF I IF IR I vRic;vRI '" Case 

~~~-
(mAl lVI (mAl (pA) lVI lpFI lVI (ns) 

Applications Type Boitier 
max max. max. max. 

BA 148 D0-7 300 2000 1,5 2000 200 121 300 4 150 
Ultra fast switching AF 

BAV 54-30 D0-35 30 500 1 10 0,2 30 4 0 4 detection. General purpose 

g~rer;;~;~t~;.rJ;~;~~~~~af BAV 54· 70 D0-35 70 500 10 0,2 70 4 0 4 

BAV 54-100 D0-35 100 500 10 0,2 100 4 9 4 

BA 199-250 D0-7 250 400 1,2 400 2 250 3 150 1131 

BA 199-350 D0-7 350 400 1,2 400 2 350 3 150 1131 

BA 199-450 D0-7 450 400 1,2 400 2 450 3 150 1131 

BA 199-550 D0-7 550 400 1,2 400 2 550 3 150 1131 
HVcolorTV 

BA 224- 150 D0-7 150 650 1 120 6 0 40 General purpose 100 0,1 
HT TV cou/eur BA 224-220 D0-7 220 650 100 0,1 180 6 0 40 Usage gemJral 

BA 224-300 D0-7 350 650 100 0,1 240 6 0 40 

BAV19 F 80 120 625 100 0,1 100 5 0 50 

BAV 20 F 80 180 625 1 100 0,1 150 5 0 50 

BAV 21 F 80 250 625 1 100 0,1 200 5 0 50 

TV d1ode booster BY 191 P- 250 D0-4 250 10000 1,2 4000 50 250 500 
Diode booster TV BY191P-400 D0-4 400 10000 1,2 4000 50 400 500 
Honzontal deflection 
(w1th ESM 45 - 46} ESM 46 R It I D0-4 750 16000 1.4 4000 20 650 300 
Deviation horizon tale ESM 47 R 111 D0-4 700 16000 1.4 4000 20 650 300 (avec ESM 45- 46) 
Regulatton, b1as 

BZX 62 D0-7 10 500 0.75 5 5 10 Polaris., stabilisation 

NEW PRO-ELECTRON NUMBERS BY 213- 700 R = ESM 47 R 
NOUVEAUX NUMEROS PRO-ELECTRON BY 212-750 R = ESM 46 R 

111 Tentative data, developmental devices 
Caracteristiques provisoires, dispositifs en deve/oppement 

121 tj = 125°C 

131 1-" 
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TABLE 95- Thyristors 
TABLEAU 95- Thyristors 

Application 
Application 

Color honz. deflection 
oeviat. horizont. couleur TV 

Stabilized supply 
Aliment. stab11isee TV 

T0-66 
(CB-72) 

Type 
Type 

ESM44 

ESM45 

BRY 54-600 

BTW 27-600 R 

Case 
BaTtier 

T0-66 

T0-66 

T0-39 

T0-66 

VRRM 
(V) 

max. 

20 

20 

600 

600 

NEW PRO-ELECTRON NUMBERS 
NOUVEAUX NUMEROS PRO-ELECTRON 

/~ 
/-:/ / 

< /,, 

T0-39 
(CB-7) 

VDRM 1T(rmsl /tease 
(V) (A) (°C) 

max. max. 

620 5 60 

600 5 60 

600 2,5 80 

600 7,4 75 

dl/dt 

(A/~s) 

mm. 

200 

200 

200 

200 

BT 113 · 700 R = ESM 45 R 
BT 112 · 750 R = ESM 46 R 

'q 
(~s) 

max. 

2,5 

4 
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D0-35 
(CB-102) 

TABLE 98- Voltage regulator diodes Epi z® tamb = 25• C 
TABLEAU 98- Diodes de regulation de tension 

Pz =500mW /tamb =25•c VF.;;; 1,5 V /IF =200 rnA 

Same electrical characteristics as } 1 N 746 _.,. 1 N 753 
Mtmes caractMsriques ~lectriques que 1 N 956 -I>- 1 N 976 

Type Ca9e VzT I VzT I vZT/1zT I 'zT I 'zV'zK "'vz I'R ;vR Type Bo1tier (V) (V) (V) (mA) (n) !n (mAl !%/•cl (pA) (V) 
mm. nom. max. max. max. mm max max. 

*szx 46 - c2 V7 D0-35 2,5 2,7 2,9 20 30 700 -0,08 -0,06 75 1 

*szx 46 - c3 vo D0-35 2,8 3 3,2 20 29 700 -0,08 -0,06 50 

*szx 46 - c3 V3 D0-35 3,1 3,3 3,5 20 28 700 -0,08 -0,05 10 

*szx 46 - C3 V6 D0-35 3,4 3,6 3,8 20 24 700 -0,08 -0,04 10 

*szx 46 - c3 V9 D0-35 3,7 3,9 4,1 20 23 700 -0,07 -0,03 10 

*szx 46 - c4 V3 D0-35 4 4,3 4,6 20 22 700 -0,04 -0,01 2 

*szx 46 - C4 V7 D0-35 4,4 47 5 20 19 

See data sheet 
Voir notice 

BZX 46- C2 V7 

BZX 46 -C2 V7 

BZX 46- C2 V7 

BZX46- C2 V7 

BZX 46- C2 V7 

BZX 46 -C2 V7 



TABLE 98- (continued) 
TABLEAU 98- (suite) 

Type Case 
Type Boitier 

"'BZX 46 · C24 D0-35 

*szx 46. C27 D0-35 

*BZX 46 · C30 D0-35 

*BZX 46 · C33 D0-35 

*BZX 46 · C36 D0-35 

*BZX 46 · C39 D0-35 

*BZX 46 · C43 D0-35 

*Preferred device 
Dispositif recommande 

VzT I VzT I Vzy'1zT I 'zT 
lVI lVI lVI !mAl 1!11 
mm. nom. max. max. 

22,8 24 25,6 5,2 33 

25,1 27 28,9 4,6 41 

28 30 32 4,2 49 

31 33 35 3,8 58 

34 36 38 3,4 70 

37 39 41 3,2 80 

40 43 46 3 93 

'zK j 1zK avz IIR ;vR See data sheet 
(!1) (mAl I%/°CI !~AI lVI Voir not1ce 

max. mm max max. 

750 0,25 +0,04 +0,12 5 18,2 BZX 46. C2 V7 

750 0,25 +0,04 +0,12 5 20,6 BZX 46. C2 V7 

1000 0,25 +0,04 +0,12 5 22,8 BZX 46. C2 V7 

1000 0,25 +0,04 +0,12 5 25,1 BZX 46 · C2 V7 

1000 0,25 +0,04 +0,12 5 27,4 BZX 46 · C2 V7 

1000 0,25 +0,04 +0,12 5 29,7 BZX 46 · C2 V7 

1500 0,25 +0,04 +0,12 5 32,7 BZX 46 · C2 V7 
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~D0-13 

(CB-37) 

TABLE 102- Voltage regulator diodes tamb = 25o C 
TABLEAU 102- Diodes de regulation de tension 

Pz =1 WI tamb =25oc VF < 1,5 VI IF =500 rnA 

Type Case vzT I 1zT Tolerance 'zT 'zK I 1zK "vz See data sheet 
Type Boit1er lVI (mAl ToMrance In I In I (mAl I%/°C) Voir notice 

nom. max. max. typ, 

11 Z6 F 00-13 3,3 10 ±12% 60 -0,05 11 Z6 F 

11 Z6AF 00-13 3,3 10 ±5% 52 600 -0,05 11 Z6 AF 

12 Z6 F 00-13 3,6 10 ±12% 60 -0,05 11 Z6 F 

12 Z6 AF 00-13 3,6 10 ±5% 52 600 -0,05 11 Z6AF 

13 Z6 F 00-13 3,9 10 ±12% 60 -0,05 11 Z6 F 

13 Z6 AF 00-13 3,9 10 ±5% 52 600 -0,05 11 Z6AF 

14 Z6 F 00-13 4,3 10 ±12% 60 -0,05 11 Z6 F 

14 Z6 AF 00-13 4,3 10 ±5% 52 600 -0,05 11 Z6AF 

15 Z6 F 00-13 4,7 10 ±12% 60 -0,03 11 Z6 F 

15 Z6 AF 00-13 4.7 10 ±5% 52 600 -0,03 11 Z6 AF 

16 Z6 F 00-13 5,1 10 ±12% 36 +0,01 11 Z6 F 

16 Z6 AF D0-13 5,1 10 ±5% 34 512 +0,01 11 Z6AF 

17 Z6 F D0-13 5,6 10 ±12% 36 +0,02 11 Z6 F 

17 Z6 AF D0-13 5,6 10 ±5% 34 512 +0,02 11 Z6 AF 

18 Z6 F D0-13 6,2 10 ±12% 20 +0,03 11 Z6 F 

18 Z6 AF D0-13 6,2 10 ±5% 12 360 +0,03 11 Z6AF 

19 Z6 F D0-13 6,8 10 ±12% 20 +0,05 11 Z6 F 

19 Z6 AF D0-13 6,8 10 ±5% 12 360 +0,05 11 Z6 AF 

20 Z6 F D0-13 7,5 10 ±12% 14 +0,07 11 Z6 F 

20 Z6 AF D0-13 7,5 10 ±5% 6 55 +0,07 11 Z6 AF 

21 Z6 F D0-13 8,2 10 ±12% 14 +0,07 11 Z6 F 

21 Z6 AF 00-13 8,2 10 ±5% 6 12 +0,07 11 Z6 AF 

22 Z6 F D0-13 9,1 10 ±12% 18 +0,08 11 Z6 F 

22 Z6 AF D0-13 9,1 10 ±5% 9 20 +0,08 11 Z6 AF 

23 Z6 F D0-13 10 10 ±12% 18 +0,08 11 Z6 F 

*Preferred dev1ce 
D1spos1td recommand{! 
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TABLE 102- (continued) 
TABLEAU 102- (suite) 

Type Case 
Type Boitier 

23 Z6 AF D0-13 

24 Z6 F D0-13 

24 Z6 AF D0-13 

25 Z6 F D0-13 

25 Z6 AF D0-13 

26 Z6 F D0-13 

26 Z6 AF D0-13 

'27 Z6 F D0-13 

27 Z6 AF D0-13 

28Z6 F D0-13 

28 Z6 AF D0-13 

116 Z6 F D0-13 

116Z6AF D0-13 

118 Z6 F D0-13 

118 Z6 AF D0-13 

120 Z6 F D0-13 

120 Z6 AF D0-13 

122 Z6 F D0-13 

122 Z6 AF D0-13 

124 Z6 F D0-13 

124 Z6 AF D0-13 

*Preferred device 
Dispositif recommande 

vzT I 
lVI 
nom. 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

18 

18 

20 

20 

22 

22 

24 

24 

1zT Tolerance 
(mAl Tolerance 

10 ±5% 

10 ±12% 

10 ±5% 

10 ±12% 

10 ±5% 

10 ±12% 

10 ±5% 

10 ±12% 

10 ±5% 

10 ±12% 

10 ±5% 

10 ±12% 

10 ±5% 

10 ±12% 

10 ±5% 

10 ±12% 

10 ±5% 

10 ±12% 

10 ±5% 

10 ±12% 

10 ±5% 

'ZT 'ZK I 1ZK "vz See data sheet 

In I In I (mAl I%/°CI Voir notice 

max. max. typ. 

9 38 +0,08 11 Z6 AF 

18 +0,08 11 Z6 F 

12 50 -1 +0,08 11 Z6AF 

24 +0,08 11 Z6 F 

12 50 +0,08 11 Z6AF 

24 +0,08 11 Z6 F 

19 330 +0,08 11 Z6AF 

30 +0,08 11 Z6 F 

21 550 +0,08 11 Z6AF 

32 +0,08 11 Z6 F 

24 550 +0,08 11 Z6AF 

35 +0,08 11 Z6 F 

35 600 +0,08 11 Z6 AF 

40 +0,08 11 Z6 F 

40 600 +0,08 11 Z6AF 

45 +0,08 11 Z6 F 

45 600 +0,08 11 Z6 AF 

55 +0,08 11 Z6 F 

55 600 +0,08 11 Z6AF 

60 +0,08 11 Z6 F 

60 600 +0,08 11 Z6AF 

I 
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Booloer PC-11 I I F 88 T CB-44 ' 
Embose PB -12 I 

I i CEI DATA 
I 

JEOEC SITElESC SESCOSEM 

CB-47 

SITEHSC SESCOSEM 
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. [, Q~ ' '11])~:"~ 
- ==f, =--

Lz J35 

09 09 

Anc:.ennemenl SM·2 
Formerly 

' L CB-59 
CEI JEDEC SITELESC SESCOSEM 

__L__------'--------'--__j________.J 

13 

llt!t~ 
I JEOEC I snnESc 

Ant-.en~n!SM-3 

Formerly 

' CB-61 

[ 626 I 

~~·I 
~~+J 

JEDEC 

0 153 mrn 

9/16 mcu / 
I 
~ 

Ancrennemenl SM·I 
Formrrly 

r"'ii29 •u• plc!IJ 

l6pon,J .,I ____ ~~'!'<:'~ -- - -~-o. 

' ~~--- T0-4B ! T0-48 T F 37 u I CB-66 I 

l__:_" __ l -~~_T_"_j_ __ -~E~~-- j_ _ sr~~:scoSEM I 
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~ 17 A6 sur pkl!>) 
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22 22 max 

1778 
2172 
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formerly 
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Ancrenn€me"nt SM·J 
Form~dy 

' D<N 

I 
CB -77 

I SESCOSEM 

T0-85 

OAT A JEDEC SITELESC 

Ancrennement DM·lO 
Former!1 

' I CB-81 I 
SESCOSE ..... 
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' DO-Al CB-101 J 



DIN v 
I [D0-35] I 

JfDEC 

[A-24] 

0508 

0 7.75 

12.70mon 

~-

Formerly DHO 
Anc•ennement 

CB-102 I 
SESCOSEM 

T0-5 TO-J9 
A capo! red~·t 
Smoll con 

IS 
ill 

DIN 

CEI 

2.6mon 

9 
9,6 

L 
' 

I I Slrmsc I CB -107 

I DATA JEOEC SESCOSEM 
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' X-103 

O'N 

' 
(" OATA 

IT0-220 ABI 
JEDEC I I CB-117 I 

SITELESC SESCOSEM 

X-75 
(" DATA 
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a1 
I 

PIN DIN 

CEI DATA. CEI DATA I JEDEC 

e.l,27 

DIN DIN 

Cfl DATA I JEDEC 

I 

I 

,TO•IA ... _ly 
Ancoenenntmenl, 

SITELESC I 

'""'" I 

' CB-120 

J SESCOSEM 

' CB-123 J 
SESCOSEM 
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DIN 

CEI 

DIN v 

I 
D0-29 

I CEI DATA JEDEC: SITELESC 
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I 
CB-126 
SESC:OSEM _I 

DIN 

Formerly 
Ant1ennemo:nt 

OHD' 
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CEI DATA 
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I 
T0-101 

I 
F 96 

I 
CB-128l 

CEI DATA JEDEC SITELESC SESCOSEM CEI DATA 
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SALES REPRESENTATIVES 
RESEAU COMMERCIAL 

DEVICES QUALIFIED BY CCT 
DISPOSITIFS HOMOLOGUES CCT 

NUME:RICAL ALPHABETICAL INDEX 
INDEX NUMER/QUE ALPHABET/QUE 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

PROFESSIONAL TRANSISTORS 
TRANSISTORS PROFESS/ONNELS 

PROFESSIONAL DIODES, RECTIFIERS AND THYRISTORS 
DIODES, REDRESSEURS ET THYRISTORS PROFESS/ONNELS 

OPTOELECTRONIC 
OPTOELECTRON/QUE 

DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS 
CIRCUITS INTEG RES LOGIQUES 

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 
CIRCUITS IN_TEGRES LINEA/RES 

RADIO T.V. SEMICONDUCTORS 
SEMICONDUCTEURS RADIO T.V. 

CASES 
BOITIERS 




